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(54) 기판 처리장치 및 기판 처리방법

요약

본 발명은, 낱장처리에 의하여 피처리체에 처리액을 도포하는 도포처리부로부터 피처리체를 피처리체 유
지부재로 옮기는 제1의 이송수단, 및 복수의 피처리체 유지부재를 부착 및 이탈가능하게 얹어놓음과 함께 
복수의 피처리체 유지 수단을 동시에 이동하는 이동수단을 가지는 인터페이스부와, 이동수단에 얹어놓인 
피처리체 유지수단과, 도포처리가 행해진 복수의 피처리체에 배치처리체 의하여 열처리를 행하는 열처리
부에 옮기는 제2의 이송수단을 가지는 열처리부를 구비하는 기판 처리장치를 제공한다.

대표도

도1
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명세서

도면의 간단한 설명

제1도 및 제2도는 본 발명의 기판 처리장치의 일 실시예를 나타내는 개략도.

제3도 및 제4도는 제1도에 나타낸 기판 처리장치에 따른 인터페이스부를 나타내는 도면.

제5도 내지 제7도는 인터페이스부의 위치결정 기구를 나타내는 도면.

제8도는 포토라이너의 일부를 나타내는 평면도.

제9도는 제8도의 9-9선에 따른 단면도.

제10도는 포토라이너에 피처리체 유지수단을 부착한 상태를 나타내는 분해사시도.

제11(a)도는 피처리체 유지수단을 나타내는 측면도.

제11(b)도는 제11(a)도의 11B-11B 선에 따른 단면도.

제12(a)도는  더미  웨이퍼용  보트를  나타내는  측면도,  제12(b)도는  제12(a)도의  12B-12B  선에  따른 
단면도.

제13도는 피처리체 유지수단에 반입된 웨이퍼(W)의 튀어나온양을 검출하는 튀어나옴 검출센서의 부착상태
를 나타내는 도면.

제14도는 웨이퍼 튀어나옴 검출센서의 외에, 튀어나온 거리 검출센서를 부착한 상태를 나타낸 도면.

제15도는 웨이퍼(W)의 튀어나옴 위치검출센서와 웨이퍼 밀어넣음 수단을 나타내는 사시도.

제16도는 웨이퍼(W)의 피처리체 유지수단으로의 반입상태와 밀어넣음상태를 나타내는 도면.

제17도는 본 발명의 기판 처리장치에 있어서의 열처리부를 나타내는 도면.

제18도는 피처리체 유지수단의 이송기구를 나타내는 도면.

제19도는 실시예 2의 기판 처리장치의 도포처리부의 전체구성을 모식적으로 나타내는 측면도.

제20도는 제19도에 나타낸 도포처리부의 전체 구성을 모식적으로 나타내는 평면도.

제21도는 실시예 2의 기판 처리장치의 도포처리부의 도포기구에 있어서의 컵의 구체적 구성예를 나타내는 
부분단면도.

제22도는 도포처리부의 도포기구에 있어서의 노즐대기부의 구체적 구성예를 나타내는 부분 단면도.

제23도는 도포처리부의 도포기구에 있어서의 SOG 온도조절기구의 구성을 모식적으로 나타내는 사시도.

제24도는 도포처리부의 도포기구에 있어서의 SOG 공급노즐의 구체적 구성예를 나타내는 종단면도.

제25도는 도포처리부의 도포기구에 있어서의 SOG 공급부의 구성예를 나타내는 배관도.

제26도는 도포처리부의 건조유니트내의 요부의 구성을 나타내는 사시도.

제27도는 도포처리부의 건조유니트에 있어서의 셔터 시트의 구성을 나타내는 평면도.

제28도는 실시예 2의 기판 처리장치의 인터페이스부의 내부의 전체구성을 나타내는 사시도.

제29도는 웨이퍼 보트의 웨이퍼 수용구조를 나타내는 대략 측면도.

제30도 및 제31도는 인터페이스부에 있어서 반입 반출기구가 웨이퍼 보트 내의 웨이퍼를 매핑하는 때의 
상태를 나타내는 도면.

제32도는 인터페이스부에 있어서의 반입·반출기구가 웨이퍼 보트로부터 튀어나와 있는 웨이퍼를 속으로 
밀어넣을 때의 상태를 나타내는 대략 측면도.

제33도는 인터페이스부에 있어서의 반입·반출기구가 매핑기능을 이용하여 웨이퍼보트로부터 벗어나고 있
는 웨이퍼를 검출하는 때의 상태를 나타내는 대략 측면도.

제34도 및 제35도는 열처리부에 있어서 피처리체 유지수단의 이송기구를 나타내는 도면.

제35도는 실시예 3의 기판 처리장치의 개략을 나타내는 평면도.

제37도는 제36도에 나타낸 기판 처리장치의 종단면도.

제38도는 제37도의 V부의 확대단면도.

제39도는 실시예 3에 있어서의 처리액공급관의 요부를 나타내는 확대단면도.

제40도는 실시예 3의 기판 처리장치의 요부의 배관계를 나타내는 개략구성도.

제41도는 제40도의 요부 확대도.

제42도는 실시예 3의 기판 처리장치에 있어서의 처리액 공급노즐의 더미 디스펜스부와 일시대기부를 나타
내는 단면도.

제43도는 실시예 3의 기판 처리장치의 개략을 나타내는 도면.
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제44도는 제43도에 나타낸 기판 처리장치의 평면도.

제45도는 피처리체를 반송하는 반송수단을 나타내는 개략도.

제46도 및 제47도는 막형성 처리부를 나타내는 도면.

제48도는 열처리부를 나타내는 도면.

제49도는 열처리부의 예를 나타내는 길이방향 단면도.

제50도는 열처리로의 열처리부를 나타내는 단면도.

제51(a)도 내지 제51(e)도는 가열관내의 온도와, 가열전력과, 처리가스와 냉각공기 및 N2 가스의 유량 사

이의 관계를 나타내는 도면.

제52도 및 제53도는 실시예 5에 따른 막형성장치를 나타내는 도면.

제54도는 작동부의 분위기를 제어하기 위한 수단의 일예를 나타내는 길이 방향 단면도.

제55도는 가열부 및 냉각수단의 이동과 열처리로내의 온도 프로파일을 나타내는 도면이다

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

10 : 로드 언로드부           11 : 웨이퍼 카세트

12 : 웨이퍼 카세트           13 : 얹어놓는대

20 : 도포처리부               21 : 웨이퍼 반송아암

22 : 반송로                   23 쿨링기구

24 : 베이크기구               25 : 도포기구

25a : 스핀척                  25b : 컵

25c : SOG 공급액 노즐         25d : 사이드 린스용 노즐

26 : 수용실                   27 : 조사장치

30 : 열처리부                 31 : 가열로

32 : 프로세스 튜브            33 : 히터

34 : 보트 엘리베이터          35 : 이송기구

35b : 승강기 대               35c : 회전구동부

35d : 가이드 홈               35d : 얹어놓기 아암

36 : 매니 포울드              37 : 뚜껑체

38 : 보온통                   40 : 인퍼페이스부

41 : 웨이퍼 보트              42 : 박스

43 : 위치결정기구             43a : 웨이퍼 유지핀

43b : 센터링 가이드           43c : 어라이먼트 스테이지

43d : 척                      43e : 위치검출용 센서

43f : 스테핑 모터             43g : 모터 착설판

43h : 에어실린더              44 : 반입·반출기구

44a : 이동체                  44b : 승강대

44c : 회전축                  44d : 반송기대

44e : 아암                    44f : 포크

44g : 위치결정편              45 : 더미웨이퍼용 보트

45a : 상부기판                45b : 하부기판

45c : 더미웨이퍼 유지홈       46a : 보트 스테이지

46 : 보트라이너(이동수단)     46a : 보트 스테이지

46b : 스테핑 모터             46c : 볼나사

46d : 볼나사 기구             47 : 가이드 레일

48a : 발광부                  48b : 수광부

51 : 검출센서                 53 : 프레임
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53a : 상부 가로막대           54 : 검출센서

54a : 발광부                  54b : 수광부

55 : 라인센서                 55a : 발광부

55b : 수광부                  56 : 위치센서

56a : 발광부                  56b : 수광부

57 : 급기구                   58 : 급기덕트

59 : 필터                     60 : 급기팬

61 : 배기구                   62 : 배기덕트

63 : 배기팬                   64 : 출입구

65 : 도어                     66 : 마그네트식 스위치

67 : 제습공기도입구           68 : 제습공기 공급덕트

69 : 제습공기도입구           70 : 제습공기팬

71 : 커튼                     72 : 순환덕트

73 : 공기 청정기              74 : 제습기

75 : 개구창                   81 : 회전구동 모터

82 : SOG 공급노즐             83 : HEPA 필터

84 : 도입실                   85 : 개구

87 : 에어 공급관              88 : 풍속검출기

89 : 상부안내판               90 : 베이스 부재

91 : 하부 안내판              92 : 배액·배기 안내로

93 : 배출구                   94 : 드레인관

96 : 용매공급관               100 : 더미 디스펜스부

102 : SOG공급관               103 : 온도조절수 통로

104 : 3방향 밸브              105 : 필터

1O6 : 이물질 검출기           107 : 에어 오퍼레이터 밸브

108 : 석백(suck-back) 밸브    109 : SOG 공급관

110 : SOG 용기                111 : 헬륨가스 공급원

112,113 : 배관                114 : 질소가스 공급원

115,116 : 배관                117 : 용매 공급원

118 : 배관                    120 : 3방향 밸브

121 : 배관                    122 : 3방향 밸브

123,124,125 : 필터            126 : 제어부

127 : 이물질 검출회로         128 : 액면검출기

130 : 열판                    132 : 자외선 램프

134 : 전원부                  136 : 셔터 장치

137 : 구동모터                138 : 감아올림 로울러

140 : 되돌림 로울러           142,144 : 가이드 로울러

146 : 셔터 시트               150 : 회전축

151 : 승강대                  152 : 수직 지지축

161 : 회전 구동부             163 : 수평지지판

165 : 리니어 가이드           166 : 가이드 레일

220 : 스핀척                  221 : 처리컵

222 : 노즐 대기부             223 : 노즐 반송아암

224 : 이동기구                226 : 모터

227 : 회전축                  228 : 안컵
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229 : 바깥 컵                 230 : 배기구

231 : 배액구                  232 : 배관

233 : 배관                    235,236 : 토출구멍

237,238 : 액류부              240 : 베이스 부재

242 : 노즐                    244 : 자켓 부재

245 : 뚝                      246 : 액류홈

247 : 세정액 공급관            248 : 압송관

251 : SOG 액 수용용기          252 : 압송가스 공급원

253 : 세정액 공급원            254 : 치환가스공급원

255 : SOG 노즐                 256 : 온도조절수

257 : 대전 방지막              258 : 도전성 테이프

259 : 도선                     260 : 본체 프레임

266 : 노즐 유지부              267 : 더미 디스펜스부

268 : 일시 대기부              270 : 관통구멍

271 : 안쪽부재                 274 : 배액관

275 : 세정액 공급유로          276 : 퍼지가스 도입유로

277 : 배출유로                 278 : 세정액 공급관

280 : 쟈켓                     281 : 탱크체 블록

282 : 탱크                     283 : 용매공급 유로

284 : 용매배출 유로            424 : 막 형성장치

426 : 로드 언로드부            428 : 도포처리부

430 : 종형 열처리로            432 : 웨이퍼 보트

434 : 옮겨싣기 수단            438 : 상자체

440 : 캐리어 스테이지          442 : 바깥쪽 도어

444 : 안쪽도어                 446 : 컵

448 : 스핀척                   452 : 린스액 공급노즐

474 : 가이드봉                 460 : 린스액 노즐대기부

462 : 배기관                   464 : 상자체

476 : 개폐도어                 468 : 보트 스테이지

472 : 기대                     474 : X방향 볼나사

480 : 보트 엘리베이터          482 : 보트 옮겨싣기수단

484 : 반응관                   486 : 가열부

488 : 매니포울드               490 : 가스공급관

492 : 배기관                   494 : 오존원

496 : TEOS 원                  498,500 : 개폐밸브

502,504 : 매스플로우 콘트롤러  505 : 처리가스 공급계

506 : 질소가스원               508 : 개폐밸브

510 : 매스플로우 콘트롤러      512 : 액체 질소원

514 : 개폐밸브                 516 : 가열기구

518 : 매스플로우 콘트롤러      520 : 단열재

522 : 저항 발열선              524 : 제어부

526 : 뚜껑체                   530 : 송기팬

532 : 흡기관                   534 : 노즐

536 : 배기덕트                 538 : 배기구

540 : 셔터                     542 : 열교환기
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544 : 배기팬                   546 : 고속 냉각수단

601 : 로드·언로드부           602 : 도포 처리부

604 : 중간받아넘기기부         631 : 웨이퍼 보트

632 : 보트 스테이지            640 : 제1의 반송수단

641 : 선반                     642 : 상자체

643,644 : 문                   670 : 상자체 

672 : 습도조정기               673 : 팬

674 : ULPA 필터                675 : 팬

676 : 순환로

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술분야 및 그 분야의 종래기술

본 발명은, 피처리체의 표면에 도포막을 형성하는 기판 처리장치 및 기판 처리방법에 관한 것이다

일반적으로, 반도체 디바이스의 제조공정에 있어서, 예를 들면 반도체 웨이퍼(이하, 웨이퍼라 약칭함)등
의 피처리체의 표면상에 포토리소그래피 기술을 이용하여 소정의 회로패턴을 형성하고 있다. 또한, 근년
의 반도체 소자의 집적도의 향상에 수반하여, 회로패턴의 다층화가 진행되고 있으며, 이러한 다층배선 구
조에 있어서는, 하층배선의 요철을 가능한 한 적게 하는 것이 중요하며, 그 때문에, 하층배선과 상층배선
의 사이를 상호간에 절연하기 위한 층간절연막을 평탄화하는 기술이 검토되고 있다.

종래에는, 층간절연막을 평탄화하는 방법으로서, SOG(SPin On Glass)를 이용하는 방법이 알려져 있다. 이 
SOG 도포방법은, 막으로 이루어지는 성분인 Si(OH)4 등의 시라놀 화합물과, 에틸알콜 등의 용매를 혼합한 

처리용액(SOG 액)을 피처리체인 웨이퍼상에 도포하고, 이것에 열처리를 실시하여 용매를 증발시켜서 시라
놀 화합물의 중합반응을 진전시켜서 절연막을 형성하는 기술이다. 구체적으로는 먼저, 웨이퍼를 스핀척상
에 얹어놓고, 웨이퍼를 회전수 2000∼6000rpm 으로 회전하면서, 웨이퍼상에 SOG의 용액을 적하(滴下)하면
서 도포하여 SOG막을 형성한다. 계속하여, SOG 막에 100∼140℃의 프리히트를 실시하여 용매를 증발시킨 
후, 다시 약 400℃의 온도하에서 열처리를 실시하여 SOG 막을 구성하는 시라놀 화합물을 실록산 결합시켜
서 중합시킨다. 또한, SOG 막을 다층으로 형성하는 경우에는, 웨이퍼상에 SOG 액을 도포하여 용매를 증발
하는 공정을 반복하여 행한 후에 열처리를 실시하거나, 또는 웨이퍼상에 SOG 액을 도포하여 용매를 증발
한 후에 열처리를 행하는 공정을 반복한다.

웨이퍼 표면에 SOG 액을 도포하는 공정에 있어서는, 상술한 바와 같이, 웨이퍼를 회전시키면서 웨이퍼 표
면에 SOG 액을 적하하여 확산시키는 스핀코우트법에 의하여 1매의 웨이퍼마다에 SOG 액을 도포하고 있다
(낱장처리). 한편, SOG 액을 도포한 후의 웨이퍼에 열처리를 실시하는 공정에 있어서는, 작업효율을 고려
하면, 복수매의 웨이퍼를 웨이퍼 보트와 같은 유지수단에 의하여 유지하고, 이 유지수단을 가열장치내로 
반입하여 열처리를 행하는 배치처리가 적용되고 있다. 

이 때문에, 종래에는 낱장처리의 도포공정과 배치처리의 열처리공정을 각각 다른장치로 행하고 있다.

그러나, 도포공정과 열처리공정을 다른 장치로 행하는 것은, 넓은 스페이스를 필요로 하고, 장치전체가 
대형화하고 만다. 또한, 피처리체는, 도포공정후에 일단 도포장치의 외에 반송된 후에 다시 열처리장치로 
반응되므로, 처리효율이 저하한다. 또한, 피처리체는, 도포처리후에 대기로 노출되므로, 도포면에 유기물
이나 미세한 먼지 등의 부착하고, 이것이 파티클로 되어 수율의 저하를 초래한다. 이들 문제를 해결하기 
위하여는, 도포처리후의 피처리체의 관리에 세심한 주의를 기울일 필요가 있다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은, 상기 사정에 감안하여 이루어진 것으로, 피처리체의 도포처리와 열처리를 연속하여 행하는 것
이 가능하고, 수율의 향상을 도모하는 기판 처리 장치 및 기판 처리방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.

    발명의 구성 및 작용

이 목적은, 낱장처리에 의하여 피처리체에 처리액을 도포하는 도포처리부와, 도포처리가 실시된 복수의 
상기 피처리체에 배치처리에 의하여 열처리를 실시하는 열처리부와, 상기 도포처리부와 상기 열처리부의 
사이에서 상기 피처리체를 반송하는 인터페이스부를 구비하고, 상기 인터페이스는, 상기 도포처리부로부
터 상기 피처리체를 피처리체 유지부재로 옮기는 제1의 이송수단, 및 복수의 상기 피처리체 유지부재를 
부착 및 이탈가능하게 얹어놓음과 함께 복수의 상기 피처리체 유지수단을 동시에 이동하는 이동수단을 가
지고, 상기 열처리부는, 상기 피처리체 유지수단에 얹어놓인 상기 피처리체를 상기 열처리부로 옮기는 제
2의 이송수단을 가지는 기판 처리장치에 의하여 달성된다.

본 발명의 기판 처리장치는, 낱장 처리에 의하여 피처리체에 처리액을 도포하는 상기 도포처리부로부터 
상기 피처리체를 피처리체 유지부재로 옮기는 제1의 이송수단, 및 복수의 상기 피처리체 유지부재를 부착 
및 이탈가능하게 얹어놓음과 함께 복수의 상기 피처리체 유지수단을 동시에 이동하는 이동수단을 가지는 
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인터페이스부와, 상기 피처리체 유지수단에 얹어놓인 상기 피처리체를, 도포 처리가 시행된 복수의 상기 
피처리체로 배치처리에 의하여 열처리를 행하는 열처리부로 옮기는 제2의 이송수단을 가지는 열처리부를 
구비한 것을 특징으로 하고 있다.

이와 같이 구성된 기판 처리장치에 의하면, 도포처리부에서 낱장처리에 의하여 도포처리가 행해진 피처리
체를 인터페이스부의 피처리체 유지수단으로 소정매수 반입하고, 이동수단에 의하여 피처리체를 유지한 
피처리체 유지수단을 소정거리 이동한 후, 제2의 이송수단에 의하여 피처리체 유지수단을 가열장치내로 
반입하여 피처리체로 배치처리에 의하여 소정의 온도의 열처리를 행하는 것이 가능하다.

또한, 열처리가 행해진 피처리체는, 다시 인터페이스부내로 반송되고, 피처리체 유지수단으로부터 한 매
씩 반출되어 외부로 꺼내거나, 혹은 다시 도포처리부로 반송되어 도포처리가 행해진다. 따라서, 피처리체
의 도포처리와 열처리를 인터페이스부를 통하여 연속하여 행하는 것이 가능하므로, 수율이 향상된다. 또
한, 도포처리된 피처리체는 외부의 대기에 노출되는 것이 아니므로, 피처리체에 유기물이나 미세한 먼지 
등이 부착하는 일이 없고, 수율이 향상된다.

본 발명의 기판 처리장치에 있어서는, 적어도 한 개의 피처리체 유지수단이 이동수단상으로 부착 및 이탈
가능하게 얹어놓여 있으면 좋으나, 더미용 피처리체를 수용하는 더미용 피처리체 유지수단을 이동수단상
에 얹어놓는 것이 바람직하다. 이것에 의하여, 피처리체 유지수단에 피처리체를 탑재하는 경우에 피처리
체 유지수단이 보유할 수 있는 매수로 차지않은 때에, 부족매수만큼 부족분에 더미용 피처리체를 탑재하
여, 항상 피처리체 유지수단이 보유가능한 매수로 열처리를 행할 수 있다. 그 결과 피처리체의 열처리를 
균일하게 행하는 것이 가능하고, 도포막의 균일화를 도모할 수 있다. 특히, 피처리체 유지수단을 복수개 
배설하여, 열처리부내로 반송되는 피처리체 유지수단에 유지된 피처리체의 열처리중에, 다른 피처리체 유
지수단에 대하여 피처리체의 반입 또는 반출을 행하는 것이 가능하도록 하는 것이 바람직하다. 이와 같이 
복수의 피처리체 유지수단을 배열하는 경우에는, 더미용 피처리체의 수용부를 복수개 구비함으로써. 더미
용 피처리체의 보충 또는 회수를 효율좋게 행하는 것이 가능하다.

피처리체 유지수단에 더미용 피처리체를 반입하는 형태는 임의로 좋으나, 바람직하게는 피처리체의 반입
·반출기구를 이용하는 것이 바람직하다. 이 경우, 더미용 피처리체의 수용부는 피처리체 유지수단에 근
접해야하는 인터페이스부내에 형성하는 것이 바람직하나, 인터페이스밖에 형성하여도 좋다.

또한, 본 발명의 기판 처리장치에 있어서는, 인터페이스부에 피처리체 유지수단을 복수(n)개 배열설치하
고, 피처리체 로우더부에 n-1 개의 피처리체 유지수단이 보유가능한 매수의 피처리체를 구비함으로써. 예
비의 피처리체 유지수단에 도포처리가 끝난 피처리체를 수용하여 대기시킬 수 있다. 이렇게 하여, 복수회
의 도포처리를 행하는 것이 가능하다. 또한, 이 구성에 의하면, 피처리체 유지수단을 세정하는 경우나 교
환하는 경우에 있어서도 장치전체의 가동을 정지하는 일이 없이 도포처리 및 열처리를 연속하여 행하는 
것이 가능하다.

또한, 피처리체 유지수단을 이동수단상에 얹어놓는 형태로서는, 이동수단상에 동심원 형상으로 적절한 간
격을 두고 형성한 내약품성 및 내부식성을 가지는 고정핀상에 얹어놓는 것이 바람직하다. 이 경우 이동수
단측에 피처리체 유지수단의 유무를 검출하는 수단 및/또는 피처리체 유지수단의 위치어긋남을 검출하는 
수단을 형성하는 것이 바람직하다. 또한, 이동수단측에 피처리체 유지수단의 전도를 방지하는 전도방지부
재를 형성하는 것이 바람직하다.

또한, 이동수단 또는 피처리체 유지수단에, 피처리체 유지수단에 유지된 피처리체의 적정한 위치를 검출
하기 위한 검출수단을 형성하는 것이 바람직하다.

이 경우, 피처리체의 위치어긋남을 수정하는 수단으로서. 피처리체 유지수단에 대하여 피처리체를 반입·
반출하는 반입·반출기구를 이용하는 것이 바람직하다.

본 발명의 기판 처리장치에 있어서는, 인터페이스부에 적어도 피처리체 유지수단에 대하여 피처리체를 반
입 및 반출하는 제1의 이송수단인 반입·반출 기구가 형성되어 있으면, 도포처리부의 낱장처리와 열처리
의 배치처리를 상호간에 변환하는 것이 가능하다. 이 경우, 바람직하게는 피처리체를 정확하게 피처리체 
유지수단으로 반입하기 위한 위치결정기구를 설치한다.

이하, 본 발명의 기판 처리장치의 실시예에 대하여 도면을 참조하여 구체적으로 설명한다. 여기에서는, 
본 발명의 기판 처리장치를 SOG 액 도포 및 열처리에 적용한 경우에 대하여 설명한다.

[실시예 1]

제1도는 본 발명의 기판 처리장치의 개략을 나타내는 평면도이다.

또한 제2도는 본 발명의 기판 처리장치의 개략을 나타내는 사시도이다. 이 기판 처리장치는, 피처리체, 
예를 들면 웨이퍼(W)를 반입(공급) 또는 반출하는 로드·언로드부(10)(웨이퍼 공급부)와, 반송수단인 웨
이퍼 반송아암(21)에 의하여 반송된 웨이퍼(W)에 낱장처리에 의하여 처리액인 SOG 액을 도포하는 도포처
리부(20)와,  SOG  액을  도포한  후의  복수매의  웨이퍼(W)가  수납유지된  웨이퍼  보트(41)(피처리체 
유지수단)에 가열장치인 가열로(31)내에서 옅처리를 행하는 열처리부(30)와, 도포처리부(20)와 열처리부
(30)의 사이에서 웨이퍼(W)를 반송하는 인터페이스부(40)로 주요부가 구성되어 있다.

로드·언로드부(10)의 얹어놓는 대(13) 상에는, 미처리된 웨이퍼(W)를 수용하는 웨이퍼 카세트(11)와, 처
리후의 웨이퍼(W)를  수용하는 웨이퍼카세트(12)가  직선상으로 얹어놓여 있다.  이들  웨이퍼 카세트(11, 
12)의 개구측에는, X,Y(수평), 2(상하)방향으로 이동이 자유로운 웨이퍼 반송용 아암(14)이 
배치되어있다. 이와 같이 구성되는 로드·언로드부(10)에 있어서. 웨이퍼 반송용 아암(14)에 의하여 웨이
퍼 카세트(11)로부터 꺼내진 미처리된 웨이퍼(W)는,  중앙부부근의 받아넘김위치에 반송되어 도포처리부
(20)의 반송수단인 웨이퍼 반송핸들러(21)로 받아넘기고, 도포기구에 설치되어 도포처리가 행해진다. 또
한, 도포처리 및 열처리가 행해진 웨이퍼(W)는, 웨이퍼 반송핸들러(21)에 유지되어 상기 받아 넘김위치까
지 반송되고, 웨이퍼반송용 아암(14)에 의하여 받아넘겨져 처리끝남용 웨이퍼 카세트(12)내로 반송된다. 
또한, 도포처리부(20)의 웨이퍼 반송 핸들러(21)는, X방향으로 나온 반송로(22)를 따라서 이동이 자유롭
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게 또한 Y방향, θ방향 및 Z방향으로 이동가능하다.

도포처리부(20)에는, 반송로(22)에 관하여 대향하는 한쪽에는 도포전의 웨이퍼(W)를 소정의 온도까지 냉
각하는 쿨링기구(23)와, 도포후의 웨이퍼(W)를 소정온도(예를 들면 100 내지 140℃)까지 가열하여 SOG 액
중의 용매를 증발시켜서 다단으로 복수개 적층된 베이크 기구(24)가 배열되어 있다. 또한, 대향하는 다른
쪽에는, 쿨링기구(23)에서 냉각된 웨이퍼(W)의 표면에 처리액으로서의 SOG액을 공급, 예를 들떤 적하하여 
도포하는 도포기구(25)와, SOG 액 등의 약품탱크(도시 안됨)를 수용하는 수용실(26)이 배치되어 있다.

이 경우, 도포기구(25)는, 웨이퍼(W)를 유지하여 회전하는 스핀척(25a)과, 그의 바깥에 설치된 컵(25b)으
로 되어 있고, 컵(25b)의 바깥쪽에는, SOG 공급액 노즐(25c)과, 웨이퍼(W)의 주변부분의 SOG를 용해제거
하기 위한 사이드 린스용 노즐(25d)이 배치된다. 이들 노즐(25c, 25d)은, 스캔 아암(25e)에 의하여 웨이
퍼(W)의 상면측에 반송할 수 있도록 구성되어 있다. 또한 쿨링기구(23)의 상부에는, 예를 들면 도포정의 
웨이퍼표면에 부착하는 유기물을 오존(03)에 의하여 분해하고 회화제거하기 위한 W(Ultra violet) 조사장

치(27)를 형성하여도 좋다.

인터페이스부(40)에는, 제3도 및 제4도에 나타낸 바와 같이, 거의 밀폐된 박스(42)내에, 도포처리부(20)
로부터 반송된 웨이퍼(W)를 수취하는 위치결정기구(43)와, 이 위치결정기구(43)에 의하여 위치결정된 웨
이퍼(W)를 수취하여 웨이퍼 보트(41)로 반입 또는 웨이퍼 보트(41)로부터 웨이퍼(W)를 반출하는 반입·반
출기구(44)와, 복수 n(도면에서는 3개인 경우를 나타냄)의 웨이퍼 보트(41)를 부착 및 이탈가능하게 얹어
놓음과 함께 한 개의 더미용 피처리체, 예를들면 더미웨이퍼용 보트(45)를 세워설치하고 고정하며, Y방향
으로 왕복이동이 가능한 보트라이너(46)(이동수단)이 배치되어 있다.

이 경우, 위치결정기구(43)는, 제5도 내지 제7도에 나타낸 바와 같이, 동일 원주상에 3개의 웨이퍼 유지
핀(43a)을 가짐과 함께 중심점에 관하여 대향하는 위치에 내주부분이 원호상의 센터링 가이드(43b)를 가
지는 어라이먼트 스테이지(43c)와, 어라이먼트 스테이지(43c)의 중심부에 배치되어 웨이퍼(W)의 아래면을 
진공흠착하여 유지하는 척(43d)과,  웨이퍼(W)의 오리엔테이션 플랫의 위치검출용 센서(43e)로 구성되어 
있다. 척(43d)은, 스테핑 모터(43f)에 의하여 회전(자전)이 가능하다. 또한, 스테핑 모터(43f)는 모터 착
설판(43g)에 장착되어 있으며, 에어 실린더(43h)에 의하여 어라이먼트 스테이지(43c)의 위쪽까지 이동가
능하게 되어 있다.

이와 같이 구성된 위치결정기구(43)에 있어서, 어라이먼트 스테이지(43c)상에 웨이퍼(W)가 반송되면, 웨
이퍼(W)는 웨이퍼 유지핀(43a)에 의하여 유지됨과 함께, 센터링 가이드(43b)에 의하여 센터링(중심맞춤)
이 행해진다. 그 후, 에어 실린더(43h)의 동작에 의하여 척(43d)이 상승하여 웨이퍼(W)를 웨이퍼 지지핀
(43a)의  위쪽으로  들어올린  상태에서  스테핑  모터(43f)에  의하여  웨이퍼(W)가  수평면상을  회전한다. 
이때, 오리엔테이션 플랫위치 검출용 센서(43e)에 의하여 웨이퍼(W)의 오리엔테이션(Wa)의 위치를 검출하
고, 그 검출신호에 기초하여 스테핑 모터(43f)에 의하여 오리엔테이션 플랫(Wa)의 끝단부로부터 소정의 
회전각으로 정회전 또는 역회전한 후에 정지시킨다. 이것에 의하여, 웨이퍼(W)의 오리엔테이션 플랫(Wa)
의 배향을 일정방향으로 위치결정하는 것이 가능하다. 또는, 어라이먼트 스테이지(43c) 상에 웨이퍼(W)가 
반송되고, 에어실린더(43h)의 작동에 의하여 상승하고 있는 척(43d)으로 유지되고, 웨이퍼(W)를 위쪽으로 
들어올린 상태로 스테핑 모터(43f)에 의하여 수평면상을 회전한다. 이때, 오리엔테이션 플랫위치검출용 
센서(43e)에 의하여 웨이퍼(W)의 오리엔테이션 플랫(Wa) 위치를 검출하고, 그 검출신호에 기초하여 스테
핑 모터(43f)에 의하여 오리엔테이션 플랫(Wa)의 끝단부로부터 소정의 회전각으로 회전시킨 후에 정지시
킨다. 그후, 에어실린더(43f)의 동작에 의하여 척(43d)이 하강하고, 웨이퍼(W)는 웨이퍼 유지핀(43a)에 
의하여 유지됨과 함께, 센터링 가이드(43b)에 의하여 센터링이 행해진다. 

또한, 반입·반출기구(44)는, 제1, 제3도 및 제4도에 나타낸 바와 같이, 인터페이스부(40)의 Y방향으로 
부설된 가이드 레일(47)을 따라서 이동이 자유로운 이동체(44a)와, 이 이동체(44a)에 대하여 도시하지 않
은 승강장치에 의하여 승강가능하게 장착되는 승강대(44b)와, 이 승강대(44b)상에 회전축(44c)의 돌기로 
회전하는 반송기대(44d)와, 반송기대(44d)상에 장착되어 θ방향으로 회전함과 함께 수평면상에서 신축이
동 가능한 아암(44e)으로 구성되어 있다. 이 경우, 아암(44e)은, 웨이퍼(W)를 유지하는 단턱이 붙은 포크
(44f)와, 이 단턱이 붙은 포크(44f)의 기부측의 양끝단에 설치되는 한쌍의 내주측이 원호형상인 위치결정
편(44g)으로 구성되어 있다. 또한, 반송기대(44d)의 앞끝단측의 양측면에는, 제15도에 나타낸 바와 같이, 
착설부재에 착설된 발광부(48a)와, 수광부(48b)로 이루어지는 매핑센서(48)가 상기 아암(44e)과는 독립하
여 전진 및 후퇴가 자유롭게 설치되어 있으며 이 매핑센서(48)에 의하여 웨이퍼(W)의 유무를 검출하기 위
하여는, 발광부(48a)와 수광부(48b)를 웨이퍼 보트(41)내의 웨이퍼(7)의 둘레부의 일부가 양자의 사이에 
들어오는 위치까지 전진시킨 후, 반송기대(44d)를 연속적으로 웨이퍼 보트(41)의 최상단으로부터 최하단, 
또는 최하단으로부터 최상단의 레벨까지 강하 또는 상승시킨다. 이것에 의하여, 광비임의 차단·투과의 
상태가 검출될 수 있고, 웨이퍼(W)의 유무와 웨이퍼(W)가 높이 위치를 고속으로 검출하는 것이 가능하다.

보트라이너(46)는, 제8도 및 제9도에 나타낸 바와 같이, Y방향을 따라서 배열된 한쌍의 리니어 가이드
(49)에 미끄럼 이동가능하게 장착되는 보트 스테이지(47a)를 스테핑 모터(46b)와 볼나사(46c)로 이루어지
는 볼나사기구(46d)에 의하여 Y방향으로 일정량 이동시킬 수 있다. 이 보트 스테이지(46a)의 윗면에는, 
한 개의 더미 웨이퍼용 보트(45)와, 복수 n, 예를 들면 3개의 웨이퍼 보트(41)를 예를 들면 등간격으로 
일직선상으로 얹어놓기 위한 석영제의 고정핀(46e)이 각각 동심원 형상으로 4개 돌출 형성되어 있으며, 
이들 고정핀(46e)위에 웨이퍼 보트(41) 및 더미웨이퍼용 보트(45)가 얹어놓여 있다. 이 보트(47, 41)는, 
4개 동시에 이동된다.

이와 같이, 웨이퍼 보트(41)와 더미웨이퍼용 보트(45)를 인접하여 배열함으로써, 반입·반출기구(44)로 
웨이퍼(W)를 웨이퍼 보트(41)내에 반입할 때, 웨이퍼 보트(41)의 상부 및 하부에 더미웨이퍼(Wd)를 신속
하게 반입하는 것이 가능하다. 구체적으로는, 웨이퍼 보트(41)에는, 예를 들면 60매의 웨이퍼(W)가 수용
되도록 되어 있으며, 예를 들면 50매의 웨이퍼(W)를 웨이퍼 보트(41)내로 수용하고, 이 50매의 웨이퍼(W) 
상부 및 하부에 각각 5매씩의 더미웨이퍼(Wd)를 수용하여. 합계 60매 수용한 상태에서 웨이퍼 보트(41)에 
열처리부(30)에서의 열처리를 행하도록 되어있다. 이와 같이, 웨이퍼보트(41)내의 상부 및 하부에 더미 
웨이퍼(Wd)를 배열하는 한 이유는, 웨이퍼(W)를 열처리할때의 상부 및 하부와 중간부의 온도상태가 상위. 
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예를 들면 상부와 하부에 위치하는 웨이퍼의 온도가 중간부에 위치하는 웨이퍼의 온도보다 낮은 것에 기
인하는 열처리의 편차를 방지하여 균일한 열처리를 행하는 것이 가능하도록 하기 위함이다. 따라서. 웨이
퍼 보트(41)가 보유할 수 있는 최대매수의 웨이퍼(W)를 열처리하는 경우에는, 상부 및 하부에 각각 5매씩 
계 10매의 더미웨이퍼(Wd)를 배치하고, 중간부에 50매의 웨이퍼(W)를 배치한다. 또한, 중간부에 배치되는 
웨이퍼(W)의 매수가 어떤 이유로 부족하여 웨이퍼 보트(41)가 보유하는 웨이퍼(W)의 매수(50매)에 차지 
않는 경우는, 반입 반출기구(44)에 의하여 그 부족분을 더미웨이퍼용 보트(45)로부터 꺼내어 보충하고, 
항상, 웨이퍼 보트(41)내를 웨이퍼(W)와 더미웨이퍼(Wd)로 60매로 채운다. 이것에 의하여, 항상, 피처리
체에 균일한 열처리를 행하는 것이 가능하다. 이와 같이 웨이퍼 보트(41)내를 60매로 채우는 이유는, 예
를 들면, 부족한 장소의 분위기가 다른 정상으로 수용되어 있는 분위기와 달리, 난기류가 발생하는 등, 
열처리의 균일성에 악영향을 미치기 때문이다. 또한, 웨이퍼 보트(41)의 상부 및 하부에 반입되는 더미 
웨이퍼(Wd)는, 예를 들면 부족매수가 판명하고 있는 경우에 웨이퍼(W)의 반입전에 미리 자동적으로 그 부
족매수분 만큼반입하여 놓음으로써. 웨이퍼(W)를 반입할 때의 더미웨이퍼(Wd)의 반입의 수고를 생략하는 
것이 가능하다.

또한, 3개의 웨이퍼 보트(41)가 보트라이너(46)에 얹어놓이는 경우에는, 2개의 웨이퍼 보트(41)가 보유하
는 매수의 웨이퍼(W)를 항상 예비로 하여 확보하고 있으므로, 웨이퍼 보트(41)를 세정하는 경우나 교환하
는 경우에 있어서도 장치 전체의 가동을 정지하는 일이 없이 웨이퍼(W)의 도포처리 및 열처리를 행하는 
것이 가능하다. 또한, 웨이퍼 보트(41)의 2개분의 매수의 웨이퍼(W)를 넘어 도포처리부(20)에 웨이퍼(W)
가 반입되지 않도록 로드 언로드부(10)에 웨이퍼 보트에 유지되어 있는 웨이퍼(W)의 매수 정보를 피드백
하고, 투입롯트를 제한할 수 있도록 시스템을 구성하는 것이 바람직하다.

보트라이너(46)의 보트 스테이지(46a)상에 얹어놓인 웨이퍼 보트(41)는, 제10도, 제11(a)도 및 제11(b)도
에 나타낸 바와 같이 상하로 대향하는 상부기판(41a) 및 하부기판(41b)과, 양 기판사이에 개재되고, 길이
방향으로 적절한 간격을 두고 60개의 웨이퍼 유지홈(41c)이 형성된 4개의 웨이퍼 유지봉(41d)으로 구성된
다. 하부기판(41b)의 아래쪽에는, 통부(41e)가 고착하여 형성되어 있으며, 상기 고정핀(46e)의 상부에 얹
어놓이는 플랜지부(41f)가 형성되어 있다. 이와 같이 구성되는 웨이퍼 보트(41)는 전부 석영제의 부재로 
현성되어 있다. 이것은, 웨이퍼(W)의 접촉부, 예를 들면 웨이퍼 유지흠(41c) 및 고정핀(46e)의 접촉부에 
있어서 웨이퍼(W)의 재료나 석영 이외의 금속 등의 파티클을 발생시키지 않도록 하기 위한 것이다.

또한, 보트 스테이지(46a)에 있어서의 웨이퍼 보트 얹어놓기용의 고정핀(46e)의 바깥쪽 근방에는, 웨이퍼 
보트(41)의 유무를 검출하는 보트 유무검출센서(50)와, 웨이퍼 보트(41)의 정규위치로부의 위치어긋남을 
검출하는 보트 어긋남 검출센서(51)가 배치되어 있어서, 웨이퍼 보트(41)의 유무와 위치어긋남이 검출되
도록 되어 있다.

이들 센서(50, 51)로서는, 예를 들면 광투과형의 포토인터럽터를 이용하는 것이 가능하다. 보트 유무 검
출센서(50)는, 위쪽에 위치하는 웨이퍼 보트(41)의 플랜지부(41f)의 존재를, 이 플랜지부(41f)에 의하여 
이동하는 광차폐판(도시 안됨)이 포토인터럽터의 광비임을 막는 것을 검출함으로써 웨이퍼 보트(41)가 얹
어놓여 있음을 확인할 수 있다. 또한, 보트 어긋남 검출센서(51)는, 웨이퍼 보트(41)의 플랜지부(41f)의 
바깥둘레 가장자리에 형성된 절결홈(41g)을 확인함으로써 웨이퍼 보트(41)의 정상위치를 검출하고, 절결
흠(41g)이 어긋남에 의하여 웨이퍼 보트(41)가 정상위치로부터 어긋남을 알리는 기능을 가진다. 또한 상
기 웨이퍼 보트(41)의 유무의 검출에는, 광반사형의 포토센서를 사용하여, 플랜지부(41f)로 부터의 광반
사를 검출함으로써, 얹어놓임을 확인하도록 하여도 좋다.

또한, 제10도 및 제13도에 나타낸 바와 같이, 보트 스테이지(46a)에 있어서의 웨이퍼보트 얹어놓기용의 
고정핀(46e)의 웨이퍼 반입 ·반출기구(4)측근방에는, 소정의 간격을 두고 한쌍의 웨이퍼 보트(41)의 전
도방지용핀(52)이 세워 설치되어 있다. 이 전도방지용핀(52)은, 웨이퍼 보트(41)등이 경사하여 접촉하여
도 파손되지 않도록 한 재료, 예를 들면 스테인레스에 의하여 형성되어 있고, 웨이퍼 보트(41)와는 접촉
하지 않는 범위내에서 가급적 근접하는 위치에 세워 설치되어 있으며, 통상시에는 웨이퍼 보트(41)와 접
촉시키지 않도록 되어 있다. 이와 같이 전도방지용핀(52)이 통상시에는 웨이퍼 보트(41)와 접촉하지 않도
록 하고 있는 것은, 접촉에 의한 먼지의 발생을 방지하기 위한 것이다.

또한, 더미웨이퍼용 보트(45)는, 제12(a)도 및 제12(b)도에 나타낸 바와 같이, 상하로 대향하는 상부기판
(45a) 및 하부기판(45b)과, 양자의 사이에 길이 방향으로 소정의 간격을 두고, 예를 들면 60개의 더미웨
이퍼 유지홈(45c)이 형성되어 있는 한쌍의 유지판(45d)으로 구성되어 있다. 더미웨이퍼응 보트(47)는, 제
13도에 나타낸 바와 같이, 고정핀(46e)상에 하부기판(45b)을 얹어놓은 상태로 고정샤프트(도시 안됨)로 
하부기판(45b)이 보트 스테이지(46a)에 고정된다.

또한, 상기 보트 스테이지(46a)의 상부에는, 제13도에 나타낸 바와 같이, 웨이퍼 보트(41) 및 더미 웨이
퍼용 보트(45)를 포위하도록 프레임(53)이 가설되어 있으며, 이 프레임(53)의 상부 가로막대(53a)에 있어
서의 각 웨이퍼 보트(41)  및 더미웨이퍼용 보트(45)의 상부 가로막대(53a)에 있어서의 각 웨이퍼 보트
(41) 및 더미웨이퍼용 보트(45)의 웨이퍼 반입·반출기구(44)측 중심부와, 상부 가로막대(53a)에 대향하
는 보트 스테이지(46a)에, 각각 발광부(54a)와 수광부(54b)로 이루어지는 광투과형의 웨이퍼 튀어나옴 검
출센서(54)가 부착되어 있다.

이 발광부(54a)와 수광부(54b)는, 배치위치가 상하 반대로 되도록 설치되어도 좋다. 이와 같이. 각 웨이
퍼 보트(41)  및 더미웨이퍼 보트(45)의 얹어놓임위치에 웨이퍼 튀어나옴 검출센서(54)를 부착함으로써, 
반입 반출기구(44)에 의하여 웨이퍼 보트(41), 더미웨이퍼용 보트(45)로 반입되는 웨이퍼(W)나 더미웨이
퍼(Wd)가 정확하게 보트(41, 45)내로 반입되지 않고 외부에 돌출한 상태를 검출하는 것이 가능하고, 그 
검출신호를 받아서 예를 들면 알람(도시 안됨)을 울리고, 웨이퍼가 정확하게 보트(41, 45)내로 반입되어 
있지 않은 것을 자동적으로 작업원에게 알리는 것이 가능하다.

또한, 이 웨이퍼 튀어나옴 검출센서(54)의 외에, 제14도에 나타낸 바와 같이. 웨이퍼 튀어나옴 검출센서
(54)의 발광부(54a) 및 수광부(54b)의 전방측 또는, 웨이퍼 튀어나옴 검출센서(54)의 대신에, 각각 직선
형상의 광을 발하는 발광부(55a) 및 미세 센서소자를 직선형상으로 배열한 수광부(55b)로 이루어지는 라
인센서(55)를 부착함으로써. 웨이퍼(W, Wd)의 튀어나온 거리를 검출하는 것이 가능하다. 또한, 제15도에 
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나타낸 바와 같이, 프레임(53)의 좌우 세로막대(53b)의 대향하는 위치에, 웨이퍼 보트(41), 더미웨이퍼용 
보트(45)에  수용되는  웨이퍼(W),  더미웨이퍼(Wd)의  매수(예를  들면,  60매)분의  발광부(56a)와, 수광부
(56b)로 이루어지는 광투과형의 튀어나온 위치 검출센서(56)를 부착하여 좌우방향으로부터 검출함으로써, 
튀어나온 웨이퍼(W, Wd)의 위치를 특정하는 것이 가능하다. 또한, 각 보트 마다에 마찬가지로 튀어나온 
위치검출센서(45)를 부착하는 것도 가능하다. 이와 같이, 라인센서(55)와 튀어나온 위치검출센서(76)를 
부착함으로써. 어느 보트(41, 45)내의 어느 웨이퍼(W, Wd)가 몇 mm튀어나왔는지를 정확하게 검출할 수 있
다

튀어나와 있는 웨이퍼(W, Wd)를 보트(41, 45)내로 밀어넣는 수단으로서, 예를 들면 반입 반출기구(44)의 
아암(44e)을 사용하는 것이 가능하다 즉, 아암(44e)의 단턱부착 포크(44f)의 기부측의 단턱부(44h)를 약
간  높게  형성하고,  통상의  웨이퍼(W)의  반입시에는,  제16(a)도에서  나타낸  바와  같이,  단턱부착 포크
(44f)상에 유지된 상태로 웨이퍼(W)를 웨이퍼 보트(41)내로 반입하고, 또한, 웨이퍼(W)가 튀어나와 있는 
경우에는,  제16(b)도에 나타낸 바와 같이 웨이퍼(W)를  단턱부착 포크(44f)상에 유지시키지 않고, 아암
(44e)을 보트(41, 45)내로 전진시킴으로써 이 단턱부(44h)에 닿아 접하여 웨이퍼(W, Wd)를 밀어넣는 것이 
가능하다. 또한, 웨이퍼(W)의 튀어나온 거리는 라인센서(55)에 의하여 검출되고 있으므로, 아암(44e)이 
이동할 때, 튀어나온 웨이퍼(W)와 아암(44e)의 충돌이나 접촉을 방지하는 것이 가능하다. 또한, 밀어넣기
는, 웨이퍼(W)를 단턱부착 포트(44f)상에 유지한 상태로 행하여도 좋다. 

본 실시예에서는, 프레임(53)의 좌우세로막대(53b)에 튀어나옴 검출센서(56)를 부착하여 웨이퍼(W)의 튀
어나옴 위치를 검출하고 있으나, 이것에 한정하지 않고, 반입·반출기구(44)의 아암(44e)의 하부의 반송
기대(44f)에 설치되어 있는 매핑센서(48)를 이용하여 웨이퍼(W)의 튀어나온 위치를 검출하는 것도 가능하
다. 즉, 매핑센서(48)의 발광부(48a)와 수광부(48b)를 웨이퍼 보트(41)내의 정규위치로 수용되어 있는 웨
이퍼(W)의 둘레접선부(구체적으로는 오리엔테이션 플랫부)가 그 사이에 들어가는 위치까지 전진시킨 후, 
반송기대(44d)를 웨이퍼 보트(41)의 최상단으로부터 최하단의 레벨까지 강하 또는 최하단으로부터 최상단
의 레벨까지 상승시킴으로써, 튀어나온 웨이퍼(W)의 위치를 검출하는 것이 가능하다. 튀어나와 있는 경우
에는, 발광부(48a)로부터 발생된 광이 웨이퍼(W)에 의하여 차단된다.

인터페이스부(40)의 박스(42)에는 제4도에 나타낸 바와 같이, 천정부에 있어서의 위치결정기구(43) 및 반
입 반출기구(44)의 상부부위에 급기구(57)가 설치되어 있으며, 이 급기구(57)에 연결하는 급기덕트(58)에 
필터(59)를 통하여 급기팬(60)이 배설되어 있다. 또한, 바닥부에 있어서의 위치결정기구(43)의아래쪽 부
위에는, 배기구(61)가 설치되어 있으며, 이 배기구(61)에 접속하는 배기덕트(62)내에는, 제4도의 지면에 
대하여  직교하는  방향(Y  방향)으로  한  개  또는  적절한  간격을  두고  복수개의  배기팬(63)이  배설되어 
있다. 이 배기팬(63)은, 인터페이스 박스(42)의 측벽에 형성된 출입구(64)에 부착된 도어(65)의 개폐에 
수반하여, ON, OFF 동작하는 마그네트식 스위치(66)에 의하여 구동, 정지되도록 되어 있으며, 도어(65)의 
개방시에 스위치(66)(예를 들면 마그네트식)가 동작하여 배기팬(63)이 자동적으로 정지할 수 있도록 되어 
있다. 이와 같이, 박스(42)의 천정부에 급기팬(60)을 배설하여 바닥부에 배기팬(63)을 배설하며, 급기능
력을 배기능력보다 크게 설정하여 놓음으로써, 통상시에는 박스(42)내로 청정화된 공기를 다운플로우하여 
실내를 미약한 양압상태로 하는 것이 가능하고, 도어(65)를 개방하는 때에는 스위치(66)가 작동하여 배기
팬(63)이 정지하고, 실내의 압력을 높여 외부로부터 실내로 들어오는 공기를 적게하여 실내로의 먼저의 
침입을 방지하는 것이 가능하다.

또한, 인터페이스 박스(42)의 천정부에 있어서의 보트라이너(46)의 위쪽 부위에는, 제습공기도입구(67)가 
형성되어 있으며, 이 제습공기도입구(67)에 연결하는 제습공기 공급덕트(68)에 필터(69 : ULPA 필터)를 
통하여 외부로부터 제습공기 공급덕트(69a)가 제습공기를 공급하는 것이 가능하도록 배열설치되어 있다. 
또한, 필터(69)의 상단측에 제습공기팬(70)을 형성하여도 좋다. 또한 제습공기도입구(67)과 급기구(57)의 
사이에는, 커튼(71)이 늘어뜨려져 있어 급기구(77)와 제습공기도입구(67)의 사이를 칸막이하고, 천정부측
에 있어서서 다운플로우 공기와 제습공기가 혼합하는 것을 방지하고 있다. 또한, 급기구 측과 제습공기도
입구 측을 커튼(71)으로 구획하는 다른 이유는, 작업원이 실내로 들어가, 기기나 부품의 보수, 점검이나 
교환작업을 행하는 때의 머리위의 위험을 방지하기 위한 것이다. 이러한 구성에 의하여 제습공기도입구
(67)로부터 실내로 공급된 제습공기는 아래쪽으로 향하여 집중하여 흐르고, 배기팬(63)에 의하여 배기구
(61)로부터 배출되므로, 제4도에 파선의 화살표로 나타낸 바와 같이, 웨이퍼 보트(41)로 반입된 웨이퍼
(W)의 전방(주위)에 집중하여(따르도록, 또는 덮도록)흘러 웨이퍼(W)의 표면과 접촉하고, 웨이퍼 표면에 
도포된 흡습성의 SOG 막이 흡습에 의하여 열화하는 것을 방지하고, 일정한 습도로 유지하는 것이 가능하
다. 따라서, 제습능력은 비교적 적은 것이라도 좋다 이 때문에, 대형의 제습기를 배치하지 않고, 웨이퍼 
보트(41)에 반입된 웨이퍼(W)의 습도를 일정한 상태로 유지하는 것이 가능하다.

또한, 제4도에 가상선으로 나타낸 바와 같이, 제습공기도입구(67)와 배기구(61)측을 순환덕트(72)로 접속
하고, 이 순환덕트(72)에 공기청정기(73) 및 제습기(74)를 통하여 설치함으로써, 인터페이스 박스(42)내
로 제습공기를 순환시키면서 공급하는 것이 가능하다. 이 경우, 더욱 제습기를 소형의 것으로 하는 것이 
가능하다.

한편, 열처리부(30)는, 제1도 및 제17도에 나타낸 바와 같이, 개구창(75)을 통하여 인터페이스부(40)에 
연이어 통하고,  이 열처리부(30)내에는,  단면이 역 U자형상의 석영제프로세스 튜브(32)의  외주에 히터
(33)를 설치한 종형 열처리로(31 : 가열장치)와, 이 열처리로(31)의 아래쪽에 배치되고, 웨이퍼 보트(4
1)를 프로세스 튜브(32)내로 반입하는 보트 엘리베이터(34)와, 인터페이스부(40)의 보트라이너(46)와 보
트 엘리베이터(34)의 사이에서 웨이퍼 보트(41)를 받아넘기는 이송기구(35 : 이송수단)가 배치되어 있다.

이 경우, 프로세스 튜브(32)의 개구 하단에는, 매니포울드(36)가 접속하여 설치되어 있으며, 이 매니포울
드(36)에는 프로세스 튜브(32)내에 소정의 처리용 가스를 도입하는 도입관(도시 안됨)과, 처리후의 가스
를 배기하는 배기관(도시 안됨)이 각각 접속되어 있다. 또한, 보트 엘리베이터(34)에는 매니포울드(36)와 
닿아 접하여 프로세스 튜브(32)내를 밀폐상태로 유지하는 뚜껑체(37)가 형성되어 있고, 이 뚜껑체(37)의 
상부에 보온통(38)이 탑재되어 있다.

보트 이송기구(35)는, 제18도에 나타낸 바와 같이, 이 승강기대(35b)의 상부에 θ방향으로 회전이 자유롭
게 장착되는 회전구동부(35c)와, 회전구동부(35c)의 윗면에 설치된 가이드홈(35d)을 따라서 이동이 자유
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로우며, 앞끝단부가 U자형인 보트 얹어놓기 아암(35e)으로 구성되어 있다. 이와 같이 구성되는 보트 이송
기구(35)는, 개구창(75)으로 이동된 보트라이너(46)의 보트 스테이지(47a)의 웨이퍼 보트(41)를 수취하여 
보트 엘리베이터(34)상으로 반송하여 보트 엘리베이터(34)상에 받아넘기거나, 또는, 보트 엘리베이터(3
4)의  가열처리후의  웨이퍼(W)를  수용한  웨이퍼  보트(41)를  수취하여  보트라이너(46)의  보트 스테이지
(46a)상으로 이송하여 보트 스테이지(46a)상에 받아넘긴다. 

다음에, 본 발명의 기판 처리장치의 동작에 대하여 설명한다. 여기서, SOG에 대하여 설명한다. SOG에는, 
무기 SOG와 유기 SOG가 있다. 무기 SOG는 Si(OH)4 또는(OR)n Si (OH)4-n (R : 탄화수소기)로 나타내는 시라

놀 화합물을 원료로 하여 얻어지는 것이다. 또한, 무기 SOG 막의 구조는 하기 화학식 I으로 나타내는 것
으로서. 막두께는 500 내지 1500 옹구스트롬이다. 이 무기 SOG 막은, 수분을 다량으로 포함하고 있어 취
약하므로 크랙이 발생하기 쉬운 성질을 가진다. 한편, 유기 SOG는, Rn Si (OR)m (OH)4-n-m  (R : 탄화수소

기)로 나타내는 시라놀 화합물을 원료로 하여 얻어지는 것이다. 또한, 유기 SOG 막의 구조는 하기 화학식 
교로 나타내는 것으로서, 막두께는 1000 내지 5000 옹구스트롬이다. 이 유기 SOG 막은, 메틸기 등의 관능
기에 의하여 결합이 닫혀있는 부분을 가지는 것으로 크랙이 발생하기 어려운 성질을 가진다 이와 같이 
SOG에는 2 종류가 있으며, 용도·사용조건에 따라서 적절히 선택하여 1회 또는 복수회 사용한다.

먼저, 웨이퍼(W)에 SOG 막을 한번 칠하는 경우에 대하여 설명한다. 로드·언로드부(10)의 웨이퍼 반송용 
아암(14)을 미처리의 웨이퍼(W)를 수용하는 웨이퍼 카세트(11)의 앞까지 이동하여 웨이퍼 카세트(11)로부
터 웨이퍼(W)가 수취되고, 받아넘기는 위치까지 반송된다. 받아넘김 위치로 반송된 웨이퍼(W)는, 도포처
리부(20)의 웨이퍼 반송 핸들러(21)에 의하여 수취된 후, 쿨링기구(23)로 반송되어 소정의 온도로 냉각된
다. 그 후, 다시 웨이퍼 반송 핸들러(21)에 의하여 수취되어 도포기구(25)까지 반송되고, 도포기구(25)의 
스핀척(25a)상에 얹어놓인다. 

스핀척(25a)상에 얹어놓인 웨이퍼(W)는, 스핀척(25a)과 함께 회전하고, SOG  액 공급노즐(25c)을 유지한 
스탠 아암(25e)이 웨이퍼(W)상으로 이동하여 웨이퍼(W)상에 SOG 액이 적하한다. 이때, 웨이퍼(W)는 고속
회전(2000 내지 6000rpm)하고 있으므로, 원심력에 의하여 SOG 액이 웨이퍼(W)의 중심부로부터 둘레가 장
자리부로 향하여 확산하여 웨이퍼(W)상에 SOG 막이 형성된다. SOG 막이 형성된 후, 웨이퍼(W)상에 사이드 
린스 공급노즐(25d)을 이동하여 웨이퍼(W)가 린스된다. 이때, 린스액에 의하여 주변부의 SOG막이 용해제
거된다. 이와 같이 하여 도포처리가 행해진 웨이퍼(W)는, 다시 웨이퍼 반송 핸들러(21)에 의하여 수취되
고, 베이크 기구(24)로 반송되고, 여기서 약 100 내지 140℃의 온도로 가열되어 SOG 액중의 용매(예를 들
면, 에틸알콜)가 증발된다. 이 베이크 기구(24)에  한 프리베이크 공정이 종료한 웨이퍼(W)는, 다시 웨이
퍼 반송 핸들러(21)에 의하여 수취되어 인터페이스부측으로 반송되어 위치결정기구(43)로 옮기고, 여기서  
이퍼(W)의 오리엔테이션 플랫(Wa)의 배향이 일정방향으로 위치결정된다. 

정의 방향으로 위치결정된 웨이퍼(W)는, 반입·반출기구(44)의 아암(44e)에 의하여 수취된 후, 보트라이
너(46)상에 얹어놓인 빈 웨이퍼 보트(41)내로, 예를 들면 위로부터 아래로 향하여 차례로 정렬된 상태로 
반입된다. 이와 같이 하여, 웨이퍼 보트(41)에는, 도포처리부(20)에서 낱장처리된 웨이퍼(W)가 차례로 한
매씩 반입되고, 웨이퍼 보트(41)에 소정매수의 웨이퍼(W)가 반입된다. 웨이퍼 보트(41)가 보유할 수 있는 
매수(예를 들면 60매)에 모자란 부족분에는, 더미 웨이퍼용 보트(45)에 수용되어 있는 더미 웨이퍼(Wd)가 
반입·반출기구(44)의 아암(44e)에 의하여 웨이퍼 보트(41)내로 반입된다. 이 경우, 웨이퍼 보트(41)측은 
이동되지 않고, 신속하게 이동가능한 아암(44e)을 사용하여 반송함으로써, 소요시간을 단축할 수 있다 또
한 더미웨이퍼용 보트(45)를 웨이퍼 보트(41)와 함께 보트 스테이지(46a)상으로 병설하고 있으므로, 아암
(44e)이 Y방향으로 이동하는 거리는, 웨이퍼 보트(41)가 3개인 경우. 최대로 보트 간격피치의 3배의 거리
이며. 또한, 이동거리도 간격피치의 정수배로 되므로, 신속한 반송이 가능하며, 반송제어도 용이하게 된
다.

웨이퍼 보트(41)에 소정매수의 웨이퍼(W)와 더미웨이퍼(Wd)가 들어가면, 보트라이너(46)가 소정거리, 예
를  들면  보트  간격  피치의  정수배  나누어져,  웨이퍼  보트(41)가  흔들리지  않을  정도의  저속으로 
이동하고, 웨이퍼 보트(41)를 개구창(75)의 정면위치까지 이동한다. 계속하여, 열처리부(30)의 보트 이송
기구(35)의 보트 얹어놓기 아암(35e)이 웨이퍼 보트(41)의 아래로 침입하여 웨이퍼 보트(41)를 얹어놓기 
지지하여 수취한 후, 웨이퍼 보트(41)를 열처리로(31)의 프로세스 튜브(32)내로 반입한다 그리고, 열처리
로(31)에 의하여 웨이퍼(W)를 약400℃의 온도에서 가열함으로써, 웨이퍼(W) 표면에 도포된 SOG 막에 열처
리가 실시된다. 또한, 이 웨이퍼(W)가 열처리되고 있는 사이에, 다른 웨이퍼 보트(41)에는 상술한 바와 
마찬가지의 순서로 다른 웨이퍼(W)가 반입된다. 

열처리로(31)에서의 열처리가 행해진 후, 보트 엘리베이터(34)가 하강하여 웨이퍼 보트(41)가 열처리로
(31)의 아래쪽으로 취출되면, 전술한 것과 반대의 동작에 의하여 보트 이송기구(35)의 보트 얹어놓기 아
암(35e)이 웨이퍼 보트(41)의 하부로 침입하여 보트라이너(46)상에 웨이퍼 보트(41)를 받아넘긴다. 보트
라이너(46)는, 웨이퍼 보트(41)를 수취한 후, 소정거리 이동하여 열처리가 실시되기 전의 웨이퍼(W)가 수
용된 웨이퍼 보트(41)를 개구창(75)의 정면위치로 이동한다. 이 웨이퍼 보트(41)는, 상술한 바와 마찬가
지로 보트 이송기구(35)에 의하여 보트 엘리베이터(34)로 반송되고, 열처리로(31)내로 반입되어 열처리가 
개시된다. 이와 같이, 보트라이너(46)는, 도포처리부(20)에 대한 웨이퍼(W)의 받아 넘김에 있어서는 이동
하지 않고, 열처리부(30)에 대한 웨이퍼 보트(41)의 반입반출의 때에 이동한다.

한편, 열처리가 실시된 웨이퍼(W)는, 반입·반출기구(44)의 아암(44e)에 의하여 웨이퍼 보트(41)로부터 1
매씩 반출되어 위치결정기구(43)를 경유하여도 포처리부(20)의 웨이퍼 반송핸들러(21)로 수취된 후, 로드
·언로드부(10)의 웨이퍼 반송용 아암(14)에 의하여 처리끝남용 웨이퍼 카세트(12)내로 수용된다. 이와 
같이 하여 일회 도포 처리공정이 종료한다. 따라서, 3개의 웨이퍼 보트(41)를 이용함으로써. 웨이퍼 보트
(41)로의 웨이퍼(W)의 반입 웨이퍼 보트(41)로 반입된 웨이퍼(W)의 열처리 및 웨이퍼 보트(41)로 부터의 
열처리후의 웨이퍼(W)의 반출을 각 50매씩 동시에 행하는 것이 가능하고, 150매의 웨이퍼(W)의 SOG 도포
처리와 열처리를 연속적으로 행하는 것이 가능하다.

다음에. SOG 액을 2회 도포하는 경우에 대하여 설명한다. 이 경우, 2가지의 방법이 들어진다. 또한, 이 
경우, 인터페이스부(40)에 배열된 웨이퍼 보트(41)가 보유할 수 있는 웨이퍼(W)의 매수(예를 들면, 웨이
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퍼 보트(41)가 3개 배설된 경우, 3개보다 1개 적은 2개의 웨이퍼 보트(41)가 보유할 수 있는 웨이퍼(W)의 
매수, 예를 들면 57(매)x 2(개)=177(매)의 웨이퍼(W)를 로드·언로드부(10)에 준비하여 놓는다. 

먼저, 제1의 방법은, 상술한 바와 같이. 웨이퍼 카세트(11)로부터 웨이퍼(W)가 웨이퍼 반송용 아암(14)으
로 취출되고, 받아넘김 위치에서 웨이퍼 반송 핸들러(21)로 받아넘겨진다. 그리고 웨이퍼(W)는, 웨이퍼 
반송 핸들러(21)에 의하여 쿨링기구(23)로 반송되고, 여기서 소정의 온도로 냉각된 후, 도포기구(25)로 
반송되어 SOG 액이 도포되고, 다음에, 베이크 기구(24)로 반송되어 S7G액중의 용매를 증발시킨다.

용매가 증발된 후의 웨이퍼(W)는, 인터페이스부(40)로 반송되어 웨이퍼보트(41)내로 반입된다. 이와 같이 
하여,  첫번째의 SOG  막이 형성된 웨이퍼(W)는,  위치결정기구(43)에서 위치결정된 후,  반입 ·반출기구
(44)에 의하여 차례로 웨이퍼 보트(41)로 반입되어 웨이퍼 보트(41)내로 소정매수의 웨이퍼(W)가 수용된
다. 여기까지는 일회 도포의 경우와 같다.

1층째의 SOG 막이 형성된 웨이퍼(W)는, 다시 반입 ·반출기구(44)에 의하여 웨이퍼 보트(41)로부터 반출
되어 도포처리부(20)의 웨이퍼 반송핸들러(21)로 받아넘겨지고, 상술한 바와 마찬가지로, 쿨링기구(23)에
서 냉각된 후, 도포기구(25)에서 2층째의 SOG 막이 형성되고, 그 후, 베이크 기구(24)로 반송되어 SOG액
중의 용매를 증발시킨다. 이와 같이 하여, 2층째의 SOG 막이 형성된 웨이퍼(W)는, 위치결정기구(43)에서 
위치결정된 후, 반입 ·반출기구(44)에 의하여 차례로 웨이퍼 보트(41)내로 반입되고, 웨이퍼 보트(41)내
로 소정매수 수용된다. 웨이퍼 보트(41)내의 웨이퍼 보트(41)가 소유하는 매수(예를 들면 70매)가 차지 
않는 부족부분에는, 상술한 바와 같이, 더미웨이퍼용 보트(45)에 수용되어 있는 더미웨이퍼(Wd)가 반입 
반출기구(44)의 아암(44e)에 의하여 웨이퍼 보트(41)내로 반입 된다. 

웨이퍼 보트(41)내로 소정매수의 웨이퍼(W)와 더미웨이퍼(Wd)가 반입되면, 보트라이너(46)가 소정거리 이
동하고, 웨이퍼 보트(41)는 개구창(77)의 정면 위치로 이동된다. 그리고, 개구창(75)으로 이동된 웨이퍼 
보트(41)는, 열처리부(30)의 보트 이동기구(35)에 의하여 보트 엘리베이터(34)의 위로 이송되고, 열처리
로(31)의 프로세스튜브(32)내로 반입된다. 그리고, 열처리로(31)에 의하여 웨이퍼(W)를 약 400℃의 온도
로 가열함으로써, 웨이퍼(W) 표면에 도포된 SOG 막이 굳어진다. 또한, 웨이퍼(W)에 열처리가 실시되고 있
는 사이, 다른 웨이퍼 보트(41)에는, 상술한 바와 마찬가지의 순서로 웨이퍼(W)가 반입된다. 

열처리로(31)에서의 열처리가 행해진 후, 보트 엘리베이터(34)가 하강하여 웨이퍼 보트(41)가 열처리로
(31)의 아래쪽으로 취출되면, 상술한 것과 반대의 동작에 의하여 보트 이송기구(35)의 보트 얹어 놓기 아
암(35e)이 웨이퍼 보트(41)의 하부로 침입하여 웨이퍼 보트(41)를 수취한 후 보트라이너(46)의 보트 얹어
놓기 위치로 이동하여 보트라이너(46)상에 웨이퍼 보트(41)를 받아넘긴다. 보트라이너(46)는, 웨이퍼 보
트(41)를 수취한 후, 소정거리 이동하여 다른 웨이퍼 보트(41)를 개구창(75)의 정면위치로 이동한다. 이 
웨이퍼 보트(41)는, 상술한 것과 마찬가지로 보트 이송기구(35)에 의하여 보트 엘리베이터(34)로 반송되
고, 열처리로(31)내로 반입되어 열처리가 개시된다.

한편, 열처리가 끝난 웨이퍼(W)는, 반입 반출기구(44)의 아암(44e)에 의하여 웨이퍼 보트(41)로부터 반출
되어 위치결정기구(43)를 경유하여 도포처리부(20)의 웨이퍼 반송핸들러(21)로 수취된 후, 로드·언로드
부(10)의 웨이퍼 반송용 아암(14)에 의하여 처리끝남용 웨이퍼 카세트(12)내로 수용된다. 이와 같이 하여 
2회 도포의 처리공정이 종료한다.

제2의 방법은, 상술한 바와 마찬가지로 웨이퍼 카세트(11)로부터 웨이퍼(W)가 웨이퍼 반송용 아암(14)을 
취출하고, 받아넘김 위치에서 웨이퍼 반송핸들러(21)로 받아넘겨진다. 그리고, 웨이퍼(W)는, 웨이퍼 반송 
핸들러(21)에 의하여 쿨링기구(23)로 반송되고, 여기서 소정의 온도로 냉각된 후 도포기구(25)로 반송되
어 SOG 액이 도포되고, 계속하여, 베이크기구(24)로 반송되어 SOG 액중의 용매를 증발시킨다. 

용매가 증발된 후의 웨이퍼(W)는, 인터페이스부(40)로 반송되어 웨이퍼보트(41)내로 반입된다. 이와 같이 
하여, 1회째의 SOG 막이 형성된 웨이퍼(W)는, 위치결정기구(43)에서 위치결정된 후, 반입 ·반출기구(4
4)에 의하여 차례로 웨이퍼 보트(41)로 반입되어 웨이퍼 보트(41)내로 소정매수의 웨이퍼(W)가 수용된다. 

계속하여, 소정매수의 웨이퍼(W)가 수용된 웨이퍼 보트(41)는, 보트라이너(46)로 개구창(75)의 정면위치
로 이동된다. 웨이퍼 보트(41)는, 열처리부(30)의 보트 이동기구(35)에 의하여 보트 엘리베이터(34)의 위
로 이송되고, 열처리로(31)의 프로세스 튜브(32)내로 반입되고, 열처리로(31)에서 웨이퍼(W)로 열처리가 
실시된다. 여기까지는, 1회 도포의 경우와 동일하다. 

그 후, 웨이퍼(W)상에 SOG 액을 다시 도포하여 용매를 증발시키고, 열처리로(31)내로 반입하여 열처리를 
행하는 공정을 반복한다. 즉 1층째의 SOG막이 형성된 웨이퍼(W)는, 웨이퍼 보트(41)로부터 위치결정기구
(43)에서 위치결정된 후에, 쿨링기구(23)로 냉각되고, 도포기구(25)에서 SOG 액이 도포되며, 베이크 기구
(24)로 SOG 액중의 용매가 증발되고, 그 후, 위치결정기구(43)를 통하여 웨이퍼 보트(41)로 반입되어 열
처리로(31)에서 열처리가 행해진다.

한편, 열처리가 실시된 웨이퍼(W)는, 웨이퍼 보트(41)로부터 반출되어 위치결정기구(43)를 경유하여 도포
처리부(20)의 웨이퍼 반송 핸들러(21)로 수취된 후, 로드· 언로드부(10)의 웨이퍼 반송용 아암(14)에 의
하여 처리끝남용 웨이퍼 카세트(12)내로 수용된다. 이와 같이 하여 2회 도포의 처리공정이 종료한다.

상기에 있어서는, 2회 도포에 대하여 설명하였으나, 3회 도포 이상의 경우도 상기의 조작에 따라서 행하
는 것이 가능하다. 또한, 복수회 도포의 경우, 무기 SOG와 유기 SOG를 이용하는 순서나 횟수는 적절히 선
택할 수 있다.

또한 상기 실시예에 있어서는, 더미 웨이퍼용 보트(45)를 인터페이스부(40)의 보트라이너(46)상에 1개 얹
어놓은 경우에 대하여 설명하고 있으나, 이 더미 웨이퍼용 보트(45)를 다시 인터페이스부(40)에 설치함으
로써 또는, 제1도에서 가상선으로 나타낸 바와 같이, 로드·언로드부(10)에 더미웨이퍼(Wd)를 수용하는 
웨이퍼 카세트(45a)를 설치함으로써, 부족한 더미웨이퍼(Wd)를 보충하는 것이 가능함과 함께, 웨이퍼 보
트(41)로부터 더미웨이퍼(Wd)를 회수하여 더미웨이퍼용 웨이퍼 카세트(45a)에 수용하는 것이 가능하다.

또한, 상기 실시예에서는, 본 발명의 기판 처리장치를 반도체 웨이퍼의 SOG 도포· 열처리장치에 적용한 
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경우에 대하여 설명하였으나, 피처리체는 웨이퍼 이외의 예를 들면 LCD기판 등에도 적용할 수 있으며, 
SOG 액 이외의 처리액을 피처리체에 도포한 후, 열처리하는 것에도 적용할 수 있다.

[실시예 2]

여기서는, 본 발명의 기판 처리장치의 다른 실시예에 대하여 설명한다. 본 실시예에 있어서도, 낱장처리
에 의한 도포처리부와, 배치처리에 의한 열처리부가 인터페이스부를 통하여 인라인으로 접속되고, 양처리
부 사이에서 피처리기판이 수분 등의 유해물로부터 보호된 상태로 신속하게 받아 넘겨진다. 이것에 의하
여, 양 처리부 사이에서 일관한 연속처리가 효율적으로 또한 안전하게 행해진다.

이하, 본 실시예의 기판 처리장치에 대하여 설명한다. 또한, 실시예 1에서 설명한 기판 처리장치와 동일
한 부분에 대하여는 실시예 1의 경우와 동일 부호를 부여하고 그에 대한 설명은 생략한다.

제19도 내지 제25도를 참조하여 도포처리부(20)내의 각 부틀 상세히 설명한다. 제19도 및 제20도는, 도포
기구(25)내의 구성을 모식적으로 나타낸 측면도 및 평면도이다. 이 도포기구(25)는, 스핀코우트법으로 웨
이퍼(W)의 표면에 SOG 액을 도포하는 장치로서, 바닥을 가진 원통형상으로 형성된 컵(25b)의 내에 웨이퍼
(W)를 스핀척(25a)으로 진공흡착 유지한 상태로 회전구동 모터(81)에 의하여 소정의 속도로 
회전시키면서, 위쪽의 SOG 공급노즐(82)로부터 웨이퍼(W)의 표면에 처리액, 예를 들면, SOG 액을 공급(적
하)하고, 적하한 SOG 액을 원심력으로 반경방향을 확산시켜 웨이퍼 표면전체에 균일하게 도포한다. 

제19도에 나타낸 바와 같이, 도포기구(25)의 천정면[적어도 컵(27b)의 위쪽의 천정면]에는, 방진기능이 
부여된 필터, 예를 들면 HEPA 필터(83)가 부착되며, 그 뒤쪽(위쪽)에 에어도입실(84)이 형성되어 있다. 
또한, 도포기구(25)의 바닥면(적어도 컵(25b)의 아래쪽의 바닥면)에는, 통기용의 개구(85)가 복수개 설치
되고, 각 개구(85)로 도입된 공기는, HEPA 필터(83)로 실외로 배기되도록 되어 있다. 이러한 청정공기의 
다운플로우에 의하여, 컵(25b)내로 웨이퍼(W)에 유해한 입자 등의 침입을 방지하고 있다. 또한, HEPA 필
터(83)의 아래에는 다운플로우의 풍속을 검출하기 위한 풍속검출기(88)가 설치되며, 이 풍속검출기(88)의 
출력신호가 에어공급부 또는 팬(86)의 제어부로 피드백되고, SOG 막의 막두께가 불균일하게 되지 않도록 
다운플로우의 풍속이 적정한 값으로 제어되어 있다. 

제21도에, 컵(25b)의 구체적 구성이 나타나 있다. 이 컵(25b)에는, 스핀척(25a)의 둘레에, 컵 외벽면(8
8)의 상단부에 고착된 고리형상의 상부 안내판(89)과 베이스 부재(90)에 고정된 고리형상의 하부안내판
(91)으로 둘러싸여 형성된 고리형상의 배액·배기안내로(92)가 형성되며, 이 배액·배기안내로(92)의 안
둘레측 개구끝단에는, 스핀척(25a)상에 얹어놓인 웨이퍼(W)의 바깥둘레끝단부에 면하고, 바깥둘레쪽개구 
끝단은 컵 바닥면의 배출구(93)에 면하고 있다. 웨이퍼(W)의 바깥둘레 끝단으로부터 바깥쪽으로 비산한 
SOG 액은, 배액·배기안내로(92)를 통하여 배출구(93)로부터 드레인관(94)측으로 배출되도륵 되어 있다. 
또한,  하부안내판(91)의  아래쪽에는,  원통형상의 칸막이판(91d)이  배치되어 있으며,  그  하단부에는 컵
(25b)의 바닥면에 고정되고, 상단부는 하부안내판(71)의 아래면과 근소한 간극을 설정하도록 구성되어 있
다. 그리고, 이 칸막이판(91d)과 베이스부재(90) 사이에는 상하로 칸막이되는 칸막이판(92e)이 설치되고, 
이 칸막이판(91e)에 배기관(도시 안됨)이 접속되어 있다. 

상부안내판(89)  및 하부안내판(91)의 각각의 상단부에는, 둘레방향으로 용매통로(89a,  91a)가 설치됨과 
함께, 이들 용매통로(89a, 91a)와 연이어 통하는 용매토출구 또는 슬릿(89b, 91b)이 둘레방향으로 일정한 
간격으로 다수개 설치되어 있다. SOG 액의 도포가 행하여지지 않는 휴지기간중에, 필요에 따라서 배액 배
기안내판(92)에 부착하고 있는 SOG 액을 흘려떨어뜨리기 위하여, 세정액으로서의 용매, 예를 들면 이소프
로필렌 알콜(IPA) 또는 시클로헥사논 액이 도시하지 않은 용매공급부로부터 각 용매통로(89a, 91a)로 공
급되고, 각 용매토출구 또는 슬릿(89b, 91b)으로 부터의 배역 배기안내로(92)의 벽면(89c, 91c)를 따라서 
흐르도록 되어 있다. 

컵(25b)의 저면의 배출구(93)와 드레인관(94)의 접속부에도 SOG 액이 부착하기 쉽고, 그대로 방치하여 놓
으면, 응고한 SOG에 의하여 배관이 막힐 우려가 있다. 그래서, 이 컵(25b)에는, 조인트(95)의 안쪽에 둘
레방향의 용매탱크(95a)를 설치하고, 이 용매탱크(95a)에 용매공급관(96)을 접속하고,도시하지 않은 용매
공급부로부터 용매탱크(95a)로 용매(세정액)를 공급하고, 용매탱크(95a)로부터 둘레방향으로 균일하게 넘
퍽나오는 용매로 배관접속부내를 세정한다. 

베이스(90)는, 정확한 가공정밀도와 물리적인 강도를 요구하는 것이므로, 알루미늄 또는 스테인레스 등의 
금속으로 만든다. 금속은 상기 세정액(특히 시클로헥사논액)에 의하여 부식되기 쉽다는 문제가 있다. 본 
실시예에서는, 베이스(90)의 표면에 타프람 처리를 행하여, 내약품성을 향상시키고 있다 또한, 에어공급
관(87)이나 각종 구동용의 에어실린더용의 에어배관(도시 안됨)등에도 테프론(상표명) 튜브 등의 불소수
지를 사용하여, 내약품성을 갖게 하고 있다. 또한, 불소수지는 대전되기 쉽고, 대전하면, 먼지가 부착되
거나, 스파크를 발생할 우려가 있다 따라서, 불소수지제의 배관에 대하여는, 배관의 주위에 도전성 테이
프 등을 감아서 대전을 제거 또는 절감시킨다.

제19도 및 제20도에 나타낸 바와 같이, SOG 공급노즐(82)은 가이드봉(98)에도면의 좌우방향으로 이동가능
하게 지지된 가동아암(98)의 앞끝단부에 형성된 파지기구(도시 안됨)에 의하여 파지가능하게 구성되어 있
으며, 웨이퍼(W)의 위쪽에서 웨이퍼의 반경방향으로 스캔할 수 있을 뿐 아니라, 컵(25b)의 측방에 배설된 
노즐대기부(99) 및 더미 디스펜스부(100)로도 이동할 수 있도록 되어있다.

제22도에, 노즐대기부(97)의 구성예를 나타낸다. 이 노즐대기부(99)의 용매용기(99a)내에는, IPA등의 용
매가 항상 일정한 액면을 유지하면서 공급되고 있으며, SOG 공급노즐(82)은, 노즐 앞끝단부(82a)가 용매
중에 침적하지 않는 상태로 용매용기(99a)의 윗면 개구를 막도록 세트된다. 이것에 의하여, 노즐 앞끝단
부(82a)가 용매용기(99a)내의 용매증기(분위기)중에 놓여지게 되며, 도포처리가 행해지지 않는 휴지기간
중에 노즐 앞끝단부(82a)를 용매의 속에 침적시키지 않도록 하고 있는 것은, 노즐 앞끝단부(82a)가 용매
중에 담겨지면 응고한 SOG 액등이 부착해버리고, 노즐 앞끝단부(82a)의 더미 디스펜스는, 노즐대기부(7
7)과 별개의 더미 디스펜스부(100)로 행하도록 되어 있고, 이 더미 디스펜스부(100)에서 SOG 공급노즐
(82)로부터 배출된 SOG 액은 배관(101)을 통하여 드레인덕트(도시 안됨)로 보내진다.
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SOG 공급노즐(82)은, SOG 공급관(102)을 통하여 SOG 공급원(도시 안됨)에 접속되어 있다. SOG공급원으로
부터 공급되는 SOG액은, 보존온도 예를 들면 -10℃로부터 실온부근의 온도까지 사용되고 있으나, 균일한 
막두께를 얻기 위하여는 적정한 일정온도로 웨이퍼(W)에 도포될 필요가 있다. 이 때문에, 도포기구(25)에
는, SOG 액을 설정온도로 SOG 공급노즐(82)로부터 토출시키기 위한 온도조절기구가 설치되어 있다. 

제23도에는, 이 온도조절기구의 구성을 모식적으로 나타낸다. SOG 공급관(102)은, 일정온도로 관리된 온
도조절수 즉 항온수가 흐르는 온도조절수 통로(103)의 내를 통하여 SOG 공급노즐(82)에 접속되어 있다. 
이러한 2중관 구조에 의하여, SOG 공급관(102) 내측을 흐르는 SOG 액은, 관의 바깥쪽을 흐르는 항온수의 
열교환에 의하여 설정온도 예를 들면 23.5℃로 온도조절되도록 되어 있다.

제24도에, SOG공급노즐(82)의 구체적 구성예를 나타낸다. SOG 공급관(102)은, SOG 공급노즐(82)의 중심부
에 측방향으로 관통하여 들어가고, S0G 공급관(102)의 앞끝단은 노즐 앞끝단부(82a)를 형성한다. 온도조
절수 통로(103)의 내를 통하여 흘러온 온도조절수(항온수)는, 노즐 상부의 방(82b)에서 일단 막히고, 이 
방(82b)의 측벽에 형성된 배출구(도시 안됨)로부터 밖으로 배출되도록 되어 있다. 노즐 중간부에는, 용매
도입구(82c) 및 용매도입실(82d)이 설치되어 있으며, 용매도입실(82d)은 SOG 공급관(102)의 둘레에 축방
향으로 형성된 용매통로(82e)를 통하여 하단부의 간극 또는 오리피스(82f)로 통하고 있다. SOG 공급 노즐
(82d)이 더미 디스펜스부(100)에 세트되어 있는 상태에서 외부의 용매공급부(도시 안됨)로 부터의 IPA등
의 용매가 용매도입구(82c)로부터 용매도입실(82d) 내로 도입되면, 도입된 용매는 용매통로(82e)를 통하
여 하단부의 간극(82f)로부터 토출되고, 노즐 앞끝단부(82a)의 외주면에 부착하고 있는 SOG 액을 씻어 떨
어 뜨리도록 되어 있다.

제25도는, SOG 공급부의 구체적 구성예를 나타낸다. SOG 공급노즐(82)과 3방향 밸브(104)의 출구와 연결
되는 SOG 공급관(102)에는, 필터(105), 이물질 검출기(106), 에어 오퍼레이터 밸브(107) 및 석백(suck-
back) 밸브(108)가 차례로 SOG 공급노즐(82)로 향하여 끼워 설치되어 있다. 3방향 밸브(104)의 한쪽의 입
구는 SOG  공급관(109)을 통하여 SOG  용기(110)로 접속되어 있다. SOG  용기(110)에는, 헬륨가스 공급원
(111)이 배관(112, 113)을 통하여 접속됨과 함께 질소가스공급원(114)이 배관(115, 116 113)을 통하여 접
속되고, 용매공급원(117)도 배관(118, 116, 113)을 통하여 접속되어 있다. 배관(113)은, 3방향 밸브(11
9)에 의하여 배관(122) 또는 배관(116)으로 전환되도록 되어 있다. 배관(116)은, 3방향 밸브(120)에 의하
여 배관(115) 또는 배관(118)으로 전환되도록 되어 있다. 3방향 밸브(104)의 다른쪽의 입구에 접속되어 
있는 배관(121)은, 3방향 밸브(122)에 의하여 배관(115) 또는 배관(118)으로 전환되도록 되어 있다.

배관(112, 115, 118)에는 각각 필터(123 124, 125)가 끼워 설치된다. 3방향 밸브(104, 119, 120, 122)는 
제어부(126)로 부터의 전환제어신호(SW1 내지 SW4)에 의하여 각각 전환제어된다. 에어 오퍼레이팅 밸브
(107) 및 석백(suck-back) 밸브(108)의 개폐제어도 제어부(126)에 의하여 행한다. 이물질 검출기(106)는, 
예를 들면 투명 또는 반투명한 재료로 이루어지는 배관으로 구성된 SOG 공급관(102)의 양측(외주측)에 발
광소자와 수광소자를 대향 배치시켜서 이루어지는 광학적 이물센서로서, SOG 액중의 기포나 입자 등을 검
출한다. 이물질 검출기(107)의 출력신호는, 이물질 검출회로(127)로 입력되고, 이물질 검출회로(127)의 
출력단자로부터 이물질 검출신호가 제어부(126)로 부여된다. SOG 용기(110)의 바닥부 부근의 바깥쪽에는, 
SOG 액면을 검출하기 위한, 예를 들면 정전용량 센서로 이루어지는 액면검출기(128)가 설치되어 있다. 

이러한 구성의 SOG 공급부에 있어서, 정상시에는, 배관(112)이 배관(113)에 연이어 통하고, 배관(109)이 
배관(102)에 연이어 통하도록 3방향 밸브(119,104)를 각각 전환한다. 이것에 의하여, 헬륨공급원(111)으
로 부터의 헬륨가스가 SOG 용기(110)로 보내고, 그 가스압으로 SOG 용기(110)로부터 S7G 액이 SOG 공급 
노즐(82)로 공급하도록 되어 있다. 또한, 헬륨가스는, 불활성가스로서, SOG 액에 녹아도 액질을 열화시킬 
우려가 없다.

SOG 용기(110)내의 SOG 액이 감소하여 액면이 소정의 하한치에 달하면, 액면검출기(128)로부터 액면검출
신호가 출력된다. 제어부(126)는,  이 액면검출기(128)로부터의 액면검출신호에 따라서 3방향 밸브(119, 
120)를 각각 배관(116118)측으로 전환하고, 에어오퍼레이팅 밸브(107)  및 석백(suck-back)  밸브(108)를 
연다. 또한, SOG 공급노즐(82)을 더미 디스펜스부(100)로 이동시킨다. 이때, 용매공급원(117)으로 부터의 
용매, 예를 들면 IPA는 배관(118 116, 113) SOG 용기(110), 배관(107, 102)을 흘러 SOG 공급노즐(82)로부
터 토출된다. 이것에 의하여, 배관구분 SOG 공급관(109, 102)의 내벽이 세정되고, SOG 공급노즐(82) 내부
의 통로도 세정된다.

상기와  같은  배관세정이  종료한  후,  제어부(126)는  3방향  밸브(120)를  배관(115)측으로  전환한다. 
그러면,  질소가스  공급윈(114)으로부터의  질소가스가배관(115,  116,  113),  SOG  용기(110),  배관(109, 
102)을 통하여 SOG 공급노즐(82)로부터 분출된다. 이것에 의하여 그들 배관내가 질소가스로 퍼지된다. 이 
질소가스에 의한 퍼지가 완료된 후, 제어부(126)는 3방향 밸브(119)를 배관(112)쪽으로 돌리고, 이번에는 
헬륨가스로 상기 배관을 퍼지한다. 이 헬륨가스에 의한 퍼지의 종료후에. 빈 SOG 용기(110)가 충만된 SOG 
용기(110)와  교환된다.  이용기  교환  직후에  헬륨가스의  가압으로  더미  디스펜스를  행하고,  배관(109, 
105) 및 SOG 공급노즐(82)내를 SOG 액으로 채운다. 

이물질 검출기(106)가 SOG 액중에 이물질을 검출한 경우, 제어부(126)는 3방향 밸브(104, 122)를 각각 배
관(121, 118)측으로 전환한다. 이것에 의하여, 이물질을 포함한 SOG 액 및 용매공급원(117)으로 부터의 
용매가  배관(118,  121,  102)을  통하여  SOG  공급노즐(82)로부터  토출된다.  이것에  의하여,  SOG 공급관
(102)의  내벽 및 SOG  공급노즐(82)  내부가 용매로 세정된다.  이  세정후에,  제어부(127)는  3방향 밸브
(122)를 배관(115)측으로 전환하고, SOG 공급관(102)의 내벽 및 SOG 공급노즐(82) 내부를 질소가스로 퍼
지한다. 다음에, 3방향 밸브(104)를 SOG 공급관(109)측으로 전환하고, 헬륨가스에 의한 가압으로 더미 디
스펜스를 행한다.

제26도 및 제27도는 도포처리부(20)의 표면정화 유니트의 구성을 나타내며, 제26도는 유니트 내부의 구성
을 모식적으로 나타내는 측면도, 제27도는 유니트 내의 셔터 시트의 구성을 나타내는 평면도이다. 제26도
에 나타낸 바와 같이, 이 표면정화 유니트에 있어서, 웨이퍼(W)는 원반형의 열판(130)상에서 소정온도, 
예를 들면 100℃ 부근의 온도로 가열되면서, 바로 위의 자외선 램프(132)에 의하여 자외선(W) 광이 조사
된다. 열판(130)에는, 전원부(134)로 부터의 전력으로 발열하는 발열체, 예를 들면 발열저항체(130a)가 
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내장되어 있다. 또한, 열판(130)에는, 판면보다 높은 위치에 유니트 외부의 웨이퍼 반송핸들러(21)와 웨
이퍼(W)를 받아넘기기 위한 승강가능한 복수의 핀(도시 안됨)이, 예를들면 120°간격으로 3개 설치되어 
있다 자외선 램프(132)로 부터의 자외선광은, 셔터장치(137)에 의하여 소요시간 만큼 조사되도록 되어 있
다. 이 셔터장치(136)는, 구동모터(137)에 접속된 감아올림 로울러(138)와 되돌림 로울러(140)의 사이에 
가이드 로울러(142, 144)를 통하여 자외선 램프(132)의 앞을 통하도록 차폐성의 셔터 시트(146)를 감아 
매단것으로, 제27도에 나타낸 바와 같이, 셔터 시트(146)에는, 지외선광을 통하기 위한 개구(147a)가 형
성되어 있다.

다음에, 인터페이스부(40)의 구성을 설명한다. 대부분의 구성은 실시예1의 경우와 마찬가지이다. 제28도
에 나타낸 바와 같이, 웨이퍼 반입 반출 기구(44)는, 회전축(150)을 통하여 승강대(151)상에 θ방향으로 
회전가능하게 부착되며, 또한, 승강대(151)는 수직 지지축(152)에 수직방향으로 승강이동 가능하게 지지
되어 있다. 이러한 구성에 의하여, 웨이퍼 반입·반출기구 (44)는, 위치결정기구(43)와 웨이퍼보트(41)의 
사이에서 X,Y,Z,θ 방향으로 이동하여, 웨이퍼(W)를 1매씩 이송가능하게 되어 있다. 

제28도에 나타낸 바와 같이, 도포처리부(20)측의 웨이퍼 반송핸들러(21)가 인터페이스부(40)까지 이동하
여 웨이퍼(W)를 위치결정기구(43)의 바로 위로 반송하면, 스핀척(43d)이 상승 이동하여 웨이퍼(W)를 수취
한다. 게속하여, 스핀척(43d)은 구동모터(43f)의 구동으로 회전하여 웨이퍼(W)를 둘레회전방향으로 회전
(자전)시킨다. 그 위치(시점)으로부터 스핀척(43d)은 소정의 각도만큼 회전하여 정지하고, 웨이퍼(W)는 
오리엔터이션 플랫이 반송핸들러(21)측으로 향하도록 위치결정 된다.

또한, 제28도에 나타낸 바와 같이, 도포처리부(20)의 웨이퍼 반송핸들러(21)는, 반원호 형상의 형체를 가
지는 것으로, 그 아암 안둘레 가장자리부의 양단부 및 중심부의 3군데에 웨이퍼(W)를 3점 지지하기 위한 
웨이퍼 지지부재(21a)가 부찰되어 있다. 본 실시예에서는, 웨이퍼(W)와 직접 접촉하는 이들 웨이퍼 지지
부재(21a)의 지지핀(21b)을 내열성, 강성 및 가공성에 뛰어난 재질, 예를 들면 폴리이미드로 구성하고 있
다. 따라서, 웨이퍼 반송핸들러(21)가 도포처리부(20)내의 여러가지의 유니트에 빈번하게 출입하여도, 웨
이퍼(W)를 양호한 상태로 안전하게 이송할 수 있도록 되어 있다.

제29도는, 본 실시예에 있어서 웨이퍼 보트(41)의 웨이퍼(W)의 수용을 설명하기 위한 대략 측면도이다. 
웨이퍼 보트(41)의 상단부 및 하단부의 소정매수, 예를 들면 5매분의 웨이퍼 수용영역은, 더미웨이퍼(W
d)를 항상 수용하는 상치(쌀물) 더미 웨이퍼 수용영역으로서 설정하고 있다. 이들 상하의 상치 더미웨이
퍼 수용영역에 끼워진 중간의 웨이퍼 50매분 (2 롯트분)의 웨이퍼 수용영역은, 피처리기판의 웨이퍼(W)를 
필요에 따라서(보통은 반송 내지 보관을 위하여)수용하는 피처리웨이퍼 수용영역으로서 설정되어 있다. 
이것에 의하여, 웨이퍼 수용영역에 수용된 웨이퍼(W)는, 수용위치에 관계없이 모든 웨이퍼가 균일한 환경
(특히 온도)하에 놓이고, 열처리부(30)에서 균일한 처리를 행하도록 되어 있다.

그런데, 웨이퍼 수용영역에 수요된 피처리기판으로서의 웨이퍼(W)가 설정매수(50)에 미치지 않는 경우는, 
웨이퍼 보트(41)의 웨이퍼 수용영역에 빈 장소가 생긴다. 웨이퍼 보트(41)가 그러한 빈 장소를 가진 상태
로 열처리부(30)로 가서 배치식의 열처리를 받으면, 빈 장소에 인접하는 웨이퍼(W)의 주위온도 내지 처리
온도가 다른 웨이퍼(W)와 같게 되지 않고, 균일한 열처리가 불가능하다. 본실시예의 인터페이스부(40)에
서는, 어떤 원인으로 웨이퍼 수용영역에 웨이퍼(W)의 빔(부족분)이 발생하는 경우는, 다음과 같이 하여 
각 빈 장소에 더미웨이퍼(Wd)를 보충수용하면서. 당해 웨이퍼 보트(41)를 열처리부(30)로 넘기고 있다. 

제28도에 나타낸 바와 같이, 웨이퍼 반입·반출기구(44)의 반송기대(44d)의 앞끝단부로부터 센서 아암이 
돌출하고 있다. 이들 센서아암(48)의 앞끝단에는 상호간에 대향하는 발광부(48a)와 수광부(48b)가 착설되
어 있다. 프로그램으로 설정된 소정의 동작 플로우로 반입·반출기구(44)는, 보트라이너(46)상의 웨이퍼 
보트(41)의 정면까지 이동하고, 제30도 및 제31도에 나타낸 바와같이 양 센서 아암(48)을 웨이퍼 보트
(41)내의 웨이퍼(W)의 앞끝단부의 양쪽으로 전진시킨 상태로 상승 (또는 하강) 이동 (스캔)하고, 각 웨이
퍼 수용위치에 있어서 발광부(48a)로부터의 광이 차단되거나 수광부(48b)에도달하는가에 따라서 웨이퍼
(W)의 유무를 검출한다. 

이 웨이퍼 매핑에 의하여 빈 장소가 검출된 때, 반입 반출기구(44)는, Y방향으로 이동하여 더미 웨이퍼 
보트(45)로부터 더미웨이퍼(Wd)를 반송하고, 그 빈 장소에 더미웨이퍼(Wd)를 반입한다. 이것에 의하여, 
웨이퍼 보트(41)는 모든 웨이퍼 수용위치에 웨이퍼(W) 또는 더미웨이퍼(Wd)를 수용한 꽉 찬 상태로 인터
페이스부(40)로부터 열처리부(30)로 옳긴다.

반입·반출기구(44)는, 보트라이너(46) 또는 더미웨이퍼 보트(45)로부터 웨이퍼(W) 또는 더미웨이퍼(Wd)
를 1매씩 반송하여 웨이퍼 보트(41)의 소정의 웨이퍼 수용위치로 반입한다. 그러나, 진동이나 그밖의 원
인으로, 웨이퍼(W) 또는 더미웨이퍼(Wd)가 바르게 안까지 들어오지 못하고, 즉 웨이퍼 바깥둘레부가 웨이
퍼 보트(41)의 각 웨이퍼 유지봉(41d)의 웨이퍼 유지홈(41c)에 안까지 밖에 삽입되지 않고, 웨이퍼(W) 또
는 더미웨이퍼(Wd)가 전방으로 나온 상태로 수용되어 있는 것이 있다. 이러한 전방으로 나온 
웨이퍼(W)는, 웨이퍼 보트(41)가 열처리부(30)로 옮기는 때에, 웨이퍼 보트(41)로부터 탈락할 우려가 있
다. 또한. 반입·반출기구(44)에서 반출하여 반송하는 때, 반출미스나 반송미스를 일으킬 우려도있다. 이
때문에. 본 실시예의 반입·반출기구(44)에는, 그러한 빠져나온 웨이퍼(W) 또는 더미웨이퍼(Wd)를 검출하
고 안으로 밀어놓는 수단이 구비되어 있다. 

상기와 같이 하여, 웨이퍼 보트(41) [또는 더미웨이퍼 보트(45)]내에서 앞으로 빠져나온 웨이퍼(W) [또는 
더미웨이퍼(Wd)]가 검출되면, 제32도에 나타낸 바와 같이, 반입 반출기구(44)가 포크(44f)의 기단부에 형
성된 돌기부(44f)로 그 웨이퍼(Wl)를 보트의 속으로 자동적으로 밀어넣고, 바른 웨이퍼 수용상태로 한다. 
제32도에서 점선(Wi)은, 통상 (웨이퍼의 반입·반출시) 웨이퍼(Wi)가 포크(44f)상에 얹힌 위치를 나타낸
다. 또한, 상기 돌기부(44f)로 밀어넣는 대신에. 웨이퍼(W)를 포크(44f)상에 얹어서 속으로 이동시켜도 
좋다.

또한, 각 보트에 있어서의 웨이퍼의 빠져나옴을 검출하는 방법으로서는 상기와 같이 광학적 센서를 보트
라이너(46)를 착설하는 방법의 외에, 반입 반출기구(44)에 의한 매핑기능을 이용하는 방법을 들 수 있다. 
즉, 제33도에 나타낸 바와 같이, 반입·반출기구(44)는, 웨이퍼 보트(41)[또는 더미웨이퍼 보트(45)1에 
바르게 수용되어 있는 (빠져 나오지 않은)웨이퍼(W)의 앞끝단부의 위치로부터 약간만 앞으로 위치시킨 상
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태로 양 센서아암(48)의 앞끝단부(발광·수광부)를 승강이동(스캔)함에 의하여, 각 웨이퍼(W)에 대하여는 
빠져 나오는지 아닌지를 검출하는 것이 가능하다. 

다음에, 열처리부(30)의 구성을 설명한다. 제1도 및 제2도에 있어서, 열처리부(30)는, 인터페이스부(40)
에 대하여 도포처리부(20)는 반대측에 접속된 유니트 실내에, 상자형 커버에 수용된 원통형상의 열처리로
(31)와, 인터페이스부(40)의 보트라이너(46)와 열처리로(31)의 사이에서 웨이퍼 보트(41)를 옮기기 위한 
이송기구(35)를 구비하고 있다. 인터페이스부(40)의 보트라이너(46)와 근접하는 유니트 실의 벽의 소정위
치에, 웨이퍼 보트(41)가 통하는 만큼의 개구창 또는 보트 게이트(75)가 형성되어 있다. 이 개구창(75)에
는, 개폐문(도시안됨)이 부착되어도 좋다. 

제34도 및 제35도는, 이송기구(35)가 인터페이스부(40)의 보트라이너(46)로부터 한개의 웨이퍼 보트(41)
를 유니트내로 반입하여 열처리로(31)로 반입할 때의 양태를 도시하는 개략 평면도이다. 제34도에 나타낸 
이송기구(35)는 제18도에 나타낸 이송기구와 거의 동일한 것이나. 양자의 차이점은, 승강수단(35b)이 수
평지지판(163)에 연결되어 있으며, 이 수평지지판(163)은 가이드 레일(166)에 수직방향으로 미끄럼 이동
가능하게 지지되어 있는 리니어 가이드(165)에 부착되어 있다. 이 때문에. 승강수단(164)에 의하여, 이송
기구(35) 전체가 승강가능하게 되어 있다. 제34도에 나타낸 바와 같이. 이송기구(35)의 회전구동부(161)
가 개구창(75)측을 향한 상태에서, 보트 지지아암(162)이 전진이동하여 인터페이스부(40)의 유니트 실내
로 진입하고, 그 핸드부(162a)가 보트 스테이지(46a)상의 웨이퍼 보트(41)의 하부기판(41b)의 아래로 걸
어맞춤한다. 다음에, 이송기구(35)  전체가 상승하여 웨이퍼 보트(41)를 보트 스테이지(46a)로부터 약간 
떠올려 웨이퍼 보트(41)를 지지한 상태로도면의 일점쇄선(162′)으로 나타낸 위치까지 후퇴이동한다[웨이
퍼 보트(41′)].

다음에, 제35도에 나타낸 바와 같이, 이송기구(35)의 회전구동부(161)가 회전하여 열처리로(31)측으로 방
향을 바꾸고, 다음에 일점쇄선(162′)으로 나타낸 바와 같이 보트 지지아암(162)이 열처리로(31)측으로 
전진이동하고, 웨이퍼 보트(41)를 열처리로(31)의 바로 아래로 이송한다. 다음에 이송기구(35) 전체가 상
승이동하여 웨이퍼 보트(41)를 들어올려, 열처리로(31)의 내로 삽입 또는 장전한다. 또한, 웨이퍼 보트
(41)와 함께 보온통도 열처리로(31)내로 삽입되고, 개폐분으로 열처리로(31)의 개구창(75)이 막힌 후에 
웨이퍼(W)에 열처리가 행해진다. 열처리가 종료한 후, 웨이퍼 보트(41)는, 이송기구(35)에 의하여 상기의 
역동작으로 열처리로(31)로부터 빠져, 인터페이스부(40)의 보트라이너(46)로 옮긴다.

다음에, 본 실시예의 기판 처리장치의 동작에 대하여 설명한다. 먼저, 로드·언로드부(10)의 카세트 얹어
놓는 대상의 어느 것의 웨이퍼 카세트(11)로부터 미처리된 웨이퍼(W)가 웨이퍼 반송용 아암(14)에 의하여 
1매 취출되고, 취출된 웨이퍼(W)는 받아넘김 위치에서 도포처리부(20)측의 웨이퍼 반송핸들러(21)로 넘긴
다 계속하여, 도포처리부(20)에서 웨이퍼(W)는, 웨이퍼 반송핸들러(21)에 의하여 쿨링기구(23)로 반입되
고, 거기에서, 예를 들면 227정도의 소정의 온도로 온도조절된다. 온도조절된 웨이퍼(W)는, 다음에 웨이
퍼 반송 핸들러(21)에  의하여 도포기구(25)로  옮기고,  여기에서 스핀코우트법에 의하여 웨이퍼 뒷면에 
SOG 액을 소정의 막두께로 균일하게 도포한다.

다음에, 이 웨이퍼(W)는, 베이크기구(24)내로 반송되고, 웨이퍼(W)상에  도포된 SOG 액중의 용매를 증발
시킨다. 다음에, SOG 액을 도포한 웨이퍼(W)는, 웨이퍼 반송핸들러(21)에 의하여 표면정화 유니트로 옮겨
지고, 여기에서 열판에 의하여 가열되면서, 동시에 자외선 램프에 의하여 자외선을 조사한다. 이것에 의
하여, 포면정화 유니트 내에 존재하는 산소 02가 184nm부근의 자외선 파장에 의하여 오존 03으로 변하고, 

이 오존 O3 이 다음에 245nm부근의 자외선파장에 의하여 여기되어 산소원자 래디컬 0
*
이 생성된다. 이 산

소원자 래디컬에 의하여 웨이퍼(W)에 도포되어 있는 SOG중의 유기물 CLHMON 이산화탄소 CO2와 물 H2O로 분

해하여 SOG막으로부터 제거된다. 이와같이 SOG막으로부터 유기물이 제거되는 결과, SOG막의 표면이 친수
화된다.

상기와  같이  하여  표면정화처리를  행한  웨이퍼(W)는,  위치결정기구(43)로위치맞춤(오리엔터이션 
플랫맞춤) 및 센터링(중심맞춤)을 받은 후, 인터페이스부(40)내의 반입 ·반출기구(44)에 의하여 보트라
이너(46)상의 어느 것에 웨이퍼 보트(41)로 이송되고, 그 웨이퍼 보트(41)내의 소정의 웨이퍼 수용위치로 
반입된다. 상기와 같은 도포처리부(20)에 있어서의 일련의 도포공정과 인터페이스부(40)에 있어서의 위치
결정기구(43)로부터 웨이퍼 보트(41)로의 이송공정이 반복되고, 이 웨이퍼 보트(41)에는 SOG막 형성후의 
웨이퍼(W)가 차례로 다단으로 적층되도록 하여 수용된다.

계속하여, 웨이퍼 보트(41)에 처리용의 웨이퍼(W) 및 더미웨이퍼(Wd)가 전부 수용되면, 즉 한 롯트분(50
매)의 웨이퍼(W) 및 10매의 더미웨이퍼(Wd)가 수용되며, 반입·반출기구(44) 가 Y방향으로 이동하고, 웨
이퍼 보트(41)가 개구창(75)앞의 보트 받아넘김 위치로 옮겨지고, 여기에서 열처리부(30)측의 이송기구
(35)에 의하여 열처리부(30)의 유니트실내로 반입되고, 상기와 같이 하여 열처리로(31)의 내로 충전된다. 
열처리로(31)에서는, 로에 충전된 웨이퍼 보트(41)내의 1롯트분의 웨이퍼(W)가 소정의 가열온도, 예를 들
면 400내지 450℃로 동시에 어닐링되고, 각각의 SOG막이 큐어된다.

이와 같이 하여 열처리부(30)에서의 웨이퍼 보트(41)내의 1롯트분의 웨이퍼(W)가 배치식의 열처리를 받고 
있는 사이에, 도포처리부(20)에서는 다른 1롯트 분의 웨이퍼(W)가 낱장식으로 1매씩 SOG 도포처리를 행하
고, SOG 도포처리가 끝난 각 웨이퍼(W)가 인터페이스부(40)에 있는 다른 웨이퍼 보트(41)로 차례로 다단
으로 수용된다. 이것에 의하여, 열처리부(30)측에서 열처리가 끝난 웨이퍼 보트(41)가 인터페이스부(40)
의 보트라이너(46)로 돌아을 때에는, 웨이퍼 보트(41)에는 SOG 도포처리가 끝단 웨이퍼(W)가 전부(1롯트
분) 수용되어 있다.

다음의 웨이퍼 보트(41)가 인터페이스부(40)로부터 열처리부(30)로 옮겨지고, 배치식의 열처리가 행하여
지는 사이에, 웨이퍼 보트(41)로부터 열처리가 끝난 웨이퍼(W)가 1매씩 반입·반출기구(44)에 의하여 위
치결정기구(43)로 이송되고, 다시 도포처리부(20)측의 웨이퍼 반송핸들러(21)로 넘긴다.

웨이퍼(W)에 1회 도포로 SOG막을 도포하는 경우, 도포처리부(20)측의 웨이퍼 반송핸들러(21)로 넘긴 웨이
퍼(W)는, 로드·언로드부(10)로 돌아간다. 또한, 이러한 처리가 끝난 웨이퍼(W)의 로드·언로드부(10)로
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의 회수와 병행하여 1 롯트분의 다음의 미처리된 웨이퍼(W)가 도포처리부(20)에서 차례로 낱장식으로 S0G
막이 형성되고, 도포후에 인터페이스부(40)내의 다시 다음의 웨이퍼 보트(41)에 수용된다.

또한, 웨이퍼(W)에 복수회 도포로 SOG막을 형성하는 경우, 1회째의 처리가 종료하여 도포처리부(20)측의 
웨이퍼 반송핸들러(21)로 넘겨진 웨이퍼(W)는, 도포처리부(20)내에서 1회째의 도포공정과 마찬가지의 도
포처리를 반복하여 행하고, 다시 인터페이스부(40)에서 웨이퍼 보트(41)로 들어가서 열처리부(30)로 보낸
다. 이 경우, 도포처리부(20)에서는, 전회 도포된 SOG막을 바탕으로 하여 그위에 새로운 SOG막이 도포되
므로, 그 바탕막의 친수성을 좋게 하도록, 새로운 SOG막의 도포에 선행하여, 정확하게 쿨링기구(23)로 온
도조정하기 전에 표면정화 유니트로 가열·자외선 조사에 의하여 바탕 SOG막으로부터 유기물을 제거하도
록 하여도 좋다. 또한, 상기 복수회 도포의 경우, 도포처리부(20)에서 SOG막을 복수회 도포형성한 후에 
열처리부(30)에서 열처리하도록 동작시켜도 좋다. 

이와 같이, 본 실시예의 기판 처리장치에서는, 웨이퍼(W)에 1매씩 SOG 액을 도포하는 낱장식의 도포처리
부(20)가 인터페이스부(40)의 위치결정기구(43)로 접속됨과 함께, 도포처리부(20)에서 SOG막을 도포된 웨
이퍼(W)를 웨이퍼 보트(41)로 다수매 수용한 상태로 각 웨이퍼(W)상의 SOG막을 동시에 어닐링하여 큐어하
는 배치식의 열처리부(37)가 인터페이스부(40)의 보트라이너(46)에 접속되고, 인터페이스부(40)내에서는 
위치결정기구(43)와 보트라이너(47)의 사이에서 반입 ·반출기구(44)에 의하여 웨이퍼(W)가 1매씩 이송되
도록 되어 있다.

이러한 인터페이스기구에 의하면, 낱장식의 도포처리부(20)와 배치식의  처리부(30)가 인라인화되고, 양
자의 사이에서 웨이퍼(W)를 처리장치외의 대기   노출하는 일이 없이 신슥하고 자유롭게 취급하는 것이 
가능하며, 1회 도포로 SOG막을 형성하는 경우는 물론, 다수회 도포로 SOG막을 형성하는 경우라도 SOG도포
공정과 열처리공정의 일관한 연속처리를 원활하고 효율적으로 행하는 것이 가능하며, 시스템 전체의 수율
을 대폭으로 향상하는 것이 가능하다.

또한 인터페이스부(40)를 양압상태로 피처리체의 이송 또는 보관을 행하는 구성으로 함으로써, 이송 또는 
보관중의 웨이퍼(W)의 SOG막을 수분의 흡수로부터 보호하는 것이 용이하며, 열처리의 시에 크랙을 발생하
기 어렵고, 고품질의 SOG막을 형성하는 것이 가능하다. 이러한 구체적인 수단으로서는, 인터페이스부에 
제습된 청정공기를 공급하여 양압상태를 형성하는 청정공기 공급수단을 들 수있다 또한, 이 경우, 인터페
이스부에, 청정공기 공급수단과, 이 청정공기 공급수단으로부터 다운플로우의 청정공기를 인입하여 배기
하는 배기수단과, 개폐가능 한 문과, 이 문이 열린 때에 배기수단의 동작을 멈추는 배기제어수단을 형성
하는 것이 바람직하다 배기수단을 설치함으로써. 공조기구의 효율을 향상시키는 것이 가능하다. 또한, 인
터페이스부의 문이 열린 경우, 배기제어수단이 작동하여 배기수단의 운전을 멈춘다. 이것에 의하여, 청정
공기 공급수단으로부터의 청정 공기가 문이 열린 곳으로부터 밖으로 유출하여 에어 커튼을 형성하고, 외
기 내지 입자의 유입을 저지한다. 또한, 인터페이스부(40)내의 청정한 다운플로우를 공급하는 기구는, 예
를 들면 로우드·언로우드부(10)내의 공조기구로서 사용하여도 좋다. 이 경우는, 청정한 웨이퍼를 도포처
리부(20)로 넘기는 것이 가능하고, 또한, SOG 도포·열처리가 종료한 웨이퍼를 청정한 상태로 외부의 다
른 처리장치로 넘기는 것이 가능하다.

또한, 본 실시예에 있어서는, 열처리부(30)의 열처리로(31)에 종형 열처리장치를 이용한 예에 대하여 설
명하였으나, 열처리로(31)로서 횡형 열처리장치를 이용하여도 좋다. 인터페이스부(40)내의 위치결정기구
(43),  반입·반출기구(44)  및  보트라이너(46)의  형상  구조도  임의로  변형,  변경하는  것이  가능하다. 
또한, 본 실시예는, 디바이스 제조에 있어서 층간절연막 형성시스템의 외에, 낱장식의 처리장치와 배치식
의 처리장치와의 사이에서 일관한 연속처리를 행하는 임의의 처리시스템에 적용가능하다.

[실시예 3]

웨이퍼(W)에 도포하는 SOG 액중의 시라놀 화합물은, 건조하여, 결정화(응고)하기 쉬운 성질을 가진다. 이 
때문에, SOG 액의 공급계에서 SOG 액중에 기포나 응고한 SOG등의 이물질이 혼입하면, 시라놀 화합물이 건
조함과 함께 응고하여 공급관이나 공급노즐에 부착한 후, 박리하여 이물질 예를 들면 파티클을 발생할 우
려가 있다. 이와 같이 SOG공급계에서의 파티클이 발생하면, 이후의 SOG 액의 도포공정에서 웨이퍼(W)상에 
파티클이 부착하여 웨이퍼를 오염함과 함께 수율의 저하을 초래한다.

또한, 도포공정의 처리액의 배출부에 있어서도, 사용이 끝난 SOG 액중의 시라놀 화합물이 건조 응고하여 
파티클을 발생하고, 그 파티클이 처리실내로 역류하여 웨이퍼를 오염한다고 하는 문제도 있다. 이러한 문
제는 SOG 액 이외에도, 압송가스를 이용하여 처리액을 압송하여 피처리체상에 공급하는 공급계를 가지는 
기판 처리장치에 있어서도 마찬가지로 발생한다.

그래서 본 실시예는, 처리액중에 포함되는 성분의 건조 응고에 의하여 발생하는 이물질이 피처리체에 부
착하는 것을 방지하여 제품수율의 향상을 도모하는 기판 처리장치를 제공한다. 구체적으로는, 본 실시예
에서는, 피처리체에 처리액을 공급하는 처리액 공급노즐과, 이 처리액 공급노즐에 공급관을 통하여 접속
하는 피처리액 수용용기를 구비하고, 상기 공급관에 전환수단을 통하여 세정액을 공급하는 세정액 공급원
을 접속하고 상기 공급관을 흐르는 처리액중의 이물질을 검출하는 검출수단으로부터의 신호에 의하여 상
기 전환수단을 전환하여 상기 공급관 및 처리액 공급노즐에 상기 세정액을 공급하는 기판 처리장치를 제
공한다.

여기서, 공급관에 전환수단을 통하여 치환 가스를 공급하는 치환가스 공급원을 접속하고, 공급관을 흐르
는 처리액중의 이물질을 검출하는 검출수단으로부터의 신호에 의하여 상기 전환수단을 전환하여 공급관 
및 처리액공급노즐에 세정액을 공급하여 세정한 후, 치환가스를 공급하도록 하는 것이 바람직하다.

또한, 처리액 수용용기에 처리액의 하한 액면을 검출하는 액면검출수단을 착설하여, 이 액면검출수단으로
부터의 신호에 의하여 전환수단을 전환하여 처리액 수용용기 및 공급관에 세정액을 공급하여 세정한 후, 
공급관에 치환가스를 공급하도록 하는 것이 바람직하다.

본 실시예의 기판 처리장치에 있어서는, 상기 공급관에 세정기능을 구비하는 것이 가능하나, 공급관 이외
의 처리액 공급계의 처리액 공급노즐에도 세정기능을 구비하는 쪽이 바람직하다. 이 경우, 처리액 공급노
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즐에 세정기능을 가지게 하는 수단으로서는 예를 들면 처리액 공급노즐에의 대기위치와 더미 디스펜스위
치를 독립시켜, 각각에 세정기능을 구비하는 것이 가능하다. 또한, 처리액의 공급계 이외에 배액계 및 배
기계에도 세정기능을 구비하는 쪽이 바람직하다.

상기와 같이 구성되는 본 실시예의 기판 처리장치에 의하면, 공급관에 전환수단을 통하여 세정액 공급원
을 접속하고, 공급관을 흐르는 처리액중의 이물질을 검출하는 검출수단으로부터의 신호에 의하여 전환수
단을 전환함으로써, 공급관내에 세정액을 공급하여 공급관 및 처리액 공급노즐내를 세정하는 것이 가능하
다. 따라서 피처리체로의 이물질의 부착을 방지하여 제품 수율의 향상을 도모 할 수 있다. 또한, 공급관
에 전환수단을 통하여 세정액 공급원 및 치환가스 공급원을 접속하고, 공급관을 흐르는 처리액중의 이물
을 검출하는 검출수단으로부터의 신호에 의하여 전환수단을 전환함으로써. 용기 및 공급관내에 세정액을 
공급하여, 유기, 공급관 및 처리액 공급노즐내를 세정한 후, 세정후 용기, 공급관내에 치환가스를 공급하
여, 이후의 처리에 대비하는 것이 가능하다.

또한. 처리액 수용용기에 처리액의 하한 액면을 검출하는 액면검출수단을 착설하여, 액면검출수단으로부
터의 신호에 의하여 전환수단을 전환함으로써 처리액 수용용기내의 처리액이 소정량 이하로 된 때, 전환
수단이 동작하여 세정액이 공급관 및 처리액 공급로즐내로 흘러서 공급관 및 처리액공급노즐을 세정하는 
것이 가능하다. 또한 공급관 및 처리액 공급노즐을 세정한 후, 공급관내에 치환가스를 공급하여 공급관내
를 퍼지하고, 그 후, 압송가스를 공급하여 처리액 공급노즐을 더미 디스펜스하는 것이 가능하다. 

본 실시예의 기판 처리장치의 구체적인 예를 이하에 설명한다. 제36도 및 제37도는, 도포처리부(20)를 도
시하는 도면이다. 이 도포장치는, 제36도 및 제37도에도시한 바와 같이. 웨이퍼(W)를 진공흡착 유지하여 
이것을 수평회전 시키는 스핀척(220)과, 스핀척(220)을 포위하는 바닥을 가진 원통형상의 처리컵(221)과, 
처리액, 예를 들면 SOG 액의 공급노즐(225)을 스핀척(220)상 및 노즐 대기부(222)상에 선택이동하는 노즐 
반송아암(223)과, 이 노즐반송 아암(223)을 이동시키는 이동기구(224)로 주요부가 구성되어 있다. 

스핀척(220)의 하단부는, 스핀척(220)  및 웨이퍼(W)를 소정의 회전속도로 회전시키기 위한 모터(226)의 
회전축(227)에  고정되어 있다.  처리컵(221)은,  스핀척(220)의  웨이퍼유지부(220a)의  주위를 둘러싸도록 
등심원 형상으로 설치된 안 컵(228)과, 이들 스핀척(220) 및 안 컵(228)을 수용하여 내부에 처리공간을 
형성하는 바깥 컵(229)으로 구성되어 있다. 바깥 컵(229)의 바닥부에는, 배기구(230)와 배액구(231)가 설
치되어 있다. 배기구(230)에는, 배관(232)을 통하여 도시하지 않은 배기장치가 접속되어 있으며, 웨이퍼
(W)에 SOG 액을 도포처리를 행하는 때에 비산하는 SOG 액이나 파티클을, 처리부내의 분위기와 함께 배기
구(230)로부터 배출할 수 있도록 되어 있다. 또한 배액구(231)에는, 배관(233)을 통하여도시하지 않은 폐
액수용 탱크가 접속되어 있어서, 바깥 컵(227)의 내면이나 안 컵(228)을 전하여 낙하하고, 바깥 컵(229)
의 바닥부에 접속되는 SOG 액 등을 배액구(231)로부터 배출·회수할 수 있도록 되어 있다.

처리컵(221)내의 표면에는, 웨이퍼(W)의 회전에 의하여 흩날려 날아오른 SOG 액이 부착한다. 이것을 그대
로 놓으면 결정화하여 응고하고, 파티클 발생원으로 되거나, 또는 컵(221)내의 기류를 흩트려서, 도포균
일성을 악화시킨다. 그 때문에, 적절히 세정할 필요가 있다. 그래서, 제37도에 나타낸 바와 같이, 바깥 
컵(229)의 상부개구 둘레부(229b)에는, 바깥 컵 내면(229a)으로 이소프로필알콜(IPA)등의 세정액(R)을 내
려흘리기 위한 슬릿형상의 세정액 토출구멍(235)이 전체 둘레에 걸쳐서 적절한 간격을 두고 복수개 형성
되어 있다. 또한, 안 컵(228)의 상단부에는, 안 컵(228)의 바깥쪽 경사면(228a)으로 세정액(R)을 내려흘
리기 위한 슬릿형상의 세정액 토출구멍(236)이 전체 둘레에 걸쳐서 적절한 간격을 두고 복수개 형성되어 
있다. 이들 세정액 토출구멍(235, 236)은, 바깥 컵(229)과 안 컵(228)의 내부에 각각 형성된 고리형상의 
액류부(239, 238)에 연이어 통하며 후술하는 세정액 공급원(도시 안됨)으로부터 온도조절수단 및 유량조
절수단을 통하여 각 액류부(239, 238)로 세정액(R)을 공급함으로써. 적절한 유량·온도로 세정액(R)이 세
정액토출구멍(235, 236)으로부터 토출되도록 되어 있다. 이 세정액(R)의 흘러내림에 의한 처리컵(221)의 
세정처리는, 예를 들면 1매의 웨이퍼(W)에 대한 SOG 액 도포처리가 종료하는 때에 행해진다.

또한, 안 컵(228)의 안쪽에 있는 베이스부재(240)등, 컵 세정, 사이드린스, 백 린스 등에 이용되는 시클
로 핵사논 등의 유기용제에 의하여 부식되기 쉬운 세정이 곤란한 부재는, 표면에 타프람 처리를 행하여 
내약성을 향상시켜 놓는다. 즉, 제38도에 나타낸 바와 같이, 베이스 부재(240)의 표면에 알루미늄 산화막
(240a)을 형성하고, 이 알루미늄 산화막(240a)의 표면에, 내약품성을 가지는 예를 들면 불소수지 등으로 
이루어지는 도포막(240b)을 형성하고, 내약품성을 가지게 할 수 잇다. 또한, 처리 컵(221) 근방에 배치되
며. SOG의 액이 부착할 우려가 있는 구성부재, 예를 들면 에어 실린더 등의 에어배관에는, 시클로 핵사논
에 내성이 있는 예를 들면 불소수지제튜브를 사용한다. 

또한, 처리 컵(221)의 배기구(230) 및 배액구(231)와 배관(232, 233)의 접속부는, 제37도에 나타낸 바와 
같이,  배기구(230),  배액구(231)에  착설된 노즐(242)에,  배관(232,  233)의  앞끝단에 착설된 쟈켓 부재
(244)를 씌워서 고정한 구조로 되어 있다 쟈켓부재(244)에는, 그 내부에 배관(232, 233)과 같은 지름의 
뚝(245)을 설치함으로써 안쪽 둘레면을 따라서 액류홈(246)이 형성됨과 함께, 쟈켓 부재(244)의 벽부를 
관통시켜 액류홈(246)으로 세정액(R)을 공급하기 위한 세정액 공급관(247)이 설치되어 있다. 그리고, 후
술하는 세정액 공급원(도시 안됨)으로부터 세정액 공급관(247)을 통하여 액류홈(246)으로 세정액(R)을 공
급하고, 뚝(245)을 서서히 오버플로우 시킴으로써, 세정액(R)을 배관(232, 233)의 안둘레면 전체로 균일
하게 흘러내려서 항상 세정이 행해지도록 되어 있다. 

SOG 액 공급노즐(225)은, 제40도에 나타낸 바와 같이. SOG공급관(250)을 통하여 SOG 액 수용용기(251)로 
접속되어 있다. SOG 액 수용용기(271)에는, 그 내부에 압송가스 예를 들면 헬륨(He)가스를 유량제어하면
서 SOG 액을 압송하는 압송가스 공급원(252)이 압송관(248)을 통하여 접속되어 있다. 여기서, 압송가스로
서 He가스를 사용한 이유는, He은 SOG 액에 녹을 가능성이 적고, 또한, SOG 액에 녹더라도 악영향을 끼치
는 일이 없기 때문이다. 따라서. 이들 악영향을 발생하지 않는 가스라면 He가스 이외의 가스라도 좋다.

상기 SOG 공급관(250)에는, SOG 공급노즐(225)측으로부터 차례로, 색백밸브(216a) 개폐밸브(216b), 필터
(216c) 및 제1의 3방향 전환밸브(217a)(전환수단)이 끼워 설치되어 있으며, 제1의 2방향 전환밸브(217a)
의 SOG 공급관(250)으로 접속하는 이외의 포트(218a)에는, 세정액 공급관(247)을 통하여 예를들면 메타놀 
등의 세정액의 공급원(253)이 접속되어 있다. 세정액 공급관(247)에는, 제2의 3방향 전환밸브(217b)가 끼
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워 설치되며, 이 제2의 3 방향 전환밸브(217b)의 세정액 공급관(247)에 접속하는 이외의 포트(2187)에는, 
예를 들면 질소(N2)가스등의 치환가스 공급원(254)이 접속되어 있다. 한편, 압송관(248)에는 제3의 3방향 

전환밸브(217c)가 끼워 설치되어 있으며, 이 제3의 3방향 전환밸브(217c)의 압송관(248)에 접속하는 이외
의 포트(218c)에는 세정액 공급관(247)으로부터 분기되는 바이패스관(217a)을 통하여 상기 세정액 공급원
(273)이 접속되어 있다. 그리고, 바이스패스관(217a)에는, 제4  3방향 전환밸브(217d)가 끼워 설치되며, 
이 제4의 3방향 전환밸브(217d)의 바이패스관(217a)에 접속하는 이외의 포트(218d)에는 상기 치환가스공
급원(254)이 접속되어 있다.

한편, SOG 공급판(250)에 설치되어 있는 필터(216c)의 하류측에는 제41도에 나타낸 바와 같이, SOG 공급
관(250)내를 흐르는 기포나 SOG 액이 변질응고한 고형물(B) 등의 이물질을 검출하는 수단, 예를 들면 투
광소자(219a)와 수광소자(219b)로 이루어지는 광투광형의 센서(219c)가 설치되어 있으며, 이 센서(219c)
로부터의 신호가 중앙연산처리장치(219d:CPU)로 전달되어, CPU(219d)에 미리 기억된 정보와 비교 연산처
리되고, 그 출력신호가 표시수단, 예를 들면 알람발생장치(219e) 또는 상기 제1내지 제4의 3방향 전환밸
브(217a) 내지 (217d)로 전달되도록 되어 있다. 또한, 이 경우, 적어도 센서(219c)의 투광소자(219a)와 
수광소자(219b)가  위치하는 부분은 투명제부재로 형성되어,  투광소자(219a)로부터의 광을 수광소자(219
b)가 감지할 수 있도록 되어 있다(제41도 참조). 또한, 이물질의 검출수단은 광투과식에 한하지 않고 초
음파식을 이용하여도 좋다.

또한, SOG 액 수용용기(251)의 하부 측면에는, 용기(251)내의 SOG 액(L)의 하한량을 검출하는 정전용량 
센서(219f)가 설치되어 있으며, 이 정전용량 센서(219f)로부터의 신호가 상기 CPU(219d)로 전달되고, 상
술한 바와 같이 CPU(219d)로부터의 출력신호가 CPU(219d)에 미리 기억된 정보와 비교연산처리되고, 그 출
력신호가 알람발생장치(219e) 또는 상기 제1내지 제4의 3 방향 전환밸브(217d)로 전달되도록 되어 있다.

상기와 같이 구성함으로써. SOG 액 수용용기(241)내의 SOG 액(L)이 소정량 이하로 감소하면, 정전응량 센
서(219f)가 작동하고, 그 신호가 CPU(219d)로 전달된다. 그리고, CPU(219d)로부터의 출력신호에 의하여 
제3 및 제4의 3방향 전환밸브(217c, 217d)가 작동하여 세정액 공급원(253)측에 자동적으로 전환하여 용기
(251) 및 SOG 공급관(250)내로 세정액이 공급되고, 용기(251)내, SOG공급관(250) 및 SOG 노즐(225)내가 
자동적으로 세정된다. 다음에 미리 정해진 기간세정한 후, CPU(219d)의 제어로 제4 의 3 방향 전환밸브
(217d)가 전환되어 치환가스 공급원(254)으로부터 치환가스가 SOG 공급관(250)내로 공급되어 SOG 공급관
(250)내로를 질소(N2)가스로 치환된다. 그 후,  제3의 3방향 전환밸브(217c)가전환되어 압송관(248)내를 
He가스로 퍼지한다 그리고, 용기(251)내로 새로운SOG 액을 소정량 공급한 후, 압송가스(He가스)로 가압하
여 SOG  공급노즐(225)을  웨이퍼(W)  위쪽으로부터 대기위치 [제42(a)도에  나타낸 더미디스펜스 위치(26
7)]로 회피시킨 상태에서 더미디스펜스하는 것이 가능하다. 

또한 SOG 액 수용용기(251)내로는 SOG 액(L)이 존재하지만, SOG공급관(250)내를 기포 B등의 이물질이 통
과하면, 센서(219c)가 작동하고, 그 신호가 CPU(219d)로 전달된다 그리고, CPU(219d)로부터의 출력신호에 
의하여 제1의 3방향 전환밸브(217a)가 세정액 공급원(253)측으로 전환되어 필터(216c), SOG 공급관(250)
내로 세정액이 공급되어 필터(216c) 및 SOG공급관(250)내가 세정된다. 

다음에, CPU(219d)로 부터의 출력신호에 의하여 제2의 3방향 전환밸브(217b)가 치환가스 공급원(254)측으
로 전환되어 SOG 공급관(270)내로 N2 가스가 공급되고 SOG 공급관(250)내가 퍼지된다. 그리고, 제1의 3방
향 전환 밸브(217a)가 원래의 상태대로 돌아가 He가스로 SOG 액(L)이 가압되어 더미디스펜스하는 것이 가
능하다 또한, 세정액 공급원(253)은, 세정액 공급관(247)으로부터 분기되는 분기관(217b)을 통하여 SOG 
공급노즐(225)이나 노즐대기부, 사이드 린스부, 컵 세정부 및 배액 배기부에 접속되고, 이들에 세정액을 
공급하여 세정에 제공하도록 되어 있다. 또한, 제40도에 있어서, 참조번호(216d)는 압력조정용의 레글레
이터, 참조번호(216e)는 유량계, 참조번호(216f)는 압송관(248)내의 He가스를 대기중으로 배출하기 위한 
3방향 밸브를 나타낸다.

상기 SOG 공급관(250) 및 압송가스 공급원(252)의 압송관(257)에는, 시클로헥산에 대한 내약품성을 고려
하여 불소수지제튜브가 사용되고 있다 또한, SOG수용용기(251) 및 압송가스 공급원(252)은, SOG 도포처리
부의 옆의 약품저장부에 설치된 것으로서, SOG 액 수용용기(251)내의 SOG 액(L)의 온도가, 약품저장부내
의도시하지 않은 온도조절수단에 의하여 10℃전후로 유지된다 SOG  액  공급노즐(225)  즌방의 SOG공급관
(250)도중에는, 도포처리에 제공되는 SOG 액(L)의 온도를, 예를 들면 23℃정도의 상온으로 온도조정하기 
위한 온도조절수단으로서 열교환기(255)가 설치되어 있다. 이 열관환기(255)는, SOG 공급관(250)의 도중 
일부를 수용한 열교환기 본체(255a)내로 온도조정수(256)를 순환시켜서 온도조절수(256)와 SOG 액 (L)을 
배관(250)의 관벽을 통하여 열교환시키는 것이다. 또한, 이것과 마찬가지의 온도조절수단을 SOG 액 공급
노즐(225)에 설치하는 것이 바람직하다. 

또한, SOG 공급관(250)에는, 제39(a)도에 나타낸 바와 같이, 표면에 대전방지막(257)이 도포 형성되며. 
이것에  도선(259)을  통하여  장치의  본체  프레임(260)등이  접지되어 있다.  이것에  의하여,  SOG 공급관
(250) 또는 웨이퍼(W)로의 정전기에 의한 파티클의 부착 혼입을 방지할 수 있다. 또한, 대전방지막(257)
이 대신에 제39B도에 나타낸 바와 같이, SOG 공급관(250)의 표면에 예를 들면 도전성 테이프(258)를 감아 
붙여도 좋다.

SOG  도포처리부의  노즐대기부(222)에는,  불사용의  노즐을  유지하는  노즐유지부(266)와,  노즐 반송아암
(223)에 유지된 사용중의 노즐(225)로부터 실제의  도포처리용 이외에 소정량의 SOG 액(L)을 토출시켜서 
변질한 SOG 액을 폐기하고, 또한, 노즐(225)의 막힘을 방지하기 위한 더미디스펜스부(267)와, 사용중의 
노즐(225)을 일시적으로 대기시켜 놓기 위한 일시대기부(268)가 설치되어 있다. 또한, 스핀척(220)에 관
하여 노즐대기부(222)와 반대측에는, 웨이퍼(W)의 주변부에  도포된 SOG를 응해제거하기 위한 사이드 린
스용 노즐대기부(222A)가 설치되어 있다.

더미 디스펜스부(267)는, 제42(a)도에 나타낸 바와 같이, 상하로 관통구멍(270)이 형성된 내외 2중 구조
의 고리형상 블록(269)으로 이루어지며, 관통구멍(270)내에 노즐(225)을 삽입시켜서 SOG 액(L)을 도출시
키고 관통구멍(270)의 하단부에 접속된 배액관(274)을 통하여 배출하는 구조로 되어 있다. 고리형상블륵
(279)의 안쪽부재(277) 및 배액관(274)은, 내약품성을 가지는 불소수지 등의 재료가 이용되고 있다. 안쪽
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부재(271)에는, 그 안둘레벽부를 뚝(273)으로 하여 남긴 고리형상의 액류홈(272)이 형성되고, 고리형상 
블록(269)의 댁부를 관통시켜서 액류흠(272)으로 세정액 R, 예를 들면 IPA를 공급하기 위한 세정액 공급
유로(275)가 설치되어 있다. 그리고,도시하지 않은 세정액 공급원으로부터 세정액 공급유로(275)를 통하
여 액류홈(272)으로 세정액 R을 공급하고, 뚝(273)을 서서히 오버플로우 시킴에 의하여, 세정액 R을 배액
관(274)의 안둘레면 전체에 균일하게 흘려내려서 세정할 수 있도록 되어 있다. 또한, 고리형상 블록(26
9)의 노즐 삽입위치에는, 벽부를 관통시켜서 퍼지가스도입유로(267)와 배출유로(277)가 대칭으로 형성되
어 있으며, 노즐(225)의 주위에 질소(N2)가스등의 청정한 퍼지가스를 공급함에 의하여, 청정한 분위기중에

서 더미 디스펜스 처리를 행하는 것이 가능하도록 되어 있다

이 더미 디스펜스부(267)는, 노즐(225)의 주위를 세정하는 때에도 사용된다. 그 경우, 예를 들면 제42
(a)도에 나타낸 바와 같이, 노즐본체(225a)의 측부에 세정액공급관(278)을 접속하고, 세정액 공급관(27
8)으로부터의 세정액을 노즐 본체(225a)내의 유로(279)를 통하여 노즐(225)의 기부에 공급하여 흘려보냄
으로써, 노즐(225)의 주위를 세정하는 것이 가능하다. 또한, 노즐(225)의 바깥둘레에 관체의 쟈켓(280)을 
동축적으로 설치하고, 노즐(225)의 앞끝단축과 쟈켓(280)을 연통로(280a)로서 연이어 통하게 함으로써 노
즐(225)의 앞끝단부에 세정액을 공급하도록 하면, 보다 효과적으로 노즐(225)의 주위를 세정할 수 있다.

또한, 일시대기부(268)는, 제42(b)도에서 나타낸 바와 같이, 내외 2중구조의 탱크체 블록(281)으로 이루
어지며, 탱크체 블록(281)의 바닥부(281a) 근방의 벽부를 관통시켜서 탱크(282)내로의 SOG 액의 용매인 
에틸알콜을 공급하기 위한 용매공급유로(283)가 설치됨과 함께 노즐(225)의 삽입위치 근방의 벽부를 관통
시켜서 용매배출유로(284)가 형성되어 있다. 그리고, 도시하지 않은 세정액 공급원으로부터 용매공급유로
(283)를 통하여 탱크(282)내로 세정액 R(용매)을 공급하고, 용매배출유로(284)로부터 유출시킴으로써, 탱
크(283)내의  세정액  R의  저장량이 항상  일정량으로 유지되도록 되어  있다.  따라서,  노즐(225)을 탱크
(282)내로  삽입하고,  상부  개구부(282a)를  노즐  본체에 의하여 폐쇄함으로써,  탱크(282)내의 용매액면
(285a)보다 위쪽의 공간이 세정액 R의 포화분위기로 차고, 일시대기중에 노즐 앞끝단부(225b)의 SOG 액이 
응고하는 것을 방지할 수 있다

또한, 베이크 기구, 쿨링기구, 인터페이스부, 및 열처리부의 구성은 상기 실시예 1 및 실시예 2에 나타낸 
것과 마찬가지이다.

다음에 상기와 같이 구성되는 SOG 도포·가열장치의 동작상태에 대하여 설명한다. 또한, 여기서, 본 실시
예의 특징부분의 도포처리에 대하여 설명한다. 

그 밖의 베이크 기구 쿨링기구 인터페이스부, 및 열처리부 사이의 반성이나 처리에 대하여는 상기 실시예 
1 및 실시예 2에 나타낸 것과 마찬가지이다.

먼저, 제1도 및 제2도에 나타낸 바와 같이, 로드 언로드부(10)의 웨이퍼 반송용 아암(14)을 미처리 웨이
퍼(W)를 수용하는 캐리어 카세트(11)의 앞까지 이동하여 캐리어 카세트(11)로부터 웨이퍼(W)를 수취하여 
받아넘김 위치까지 반송한다. 받아넘김 위치로 반송된 웨이퍼(W)는 웨이퍼 반송핸들러(21)에 의하여 수취
된 후, 쿨링기구(23)로 반송되어 소정의 온도로 냉각된다. 그리고, 다시 웨이퍼 반송 핸들러(21)에 의하
여 수취되어 SOG 도포처리부(20)까지 반송되고, SOG 도포처리부(20)의 스핀척(220)상에 얹어놓인다.

스핀척(220)상에 얹어놓인 웨이퍼(W)가 스핀척(220)과 함께 회전하면, SOG 공급노즐(225)이 노즐반송아암
(223)에 의하여 유지되어 웨이퍼(W)상에 이동하여 SOG 액을 적하한다. 이 때, 웨이퍼(W)는 고속회전(2000 
내지 6000rpm)하고 있으므로, 원심력에 의하여 SOG 액은 웨이퍼(W)의 둘레부로 향하여 확산하여 웨이퍼상
에 SOG막이 형성(도포)된다. SOG 액의 적하는, 웨이퍼(W)가 정지중에도 좋고, 저속회전중에도 좋다. SOG
막이 형성된 후, 웨이퍼상에 사이드린스 공급노즐이 이동하여 웨이퍼(W)의 주변부의 SOG막은 린스액에 의
하여 용해제거된다.

이와 같이 하여 도포처리가 행해진 웨이퍼(W)는 웨이퍼반송핸들러(21)에 의하여 수취되어 베이크기구(2
4)로 반송된다. 또한 웨이퍼 반송핸들러(21)를 복수 설치하여, 도포가 끝난 웨이퍼(W)를 반출한 후, 도포
되지 않은 웨이퍼(W)를 반입하는 조작을 행하도록 하여도 좋다. 여기서 약100 내지 140℃의 온도로 가열
되어 SOG 액중의 용매(예를 들면 에틸알콜)가 증발된다 이 베이크기구(24)에 의한 프리베이크 공정이 종
료한 웨이퍼(W)는, 다시 웨이퍼 반송핸들러(21)에 의하여 수취되어 인터페이스부측으로 반송되어 중간받
아넘김대(286)로 옮기고, 웨이퍼(W)가 위치결정된다. 이 위치결정은, 예를 들면, 웨이퍼(W)를 회전시켜서 
광전적으로 오리엔테이션 플랫 위치를 미리 정해진 위치로 맞춤으로써 행한다.

소정의 위치로 위치결정된 웨이퍼(W)는, 반입 ·반출기구(44)에 의하여 수취된 후, 보트라이너(46)상에 
얹어놓인 빈 웨이퍼 보트(41)내에 정렬된 상태로 반입된다. 이와 같이 하여 웨이퍼 보트(41)내에는, 도포
처리부(20)에서 낱장처리된 웨이퍼(W)가 차례로 반입되어, 웨이퍼 보트(41)로 서정매수 예를 들면 50매의 
웨이퍼(W)가 반입된다. 웨이퍼 보트(41)의 소유가능한 매수(예를 들면 60매)에 미치지 않는 부족부분에는 
더미 웨이퍼 보트(45)에 수용되어 있는 더미웨이퍼(Wd)가 반입 반출기구(44)에 의하여 웨이퍼 보트(1)내
로 반입된다.

웨이퍼 보트(41)에 소정매수의 웨이퍼(W)와 더미웨이퍼(Wd)가 반입되면, 보트라이너(47)가 소정거리 이동
하여, 웨이퍼 보트(41)는 열처리부(30)의 연이어 통하는 위치로 이동되고, 이송기구(35)에 의하면 열처리
로(31)의 프로세스 튜브(32)내로 반입된다. 그리고, 열처리로(31)에 의하여 웨이퍼(W)를 약 400℃의 온도
로 가열함으로써 웨이퍼(W) 표면에 도포된 SOG막이 열처리, 예를 들면 굳어진다. 또한, 웨이퍼(W)가 열처
리되고 있는 사이, 다른 웨이퍼 보트(41)에는 상술한 바와 마찬가지의 순서로 웨이퍼(W)가 반입된다.

열처리로(31)에서의 가열처리가 행해진 후, 보트 엘리베이터가 하강하여 웨이퍼 보트(41)가 열처리로(3
1)의 아래쪽으로 취출되면, 상술한 바와 반대의 동작에 의하여 이송기구(35)가 웨이퍼 보트(41)를 수취한 
후, 보트라이너(46)의 보트 엊어놓는 위치로 이동하여 보트라이너(46)상에 웨이퍼 보트(41)를 
받아넘긴다. 보트라이너(46)는 웨이퍼 보트(41)를 수취한 후, 소정거리 이동하여 다른 웨이퍼 보트(41)를 
연이어 통하는 위치로 이동하여 상술한 바와 마찬가지로 반입·반출기구(44)에 의하여 웨이퍼 보트(41)로
부터 반출되어 도포처리부(20)의 웨이퍼 반송핸들러(21)로 수취한 후, 로드·언로드부(10)의 웨이퍼 반송
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용 아암(14)에 의하여 처리끝남용 웨이퍼 카세트(12)내로 수용되고, 처리공정이 종료한다.

또한, 본 실시예에 있어서는, 웨이퍼(W)의 표면에 SOG막을 일회 도포하는 경우에 대하여 설명하였으나, 
SOG막을 2회 도포하는 경우에는, SOG 도포처리부에서 SOG막을 도포하고, 베이크기구(24)에서 SOG 액중의 
용매를 증발시킨 후, 웨이퍼(W)를 인터페이스부(40)의 웨이퍼 보트(41)내로 반입하고, 그리고 다시 반입
·반출기구(44)에 의하여 웨이퍼 보트(41)로부터 반출하여 도포처리부(20)의 웨이퍼 반송핸들러(21)로 받
아넘겨서, 상술한 바와 마찬가지로, 쿨링기구(23)에서 냉각 한 후, 도포처리부(20)에서 2 회째의 SOG막을 
형성하고, 그리고 베이크기구(24)로 반송하여 SOG 액중의 용매를 증발한다. 이와 같이 하여, 2회째의 SOG
막이 형성된 웨이퍼(W)는, 반입 ·반출기구(44)에 의하여 차례로 웨이퍼 보트(41)에 반입되어 웨이퍼 보
트(41)내로 소정 매수의 웨이퍼(W)가 수용된 후, 열처리로(31)의 프로세스 튜브(32)내로 반입되고, 열처
리로(31)에 의하여 열처리된다. 열처리된 웨이퍼(W)는, 인터페이스부(40)로 반송된 후, 도포처리부(20)의 
웨이퍼반송 핸들러(21)에 의하여 로드 언로드부(10)의 웨이퍼 반송용 아암(14)에 의하여 처리끝남용 캐리
어 카세트(12)내로 수용되고, 처리공정이 종료한다.

또한, 웨이퍼(W)에 SOG막을 2회 도포하는 다른 방법으로서. 웨이퍼(W)상에 SOG액을 반속하여 웨이퍼(W)상
에 다층의 SOG막을 형성하는 것이 가능하다. 상기와 같이, 배선패턴이 형성된 웨이퍼(W)의 표면에 SQG 액
을 도포하여 SOG막을 형성하고, 열처리에 의하여 SOG막을 소정하는 SOG 도포·가열장치에 있어서, SOG 공
급관(250)에, SOG 공급관(250)내를 흐르는 기포등의 이물질을 검출하는 센서(217c)를 설치하고, 이 센서
(219c)의 동작에 의하여 SOG 액공급계의 SOG 공급관(250) 및 SOG 공급노즐(225)에 세정액을 
공급함으로써, SOG 공급관(250) 및 SOG 공급노즐(225)내를 자동적으로 세정할 수 있다. 따라서, 기포나 
SOG 액의 건조·응고에 의하여 발생하는 파티클이 웨이퍼(W)로 공급되는 것을 미연에 방지가능하게 되고, 
웨이퍼(W)의 오염을 방지하는 것이 가능함과 함께, 제품수율의 향상을 도모하는 것이 가능하다. 또한 SOG 
액 수용용기(251)의 하부 외측에, 용기(251)내의 SOG 액(L)의 감소를 검출하는 정전용량 센서(219f)를 설
치하고, 이 정전용량(219f)의 작동에 의하여 SOG 액 수용용기(251) 및 SOG 공급관(250)내를 자동적으로 
세정하는 것이 가능하고, 상기와 마찬가지로 SOG 액의 건조·응고에 의한 파티클의 발생을 방지하고, 제
품수율의 향상을 도모하는 것이 가능하다. 

또한, 본 실시예에서는, 본 발명의 기판 처리장치를 웨이퍼(W)의 SOG도포 열장치에 적용한 경우에 대하여 
설명하였으나, 피처리체는 웨이퍼 이외의 예를 들면 LCD 기판 등에도 적용할 수 있으며, SOG 액 이외의 
처리액을 피처리체에 도포처리하는 것에도 적용가능한 것은 물론이다.

이와 같이, 본 실시예의 기판 처리장치는 상기와 같은 구성되어 있으므로, 공급관을 흐르는 처리액중의 
이물질을 검출할 때, 처리액 공급관내로 세정액을 공급하여 공급관 및 처리액 공급노즐내를 자동적으로 
세정하는 것이 가능하며, 피처리체로의 이물질의 부착을 방지하여 제품수을의 향상을 도모할 수 있다.

또한, 용기 및 공급관내로 세정액을 공급하여 용기, 공급관 및 처리액공급노즐내를 자동적으로 세정한 
후, 세정후 용기, 공급관내로 치환가스를 공급하고, 이후의 처리에 대비하는 것이 가능하다. 또한 처리액 
수용용기내의 처리액이 소정량 이하로 된 때, 공급관 및 공급노즐을 자동적으로 세정하는 것이 가능하며, 
피처리체의 오염방지 및 제품수율의 향상을 도모하는 것이 가능하다.

이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 기판 처리장치는, 도포처리된 복수매의 피처리체를 동시에 가열처리하
는 것이 가능하며, 연속하여 도포가열이 가능하므로, 수율의 향상을 도모하는 것이 가능함과 함께, 도포
처리된 피처리체는 외부의 대기에 노출되는 일이 없으므로, 흡습이나, 유기물이나 미세한 먼지 등이 부착
하는 일이 없고, 제품수율의 향상을 도모할 수 있다. 또한, 이동수단상에 더미용 피처리체를 수용하는 더
미용 피처리체의 유지수단을 얹어놓았으므로, 유지 수단에 피처리체를 반입할 때, 유지수단이 보유할 수 
있는 매수에 미치지 않는 부족부분에 더미용 피처리체를 반입하여, 항상 유지수단이 보유하는 매수의 피
처리체 및 더미용 피처리체를 유지수단에서 유지하여 열처리하는 것이 가능하며, 피처리체의 열처리를 균
일하게 행하는 것이 가능하고, 도포막의 균일화를도모할 수 있다 또한, 인터페이스부에 복수의 유지수단
을 배열설치하고, 피처리체 공급부에, 인터페이스부에 배열설치한 유지수단의 수보다 한개 적은 수의 유
지수단이 보유하는 매수의 피처리체를 준비함으로써. 예비의 유지수단에 도포처리가 끝난 피처리체를 대
기시키는 것이 가능하므로, 복수회 도포처리를 행하는 것이 가능하다. 또한, 유지수단을 세정하는 경우나 
교환하는 경우에 있어서도 장치전체의 가동을 정지하는 일이 없이 도포처리 및 가열처리를 연속하여 행할 
수 있다. 

[실시예 4]

웨이퍼 등의 피처리체는, 세정이 실시된 후에 막형성 등이 행해진다. 본 실시예에서는, 막형성공정에 있
어서, 박막형성과 박막이 용제의 증발·도포막의 열처리마무리를 동일한 열처리로내에서 행하는 것이 가
능한 막형성 방법 및 그 장치를 제공한다. 구체적으로는, 고속의 승온 및 강온이 가능하며, 피처리체에 
막형성 처리를 포함하는 열처리를 행하는 것이 가능한 열처리로와, 복수의 상기 피처리체를 유지하여 상
기 열처리로에 대하여 반입·반출하기 위한 반송수단과, 상기 피처리체에 처리액을 도포하는 도포처리부
와, 상기 유지구와 상기 도포처리부의 사이에서 상기 피처리체의 받아넘기기를 행하는 것이 가능한 옮겨
싣기수단과, 상기 피처리체에 반송, 옮겨싣기, 및 열처리의 온도의 제어를 행하는 제어부를 구비하는 것
을 특징으로 한다.

이러한 구성에 있어서는, 먼저, 배선회로 등이 형성된 피처리체를 열처리로내로 도입하고, 이것에 제1의 
절연막, 예를 들면 실리콘 산화막을 막형성한다. 계속하여, 제1의 절연막이 형성된 피처리체를 옮겨싣기
수단에 의하여도 포처리부로 반송하고, 이 표면에 처리액, 예를 들면 SOG 액을 원심력을 이용하여 한매씩 
낱장으로 도포한다. 처리액이 도포된 피처리체를 유지구에 소정의 매수 수용시켜서. 이것을 다시 열처리
로 내로 도입한다. 열처리로내에서는, 피처리체는 온도가 낮은 제1의 온도까지 고속숭온되어 이 온도에서 
소정시간 가열됨으로써, 상기 처리액중의 휘발성분이 증발된다. 다음에, 제1의 온도보다 높은 제2의 온도
로  다시  승온되어  도포층이  마무리  열처리되고,  표면이  평탄한  제2의  절연막이  형성되는  것을  된다. 
또한, 열처리후의 피처리체는, 상온까지 고속 강온되고, 다음의 공정으로 옮긴다. 이와 같이, 고속승온·
고속강온이 가능한 열처리로에 의하여, 막형성처리 및 도포충의 건조·마무리 열처리가 행하여지므로, 종
래 필요로 된 CVD 막형성용의 열처리로나 핫플레이트를 필요로 하지 않는 것이 가능하며, 처리의 신속화
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를 도모함과 함께 장치의 설치공간을 대폭으로 삭감하는 것이 가능하다.

본 실시예에 관한 열처리로에 있어서는, 막형성 처리를 행하기 위하여 처리가스 공급계와, 고속의 승온을 
가능하게 하기 위한 대열량 저항 발열체와, 고속의 강온을 가능하게 하기 위한 고속 냉각수단을 구비하고 
있는 것이 바람직하다. 또한, 이 장치에 있어서는, 도포된 처리액의 건조·마무리열처리를 피처리체를 옮
겨싣는 일이 없이 연속적으로 행하는 것이 가능하므로, 수율을 향상시키는 것이 가능하다. 또한, 막형성
처리가  이루어진  피처리체를  대기중에  노출시킬  필요가  없고,  일련의  처리를  동일상자체  내에서 
행하므로, 피처리체에 부착하는 파티클을 억제할 수 있으며, 수율의 향상을 도모할 수 있다.

제43도는, 본 실시예에 관한 막형성장치를 나타내는 사시도이며, 제44도는 제43도에 나타낸 장치의 개략
도이다.  이  막형성장치(424)는,  외부와의 사이에서 피처리체로서의 웨이퍼(W)를  수납한 웨이퍼 캐리어
(C)의 반입·반출을 행하기 위한 로드·언로드부(426)와, 웨이퍼(W)에 처리액으로서 SOG  액을 도포하는 
도포처리부(428)와, 웨이퍼 표면에 CVD에 의하여 막형성을 행하거나 웨이퍼 표면에 도포된 SOG 액의 건조
·마무리열처리를 행하는 종형 열처리로(430)와, 열처리로(430)내에서 처리해야할 웨이퍼(W)를 복수매 유
지하기 위한 유지구, 예를들면 웨이퍼 보트(432)와, 이 웨이퍼 보트(432)와 도포처리부(428)의 사이에서 
웨이퍼(W)의 받아넘기기를 행하는 옳겨싣기수단(434)과, 이들 각 구성부품의 동작을 제어하는, 예를 들면 
마이크로 컴퓨터 등으로 구성되는 제어부(434)에 의하여 주로 구성되어 있으며, 그 장치전체는, 예를 들
면 사각형상의 상자체(438)내에 수용되어 있다.

로드·언로드부(426)는, 상자체(438)의 높이 방향에 있어서 중단에 설치되며, 복수개, 예를 들면 4개의 
캐리어(C)을 병설할 수 있는 캐리어 스테이지(440)를 구비하고 있으며, 각 캐리어(C)내에는, 예를 들면 
25매의 웨이퍼(W)가 수용될 수 있다. 각 캐리어(C)에 대응하는 상자체 축벽에는 캐리어(C)의 반출입구를 
개폐하는 바깥쪽도어(442)가 개폐가능한 것으로 기밀하게 설치된다. 로드·언로드부(426)의 상자체 안쪽
은 구획벽(444)에 의하여 구획되어 있으며, 각 실내는 기밀하게 구성되어 있다. 또한, 이 구획벽(444)에
는, 상기 각 바깥쪽도어(442)에 대향시켜서 개폐가능하게 안쪽도어(444)가 형성되어 있다.

이 로드 언로드부(426)의 하부에는, 도포처리부(428)가 병설되어 복수개, 도시한 예에서는 2개 배치되어 
있다. 도포처리부(428)는, 스핀 코우트법에 의하여 웨이퍼(W)의 표면에 SOG 액을 도포하는 도포장치로서. 
제46도 및 제47도에서 나타낸 바와 같이. 모터 M에 의하여 컵(446)내에서 회전되는 스핀척(448)과, 처리
액 공급관(450A)의 앞끝단부에 설치된 공급노즐(450)과,  린스공급관(452A)의 앞끝단부에 설치된 린스액 
공급노즐(452)과, 이들 노즐(450, 452)을 파지하여 가이드봉(454)을 따라서 웨이퍼(W)의 반경방향으로 스
캔하는 가동아암(456)과, 처리액공급 노즐(450)을 대기시키는 처리액 노즐 대기부(458A) 및 더미 디스펜
스부(458B)와, 린스액 공급부 노즐(452)을 대기시키는 린스액노즐 대기부(460)과, 배기관(462)을 구비하
고 있다.

다음에, 이 도포처리부(428)에 있어서의 도포처리에 대하여 설명한다.

스핀척(448)상에 얹어놓인 웨이퍼(W)가 스핀척(448)과 함께 회전하면, 처리액 공급노즐(450)이 가동아암
(456)에 의하여 파지되어 웨이퍼(W)상에 이동하여 처리액인 SOG 액을 적하한다. 이 SOG 액은, 막으로 되
는 성분, 예를 들면 시라놀 화합물과, 용매, 예를 들면 에칠알콜을 혼합하여 이루어진다. 이 때, 웨이퍼
(W)는 고속회전(2000 내지 6000rpm)하고 있으므로, 원심력에 의하여 SOG 액이 중심부로부터 둘레부로 향
하여 확산하여 웨이퍼(W)상에 SOG막이 형성된다. 그리고, SOG막이 형성된 후, 웨이퍼(W)상에 린스액 공급
노즐(452)이 이동하고, 웨이퍼(W)의 둘레부의 SOG막이 린스액, 예를 들면 에칠알콜에 의하여 용해제거 된
다.

도포처리부(428)를 구획하기 위하여 외장부를 구성하는 상자체(474)는 안쪽(후술하는 열처리로의 작업실
측) 입출구(466A)가 형성되어 있으며 이 입출구(466A)에는, 작업실의 사이를 칸막이 하기 위한 개폐도어
(466)가 설치되어 있다. 또한, 스핀척(422)의 정지위치는, 항상 동일하거나, 또는 스타트 위치와 정지위
치의 위치관계가 항상 같도록 설정되며, 특히, 도포처리부(428)에 미리 오리엔테이션 플랫의 위치맞춤이 
행하여져 있는 경우에는, 오리엔테이션 플랫의 방향이 틀리지 않도록 설정되어 있다. 또한, 도포처리부
(428)내에, 예를 들면 위치 맞춤시에만 노출하는 발광수광센서 등을 설치함으로써 여기서 오리엔테이견 
플랫 맞춤을 행하도록 하여도 좋다.

도포처리부(428) 및 로도·언로드부(426)는, 옮겨싣기 수단(434)을 배치하는 작업실에 가깝게 배치되고, 
이 대향 위치에는, 웨이퍼 보트(432)를 얹어놓기 위한 보트 스테이지(468)가 설치되어 있다. 옮겨싣기 수
단(434)은, 제45도에 나타낸 바와 같이, 예를 들면 5매의 포크(470A 내지 470E)를 가지고 있으며, 이들 
포크(470A 내지 470E)가 기대(472)를 따라서 구동부(474)에 의하여 동시에 전진후퇴할 수 있도록 구성되
어 있다. 또한, 이 구동부(474)는, 도시하지 않은 회전축에 의하여 기대(472)에 대하여 수평면내를 θ방
향으로 회전이 자유롭게 지지되고, 이 기대(472)는, 작업실내를 X방향으로 연장된 X방향 볼나사(474)로 
이동가능하게 지지됨과 함께, 이 X방향 볼나사(474)의 양 끝단은, 상하방향 즉 Z방향으로 이동가능하게 
지지되어 있다.

웨이퍼보트(432)는, 웨이퍼(W)를 다수매, 예를 들면 100매 상하방향으로 등간격으로 배열 유지하여 열처
리로(430)내로 반입하기 위한 것으로서, 그 구조의 상세에 관하여는 후술한다. 이 옮겨싣기 수단(434)을 
구동함에 의하여 캐리어(C), 도포처리부(428) 및 웨이퍼 보트(432) 상호간에 웨이퍼(W)의 옮겨싣기를 행
하도록 되어 있다. 또한, 본 예에서는, 보트 스테이지(468)에는, 2개의 웨이퍼 보트(432)가 작업실에 임
하는 위치에 각각 횡으로 나란히 세워 설치되어 있다.

보트 스테이지(468)의 안쪽으로서, 열처리로(430)의 아래쪽에는, 제48도에 나타낸 바와 같이, 열처리로
(430)내에 대하여 웨이퍼 보트(432)를 로드 언로드하기 위한 보트 엘리베이터(480)가 설치되고, 또한, 보
트 스테이지(468)의 중앙부에는, 웨이퍼 보트(432)를 보트 엘리베이터(480)[구체적으로는 보트 엘리베이
터(480)의 보온통(480A)상], 및 웨이퍼 보트(432)를 보트 엘리베이터와 제1위치( 도포처리부에 대향하는 
위치) 및 제2위치(중간받아넘김부에 대향하는 위치)의 사이에서 옮겨싣는 보트 옮겨싣기 수단(482)이 배
치되어 있다. 이 보트 옮겨싣기 수단(482)은, 웨이퍼 보트(432)의 바닥판의 아래면을 유지하여, 회전, 상
하운동, 전진후퇴동작이 가능하도록 구성되어 있다. 
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다음에, 열처리로(430)의 구조에 관하여, 제49도 및 제50도를 참조하면서 설명한다. 제49도중의 (484)는, 
예를 들면 석영으로 만들어진 내관(484A) 및 외관(484B)으로 만들어지는 2중관 구조의 반응관으로서, 이 
반응관(484)의 주위에는, 이것을 둘러싸도록 가열부(486)가 설치됨과 함께, 반응관(484)의 하부측에는, 
금속제의 매니포울드(488)가 설치되어 있다. 이 매니포울드(488)에는, 가스 공급관(490) 및 배기관(492)
이 접속되어 있다.

본 실시예에 있어서는, 이 열처리로(430)에 있어서 예를 들면 CYD에 의한 SiO2의 막형성만이 아니고, 웨이

퍼 뒷면에 도포되는 SOG 액의 건조·마무리열처리도 행한다. 그 때문에, 가스 공급관(490)에는, 막형성을 
행하기 위하여 처리가스를 공급하는 처리가스 공급계(505)로서,  예를 들면 오존원(474)  및  TEOS(Tetra 
Ethyl Ortho Silicate)원 (496)이 각각 개폐밸브(498, 500) 및 유량 제어밸브로서의 매스플로우 콘트롤러
(MFC : 502,504)를 통하여 접속되어 있다.

또한, 가스공급원(490)에는, 로내 분위기 치환용의 불활성 가스, 예를 들면 질소가스를 공급하기 위하여 
질소가스원(506)이 개페밸브(508) 및 매스플로우 콘트롤러(510)를 통하여 접속되어 있다. 또한, 이 가스 
공급관(490)에는, 반응관(484)내의 웨이퍼(W)의 냉각의 보조로서, 비교적 저온의 불활성가스, 예를 들면 
질소 가스를 공급하기 위하여, 액체질소원(512)이 개폐밸브(514),  가스온도 조정용의 가열기구(516)  및 
매스플로우 콘트롤러(518)를 통하여 접속되어 있다. 

열부(486)는, 제50도에 나타낸 바와 같이. 단열재(520)의 안쪽 둘레면에, 대열량 저항발열체로서 저항발
열선(522)을 상하방향으로 반복하여 굴곡시키면서 그의 둘레방향을 따라서 설치되는 가열 블록을 복수단 
배열하여 구성되어있다. 여기서. 저항발열선(522)으로서는, 단위면적당 매우 큰 열량을 발생하는 것이 가
능한 재료, 예를 들면 이규화 몰리브덴(MoSi2)으로 이루어지는 선형상체가 사용되며, 이것에i 의하여 1200

℃에서 20 W/cm
2
이라고 하는 큰 발열량을 얻을 수가 있으며, 예를 들면 반응관(484)내를 50 내지 100℃/분

의 고속으로 승온가능하게 하고 있다. 또한, 가열부에 사용되는 저항발열선에는, 다른 재질을 이용하는 

것도 가능하지만, 수율이 그다지 낮도록 하지 않기 위하여는, 그 표면부하발열이 10 W/cm
2
 이상인 것이 바

람직하다. 또한, 각 가열블록에는, 도시하지 않은 열전쌍등의 온도센서가 설치되어 있으며, 이 검출치에 
기초하여, 예를 들면 마이크로 컴퓨터 등에 의하여 이루어지는 제어부(436)가 각 저항발열선(522)에 공급
하는 전력을 제어한다. 이 제어부(436)는, CVD에 의한 막형성시에는, 반응관(484)내를 예를 들면 700℃정
도로 가열한다 또한, 이 제어부(436)는, 웨이퍼(W)상에 도포된 SOG 액을 도포처리하는 경우에는, 먼저, 
SOG 액의 용매를 증발시키기 위하여 반응관(48)내를 제1의 온도, 예를 들면 100 내지 140℃로 승온하고, 
계속하고, SOG의 막으로 되는 성분을 반응시키기 위하여 제2의 온도, 예를들면 400 내지 450℃로 승온하
도록 제어된다. 이 제어부(524)는, 이 장치전체의 구동부를 제어하는 것으로, 따라서. 열처리로(430)의 
외에, 도포처리부(428) 등의 동작제어, 각종 가스의 공급량의 제어 등도 행한다.

보트 엘리베이터(480)의 아암(480B)의 앞끝단에는, 반응관(484)의 아래끝단 개구부를 밀폐가능하게 밀폐
하는 뚜껑체(526)가 형성되어 있으며, 이 뚜껑체(526)상에 보온통(480A)을 통하여 웨이퍼 보트(432)가 얹
어놓인다. 가열부(486)의 하단부와 반응관(484)의 사이에는, 셔터(528)를 통하여 장치의 외부로 개구하거
나, 또는 송기팬(530)에 연이어 통하는 흡기관(532)이, 예를 들면 반응관(484)의 둘레방향으로 4군데 형
성되어  있으며,  이  흡기관(532)의  앞끝단에는,  노즐(534)이  설치되어  있다  또한,  가열부(486)의 
윗면에는, 배기덕트(537)에 연이어 통하는 배기구(538)가 형성되어 있으며, 이 배기덕트(536)에는, 배기
구(538)를 개폐하기 위한 지지축(540A)을 지지점으로 하여 회동하는 셔터(540) 열교환기(542) 및 배기펀
(544)이 차례로 설치되어 있다. 이들 송기팬(530), 흡기관(532), 배기덕트(536) 및 송기팬(544)등은, 웨
이퍼(W)에 대하여 열처리가 종료한 후에, 반응관(484)내를 냉각공기에 의하여 강제냉각하기 위한 고속냉
각수단(546)을 구성 한다.

이와 같은 장치에서는, 열처리후, 가열부(486)의 스위치를 오프로 하고, 고속냉각수단(546)의 셔터(528) 
및 (540)를 엶과 함께, 송기팬(530) 및 배기팬(544)을 작동시켜, 이것에 의하여, 냉각공기를 흡기관(53
2)의 노즐(534)로부터 반응관(484)의 바깥둘레를 통하여 배기구(538)로 향하여 급속하게 유통시켜서 반응
관(484)내를 냉각한다. 이와같은 고속 냉각 수단(546)을 이용함으로써. 30 내지 100℃/분의 빠른속도로 
반응관(484)내를 승온시키는 것이 가능하다. 또한, 예를 들면 반응관(484)내가 100℃정도로 된 후, 액체
질소원(512)으로부터의 액체 질소를 가열기구(516)로 소정의 온도로 조정하여 반응관(484)내로 공급하고, 
냉각능력을 크게 하여, 예를 들면 23℃정도까지 급냉하도록 한다. 이와 같이, 웨이퍼(W)를 23℃까지 냉각
하는 이유는 혹시 반응관(484)의 온도가 높은 상태에서 반응관 바닥부를 연 경우에는, 여기로부터 방열에 
의하여 반응관 아래쪽의 분위기 온도가 매우 높아져 버리고, 이러한 상태에서는 SOG 액을 웨이퍼표면에 
균일하게 도포하는 것이 불가능하기 때문이다.

또한, 이 장치내에 전체는, 도시하지 않은 청정가스 공급계 및 배기계에 의하여 온도 및 습도가 조정된, 
예를 들면 질소가스와 같은 불활성가스 분위기로 되어 있다. 이러한 건조분위기로 함으로써 웨이퍼(W)에 
부착한 수분이 도포막중에 들어가고, 열처리시에 도포막에 크랙이 발생하는 것을 방지할 수 있다. 또한, 
작업분위기를 N2 가스 분위기로 함으로써, 웨이퍼 옮겨싣기 시에 웨이퍼 표면에 자연산화막이 성장하는 것

을 억제하는 것이 가능하고 절연막의 내압의 저하 등을 방지하는 것에 유효하다.

다음에, 상기 구성을 가지는 본 실시예의 장치에 있어서의 동작에 대하여 설명한다. 먼저, 처리전의 웨이
퍼(W)가, 예를 들면 25매 수용된 캐리어(C)을 외측도어(442)를 열어서 외부로부터 로드·언로드부(426)의 
캐리어 스테이지(440)상에 4개 반입한다. 이 웨이퍼 표면에는, 이미 전 공정에서 요철형상의 배선회로가 
형성되어 있다. 캐리어(C) 내로부터는 이 때에(434)에 의하여 웨이퍼(W)를 한번에 5매씩 취출하여 보트 
스테이지(468)상의. 예를 들면 제1의 위치로 세워 설치하고 있는 웨이퍼 보트(432)로 옮겨싣는다. 이 웨
이퍼 보트(468)에 소정 매수 예를 들면 100매의 웨이퍼(W)가 옮겨실을 때, 이 웨이퍼 보트(478)를 보트 
옮겨싣기수단(482)에 의하여 제1의 위치로부터 보트 엘리베이터(480)의 보온통(480A)위로 옮겨싣고, 보트 
엘리베이터(480)를 상승시켜서 웨이퍼 보트(432)를 반응관(484)내로 반입하고, 먼저, 열처리하여 SiO2의 

막형성 처리를 행한다. 제51(a)도에는 반응관(484)내의 온도, 제51(b)도에는 가열부(486)의 저항발열선
(522)으로의 공급전력, 제51(c)도는 처리가스의 유량 제51(d)도는 냉각공기의 송풍량, 제51(e)도에는 냉
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각용 질소가스의 유량을 나타내는 도면으로서, 이들 도면을 참조하면서 막형성 처리에 대하여 설명한다.

먼저, 열처리로(430)내는 미리 질소가스원(506)으로부터의 질소가스에 의하여 충전되고, 상온(예를 들면 
23℃)로 되어 있다. 웨이퍼(W)의 로딩이 완료한 때에, 반응관(484)을 소정의 프로세스 압력, 예를 들면 
700mTorr까지 진공흡인하면서, 제어부(524)의 콘트롤에 의하여 가열부(486)에 전력을 공급하고, 반응관
(484)내를 프로세스 온도, 예를 들면 700℃까지 승온시킨다. 이 경우, 상술한 바와 같이 반응관(484)은 
70내지 1007/분의 높은 승온속도로 온도상승하므로, 수분간에 목적하는 프로세스 온도까지 웨이퍼(W)를 
가열하는 것이 가능하다. 여기서, 종래의 통상의 종형 열처리가 승온속도가 2내지 3℃/분 정도로 매우 느
리고, 종래의 열처리로 이용한 것으로 가정하면, 승온 및 강온에 큰 시간을 필요로 해버려서, 수율이 대
폭으로 저하해 버린다.

상술한 바와 같이, 프로세스 온도까지 웨이퍼(W)가 가열된 때에, 시간(T1)에 있어서 처리가스로서 오존원

(494) 및 TEOS 원(497)으로부터 각각 소정량의 오존 및 TEOS를 흘리고, 소정시킨만큼 감압 CVB에 의한 막
형성처리를 행하여 TEOS의 SiO2 막을 웨이퍼 표면상에 형성한다. 소정시간의 막형성 처리를 행한 후 시간

(T2)에서 처리가스의 공급 및 저항발열선(522)으로의 전력공급을 정지하고 동시에 고속냉각수단(546)의 선

터(528, 540)를 열고 동시에, 송풍팬(530) 및 배기판(544)을 동작시켜서 노즐(534)로부터 냉각공기를 흘
리고, 이것에 의하여 저항발열선(522) 및 반응관(484)을 강제적으로, 또한 고속으로 냉각한다. 그 후, 반
응관(484)내가 소정의 온도, 예를 들면 100℃정도까지 강온한 후, 시간(T3)에서, 가열기구(516)에 의하여 

소정의 온도로 조정된 질소가스를 액체질소원(512)으로부터 반응관(484)내로 공급함과 함께, 이것을 배기
관(492)으로부터 배기시키고, 반응관(484)내의 강온을 더욱 가속시켜서 웨이퍼(W)의 온도를 상온, 예를 
들면 23℃정도까지 강온한다. 이 경우, 본 실시예에 있어서는, 상술한 바와 같이 반응관(484)을 냉각하기 
위하여 고속냉각수단(546)  및  보조냉각용의 액체질소원(512)을  설치하므로,  상술한 바와 같이 30  내지 
100℃/분의 고속으로 반응관(484)내를 강온시키는 것이 가능하며, 수분간에 웨이퍼(W)를 상온으로 하는 
것이 가능하다. 또한, 이 TEOS의 CVD 막형성 공정의 사이에, 보트 스테이지의 제2의 위치로 세워설치된 
웨이퍼 보트(432) 중에는 미처리된 웨이퍼가 옮겨실어진다.

상온까지의 웨이퍼(W)의 온도를 강온시킨 후, 보트 엘리베이터(480)를 구동시켜서 웨이퍼 보트(432)를 강
하시키고, 이 웨이퍼 보트(432)를 보트 이 때에(482)에 의하여 보트 스테이지상의 제1의 위치로 옮겨싣는
다. 계속하여, TEOS의 SiO2 막이 형성된 웨이퍼(W)를 옮겨싣기수단(434)에 의하여 웨이퍼 보트(432)로부터 

취출하고, 이것을 캐리어 스테이지(440)상의 캐리어(C)로 일시적으로 수용하거나, 또는 직접 도포처리부
(428)로 반송하여 SOG 액의 도포를 행한다. 웨이퍼(W)를 캐리어(C)로 일시적으로 수웅하는 경우에는, 웨
이퍼(W)를 한번에 5매씩 옮겨싣고 이 옮겨싣기가 완료한 후, 캐리어(C)내의 웨이퍼를 1매식 도포처리부
(428)로 옮겨실어 SOG 액의 도포를 행한다. 또한, 웨이퍼 보트(432)로부터 직접 도포처리부(428)로 웨이
퍼(W)를 옮겨싣는 경우에는, 1매씩 옮겨싣는다. 또한, 이하에 설명하는 SOG 액을 도포공정중에는, 먼저 
TEOS의 CYD 막형성중에 제2의 위치로 설치되어 있는 웨이퍼 보트로 옮겨실은 미처리의 웨이퍼가, TEOS의 
CVD 막형성에 제공된다.

이 도포처리부(428)에 있어서는, 먼저 제46도 및 제47도를 참조하면서 설명한 바와 같이, 웨이퍼(W)의 표
면에 SOG 액을 적하하여 원심력에 의하여 확산 도포하고, 웨이퍼(W)의 둘레부를 린스액으로 세정한 후, 
개폐도어(467)를 열고, SOG 액의 도포된 웨이퍼(W)를 옮겨싣기수단(434)에 의하여 제1의 위치로 세워 설
치되어 있는 웨이퍼 보트로 다시 옮겨싣는다. 1매의 웨이퍼(W)에 SOG 액을 도포하는데 요하는 시간은 약 
1분 정도이며, 본 실시예에 있어서는, 도포처리부(428)가 2개 설치되어 있으므로 이들을 연속적으로 가동
함으로써 수율을 향상시키는 것이 가능하다. 따라서, 예를 들면 100매의 웨이퍼(W) 전체에 도포처리를 행
하는 시간은 많아야 100분 정도이다. 또한, 도포처리시에는, 도포처리부(428)의 배기관(462)으로부터 배
기가 행해지므로, 작업실내로 용제휘발성분이 유출하는 일이 없다.

이와 같이 하여 웨이퍼 보트(432)에 소정매수, 예를 들면 100매의 웨이퍼(W)가 탑재된 후, 이 웨이퍼 보
트(432)를 보트 옮겨싣기 수단(482)에 의하여 제1의 위치로부터 보트 엘리베이터(480)의 보온통(480A)상
으로 다시 옮겨싣고 보트 엘리베이터(480)를 상승시켜서 웨이퍼 보트(432)를 열처리로(430)내로 로우드 
한다. 또한, 이 때까지는, 다른 쪽의 웨이퍼 보트에 수용된 웨이퍼로 TEOS의 CW 막형성이 종료하고 있으
며, 열처리로(430)내는 상온으로 되어 있다.

열처리로(430)내로 도입된 웨이퍼(W)는, 상술한 TEOS의 CVD 막형성시와 마찬가지로 고속승온, 고속강온에 
의하여 열처리가 행해지고, SOG 액의 건조·SOG막의 마무리 열처리가 연속하여 행해진다. 즉, 먼저, 시간
(T4)에서 제어부(524)의 콘트롤에 의하여 가열부(486)로 전력을 공급하고, 이것에 의하여 반응관(484)내를 

제1의 온도, 예를 들면 100 내지 140℃의 온도까지 상승시켜서, 이온도를, 예를 들면 20분간 유지하여 웨
이퍼 표면중에 도포된 SOG 액중의 용제(에틸알콜)를 증발시킨다. 이와 같은 증발공정이 시간(T5)에서 종료

한 때, 저항발열선(522)에 공급하는 전력을 크게 하여 반응관(484) 내를 제2의 온도 예를 들면 400 내지 
4507까지 승온시켜서, 이 온도를, 예를 들면 10분간 유지하여 SOG액중의 SOG막으로 되는 성분을 반응시킴
으로써 열처리 마무리하고, 웨이퍼 표면에 SOG막을 형성한다.

이와 같이 하여 마무리 열처리공정이 종료한 후, 시간(76)에서 저항발열선(522)으로의 전력의 공급을 정
지하고,  상술한  열처리로의  고속냉각시와  마찬가지로  고속냉각수단(546)의  셔터(528,  540)를  열고 
동시에. 송기팬(530)  및 배기팬(544)을 동작시켜서 노즐(534)로부터 냉각공기를 흘리고, 이것에 의하여 
저항발열선(522) 및 반응관(484)을 강제적으로, 또한 고속으로 냉각한다. 계속하여, 반응관(484) 내가 소
정의 온도까지 강온한 후 시간(T7)에서 액체질소원(512)으로부터 가열기구(516)에 의하여 소정의 온도로 

조정된 질소갓을 반응관(484)내로 공급함과 함께, 이것을 배기관(492)으로부터 배기시켜서, 반응관(484)
내의 강온을 더욱 가속시켜 웨이퍼은도를 상온, 예를 들면 23℃정도까지 강온한다.

이와 같은 반응관(484)의 승온 및 강온은, 상술한 바와 같이 승온시에는 50 내지 100℃/분의 승온속도로, 
강온시에는 30 내지 100℃/분의 강온속도로 행하는 것이 가능하므로, 매우 단시간, 예를 들면 상온의 웨
이퍼(W)의 증발공정을 행하는 100℃ 정도까지 승온하는 데에 1분 정도, 100℃ 정도의 웨이퍼를 열처리 마
무리 공정을 행하는 400℃정도까지 승온하는데 3분 정도, 또한, 400℃ 정도의 웨이퍼를 상온까지 승온하
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는데 4분 정도로 각각 하는 것이 가능하며, 매우 신속하게 승온 및 강온을 행할 수 있다.

이와 같이 하여, 웨이퍼 온도를 상온까지 강온한 후 보트 엘리베이터(480)를 구동시켜 웨이퍼 보트(432)
를 강하시키고, 이 웨이퍼 보트(432)를 보트옮겨싣기 수단(482)에 의하여 보트 스테이지 상의 제1의 위치
로 옮겨싣는다.

이 웨이퍼 보트내의 처리가 끝단 웨이퍼(W)는, 옮겨싣기수단(434)에 의하여, 예를 들면 한번에 5매씩 취
출되고, 캐리어 스테이지상의 캐리어(C)내로 옮겨진다.

또한, 도포된 SOG 액의 용매의 증발공정 및 마무리 열처리공정의 사이는, 증발한 용매를 배기하기 위하여 
적은 양의 질소가스가 질소가스원(506)으로부터 흐른다. 이와 같이 본 실시예에 의하면, 고속숭온 및 고
속강온이 가능한 열처리로(430)에 예를 들면 CVD에 의한 SiO2 막 형성용의 처리가스 공급원(505)을 형성하

고, 이 열처리로에 의하여, 요철형상의 배선회로가 형성된 웨이퍼 표면으로의 CW에 의한 SiO2의 막형성처

리. 웨이퍼 표면에 도포된 SOG 액중의 용제의 증발처리, 및 이 SOG막의 마무리 열처리를 행하는 것이 가
능하므로, 종래, 별도의 필요로 하는 CVD에 의한 SiO2 막형성용의 종형처리로 및 SOG건조용의 다수의 핫프

레이트를 불필요로 하는 것이 가능하다. 따라서, 장치전체를 대폭으로 소형화할 수 있을 뿐 아니라, 설치 
공간도 대폭으로 삭감하는 것이 가능하다. 또한, 열처리로(430)에 있어서의 고속숭온, 고속강온이 가능하
므로 CVD에 의한 막형성 처리 및 SOG막의 건조·마무리 열처리도 신속하게 행하는 것이 가능하고, 수율을 
대폭으로 향상할 수 있다. 또한, 상기한 일련의 처리는, 동일한 밀폐된 상자체 내에서 행하는 것이 가능
하므로, 예를 들면 종래장치에서는 CVD에 의한 SiO2막 형성이 된 웨이퍼(W)는 반송시에 일단 대기에 노출

되어 파티클이 부착할 기회가 발생하는 것이었으나, 본 실시예에서는 그러한 기회가 없고, 따라서, 수율
도 향상시키는 것이 가능하다.

본 실시예에 있어서, 열처리로에 있어서 승온속도 및 강온속도에 관하여는 어느 정도 이상의 수율의 확보 
웨이퍼(W)로의 열적스트레스의 한계등을 고려하면, 각각 50 내지 200℃ 내지 150℃가 바람직하다. 또한, 
본 실시예에 있어서는, CVD에 의한 SiO2 막형성의 처리가스로서 TEOS와 오존을 이용한 경우에 대하여 설명

하였으나, 이러한 종류의 가스에 한정되지는 않는다. 또한, 장치구성에 관하여는, 본 실시예의 것에 한정
되는 것은 아니고, 예를 들면 캐리어(C)의 얹어놓는 수는 4개에 한정되지 않으며. 그 이상 또는 한 개만 
설치하여도 좋다. 이들의 수량은, 웨이퍼 보트(432)에 있어서의 웨이퍼 수용매수 등을 고려하여 적절히 
결정한다. 또한, 질소원으로서는 반응관(484)내 분위기의 치환용의 질소가스원(506) 및 보조냉각용의 액
체질소원(512)을 설치하였은, 치환용의 질소가스원(506)을 형성하지 않고, 이것을 액체질소원(512)에 의
하여 겸용시키도록 하여도 좋다. 또한, 웨이퍼(W)를 옳겨싣는 옮겨싣기수단(434)은, 웨이퍼(W)를 유지하
여 X Z, θ방향으로 이동가능한 것이라면, 여기서 설명한 구조의 것에 한정되지 않는다.

웨이퍼 됫면에 SOG 액을 도포하는 도포처리는 낱장처리로 행하고, 도포후의 웨이퍼에 대한 열처리는 배치
처리로 행한다. 그러나, SOG막등의 도포막의 마무리 열처리를 행하는 배치식의 열처리로의 이점을 활용하
기 위하여는, 프리히트용의 핫플레이트를 다수 설치할 필요가 있으며, 핫플레이트 및 도포처리부로 이루
어지는 도포유니트가 넓은 스페이스를 점유하여 장치 전체가 대형화한다. 또한, 캐리어(C)에 대하여 웨이
퍼의 반송을 행하는 반송로보트, 도포유니트의 반송로보트, 및 웨이퍼 유지구에 대하여 웨이퍼를 받아넘
기는 반송로보트를 필요로하고, 또한 이들 로보트 사이의 받아넘기기를 위한 중간기구 등도 필요로 되므
로, 반송계가 복잡하게 된다. 또한, SOG막을 마무리 열처리하고, 그 위에 SOG막을 형성하여 다층화하는 
경우, 열처리로로부터 취출된 웨이퍼를 일단 냉각하고, SOG 액을 웨이퍼에 도포한 후에 다시 핫플레이트
로 프리히트하고, 이것에 열처리를 실시하는 공정을 복수회 반복하므로, 수율이 매우 낮다.

그래서, 본 실시예는, 피처리에의 프리히트를 위한 핫플레이트를 불요로하고, 장치의 소형화 및 수율의 
향상을 도모하는 것이 가능한 막형성 방법 및 장치를 제공한다. 구체적으로는 피처리체에 처리액을 도포
하고, 계속하여, 복수의 상기 피처리체를 유지구에 유지시켜서 배치식 열처리로내로 반입하여 열처리로내
를 제1의 온도로 가열하여 처리액의 용제를 증발시키고, 그 후, 열처리로내를 제1의 온도로부터 제2의 온
도로 승온하여 처리액중의 막으로 되는 성분을 반응시켜서 도포막을 형성하는 것을 특징으로 한다.

또한, 본 실시예는, 배치식의 열처리로와, 복수의 피처리체를 유지하여 상기 열처리로내로 반입, 반출하
기 위한 유지구와, 피처리체에 처리액을 도포하는 도포처리부와, 이 도포처리부와 상기 유지구의 사이에
서 피처리체의 받아넘기기를 행함과 함께 유지구로부터 열처리후의 피처리체를 취출하기 위한 
반송수단과, 상기 열처리로내로 반입된 피처리체상의 처리액의 용제를 증발시키기 위하여 열처리로내를 
제1의 온도로 설정하고, 계속하여 처리후의 막성분을 반응시켜서 도포막을 형성하기 위하여 열처리로내를 
제2의 온도로 승온하도록 열처리로의 가열부를 제어하는 제어부를 구비하는 것을 특징으로 한다. 여기서. 
가열부에 이용되는 저항 발열체는 이규화몰리브덴인 것이 바람직하다. 또한, 열처리로내를 강제냉각하기 
위한 냉각수단을 구비하고 있는 것이 바람직하다. 또한, 도포처리부에는, 피처리체의 입구 및 출구가 별
도로 설치되고, 피처리체를 도포처리부로 반입하기 위한 반송수단을 구비하는 것이 바람직하다. 또한, 도
포처리부의 입구는, 피처리체의 대기영역에 개구하는 한편, 도포처리부의 출구는, 유지구에 대하여 피처
리체의 받아넘기기를 행하기 위한 작업영역으로 개구하고, 이들 입구 및 출구에는 문이 설치되어 있는 것
이 바람직하다. 또한, 대기영역과 작업영역의 사이에, 도포막 형성후의 피처리체가 얹어놓이는 중간 받아
넘기기부가 설치되고, 이 중간 받아넘기기부로부터 상기 피처리체를 취출하기 위한 반송수단이 설치되어 
있는 것이 바람직하다. 또한, 중간받아넘기기부에는, 대기영역과 작업영역을 칸막이하기 위한 수단이 설
치되어 있는 것이 바람직하다. 또한 대기영역을 온도조정하기 위한 온도조정수단을 형성하는 것이 바람직
하다. 또한, 대기영역으로 불활성가스를 공급하는 것이 바람직하다. 또한, 피처리체를 도포처리부로 반입
하기 위한 반송수단은, 중간받아넘기기부로부터 피처리체를 취출하기 위한 반송수단과 병용하고 있은 것
이 바람직하다.

본 실시예에 있어서는, 피처리체에 예를 들면 SOG 액을 도포한 후, 이들 피처리체를 유지구로 복수매 앉
어서 열처리로내로 반입하고, 열처리로내에서 프리히트를 행하여 용제를 증발시키고, 그 후 도포막, 예를 
들면 SOG막을 형성한다. 따라서. 프리히트를 열처리로내에서 행하기 위한 핫플레이트가 불필요하게 된다. 
또한. 박막형성후에 열처리로내에서 피처리체를 냉각함으로서, 그 후에  도포처리, 프리히트, 박막(도포
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막) 형성의 공정을 반복하는 경우에 수율이 높아진다. 또한, 열처리로내를 고속승온, 고속강온 가능한 구
조로 함으로서, 제1의 온도 및 제2의 온도, 냉각온도의 사이에서 열처리로내의 분위기를 고속으로 바꿀수 
있고, 높은 수율이 얻어진다.

제52도 및 제53도는, 본 실시예에 관한 막형성장치의 전체구성을 나타내는 개략도이다. 이 장치는, 웨이
퍼(W)를 수납한 캐리어(C)의 반입. 반출이 행해지는 로우드·언로드부(601)와, 웨이퍼(W)에 SOG 액을 도
포하는 도포처리부(602)와, SOG 액이 도포된 웨이퍼(W)를 열처리하기 위한 종형열처리로(603)와, 열처리
후의 웨이퍼(W)를 로드·언로드부(601)측으로 받아넘기기 위한 중간받아넘 기기부(604)에 의하여 주요부
가 구성된다.

로드·언로드부(601)는, 복수, 예를 들면 4개의 캐리어(C)를 각 개구부가 안쪽을 향하여 횡으로 일렬로 
배치하는 캐리어 스테이지(611)를 구비하고 있다.

도포처리부(602) 및 중간받아넘기기부(604)는, 웨이퍼(W)를 반송하는 제1의 반송수단(640)의 반송영역을 
통하여 캐리어 스테이지(611)에 대향하여 설치되고 있다. 반송수단(640)은, 제45도에 나타낸 바와 같은 
구성을 가진다.

도포처리부(602)는, 스핀코우트법에 의하여 웨이퍼(W)의 표면에 SOG 액을 도포하는 장치로서, 제46도 및 
제47도에 나타낸 구성을 가지고 있다. 또한, 이 도포처리부(602)에 있어서의 도포처리는 제5 실시예의 경
우와 동일하다. 도포처리부(602)의 안쪽에는, 웨이퍼(W)를 반송하는 제2의 반송수단(710)의 반송영역을 
통하여, 웨이퍼 보트(731)를 얹어놓기 위한 보트 스테이지(732)가 설치되어 있다. 여기서는, 보트 스테이
지(632)에는, 2개의 웨이퍼 보트(631)가 도포 처리부(602) 및 중간받아넘기기부(604)에 각각 대향하는 위
치(제1의 위치, 제2의 위치)에 각각 세어 설치되어 있다. 제2의 반송수단(610)은, 제1의 반송수단(640)과 
동일한 구성이며, 도포처리부(602), 2개의 웨이퍼 보트(631) 및 중간 받아넘기기부(604)의 사이에서 웨이
퍼(W)를 반송한다.

중간받아넘기기부(604)는,  웨이퍼(W)를  예를  들면  25매  선반형상으로  얹어놓고, 전후[로드·언로드부
(601)측 및 작업영역측]로부터 웨이퍼(W)를 받아넘기는 것이 가능하도록 구성된 얹어놓는 선반(641)이 상
자체(742)내에 수납되어 있다. 이 중간받아넘기기부(604)는,  열처리로(603)에서 SOG막이 형성된 웨이퍼
(W)를 대기영역[로드 언로드부(601)를 포함하는 영역]측을 되돌리기 위하여 일단 얹어놓는 것이다.

여기서 작업영역이라 함은, 웨이퍼 보트(631)에 웨이퍼(W)를 받아넘기고 웨이퍼 보트(631)를 보트 스테이
지(632)와 보트 엘리베이터(633)의 사이에서 옮겨싣거나 하는 영역으로서, 이 작업영역은 얼처리로(603)
를 연 때에 열처리로(603)내로부터 방열시키기 위한 매우 고온으로 되고, 또한 온도가 불안정하다.

한편, SOG 액을 각 웨이퍼(W)마다에 균일하게 도포하기 위하여는, 웨이퍼(W)의 온도를 예를 들면 23℃ 이
하의 온도로 안정되게 놓는 것이 필요하다. 따라서, 캐리어 스테이지(611)나 제1의 반송수단(640)의 반송
영역(대기영역)과  작업영역은 칸막이되어 있는 것이 바람직하다.  이  때문에,  도포처리부(602)에는, 문
(628, 629)이 설치되어 있음과 함께, 중간받아넘기기부(604)에 있어서도 상자체(642)의 전후에 각각 문
(643, 644)이 설치된다.

여기서 대기영역의 분위기 조정에 관하여, 바람직한 예를 제54도에 나타낸다. 이 예에서는, 대기영역을 
온도, 습도조정하고, 또한 불활성가스, 예를들면 N2 가스 분위기로 하고 있다. 즉, 작업영역을 캐리어(C)

의 반출입구를 개폐하는 문(670a)을 구비한 상자체(670)로 둘러쌈과 함께, N2 가스공급원(671)으로부터의 

N2 가스를 온도, 습도조정기(672)를 통하여 괜(673)에 의하여 천정부의 ULPA필터(674)를 통하여 작업분위
기내로 이끌고, 순환팬(675)에 의하여 순환로(676)를 통하여 필터(674)측으로 돌려서 순환하도록 되어 있
다. 이와 같이, 작업분위기의 온도 습도를 조정함으로써. 장치외의 분위기가 불안정하여도 예를들면 크린
룸이 아니어도, 각 웨이퍼(W)에 부착한 수분이 도포막중에 들어가, 열처리시에 도포막에 크랙이 발생하는 
것을 방지할 수 있다. 또한, 작업분위기를 N2 가스 분위기로 함으로써. 예를 들면 캐리어(C)를 N2 가스 분

위기로 한 수납상자에 의하여 로드·언로드부(601)내로 반입하는 경우 등에, 웨이퍼 표면에 자연산화막이 
성장하는 것을 억제하는 것이 가능하고, 절연막의 내압의 저하 등을 방지하는 것이 유효하다. 또한, 제54
도 중, (643)은 반송기대(642)를 θ방향으로 회전시키는 회전기구, (644)는 반송기대(642)의 승강기구, 
(645)는 X 방향의 가이드기구를 각각 나타낸다.

다음에, 상기 구성을 가지는 장치의 동작에 대하여 설명한다. 먼저, 처리전의 웨이퍼(W)가 예를 들면 25
매 수납된 캐리어(C)를 로드·언로드부(601)의 캐리어 스테이지(611)상에 4개 반입하고, 제1의 반송수단
(640)에 의하여 캐리어(C)내로부터 웨이퍼(W)를 1매 취출하여 도포처리부(602)내로 반입하고, 입구측의 
문(628)을 닫는다(이 시점에서 출구측의 문(629)은 닫혀있다). 계속하여, 이미 설명한 바와 같이, 웨이퍼
(W)의 표면에 SOG 액을 도포하고, 웨이퍼(W)의 둘레를 린스액으로 세정한 후, 출구측의 문(629)을 열고, 
제2의 반송수단(610)에 의하여 도포처리부(602)내로부터 웨이퍼(W)를 취출하여, 제1의 위치로 놓고 있는 
웨이퍼 보트(631)에 받아넘긴다. 또한, 이 때, 도포처리부(602)의 배기관(627)에 의하여 배기를 행하고, 
도포처리부(602)내의 용제휘발분이 작업영역으로 유출하는 것을 방지하고 있다. 본 실시예에서는, 도포처
리부(602)가 1개만 설치하고 있으나, 복수개의 도포처리부(602)를, 예를 들면 병설하여 또는 적층하여도 
좋다. 이와 같이 함으로써 수율이 향상된다.

계속하여, 웨이퍼 보트(631)에 소정매수, 예를 들면, 100매의 웨이퍼(W)가 탑재된 후, 보트 옮겨싣기수단
(634)에 의하여 웨이퍼 보트(731)를 제1의 위치로부터 보트 엘리베이터(633)의 보온통(636)의 위로 옮겨
싣고, 보트 엘리베이터(633)를 상승시켜서 웨이퍼 보트(631)를 열처리로(603)내로 삽입한다. 

제55도는, 열처리로(603)내의 온도 프로파일, 가열부의 히터 전력, 노즐로부터의 송풍에 의한 냉각모드, 
액체질소를 이용한 N2 가스에 의한 냉각모드를 나타낸도면으로서 이 도면을 참조하면서 열처리로(603)내에

서의 열처리를 설명한다. 먼저. 열처리로(603)내는, 상온(예를 들면 23℃)으로 되어 있으며, 예를 들면 
로딩(웨이퍼(W)의 반입)한 후에, 제어부의 콘트롤에 의하여 가열부에 전력을 공급하고, 이것에 의하여, 
열처리로(603)내를 제1의 온도, 예를 들면 100 내지 140℃의 온도까지 승온시켜, 이 온도를, 예를 들면 
20분간 유지하여 SOG 액중의 용제를 증발시킨다. 그 후, 히터전력을 크게 하여 열처리로(603)내를 제2의 
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온도, 예를 들면 400 내지 450℃까지 승온시켜서, 이 온도를, 예를 들면 10분간 유지하고, SOG 액중의 도
포글래스막으로 하는 성분을 반응시켜서 웨이퍼표면에 SOG막을 형성한다.

계속하여, 히터전력의 공급을 정지하고, 셔터를 엶과 함께 송풍팬 및 배기팬을 동작시켜서 노즐로부터 송
기하여 가열부(603)의 저항발열선을 강제적으로 냉각하고, 반응관내를 급냉한다. 계속하여, 반응관내가 
소정온도까지 승온한 후, 밸브를 열고, 소정온도로 조정된 N2 가스를 반응관내로 공급함과 함께, 배기관에 

의하여 배기하여 반응관내의 승온을 더욱 가속한다. 이와 같이 하여, 반응관내가, 예를 들면 100℃ 이하
로 된 후 웨이퍼 보트(631)를 언로드하고, 보트 옮겨싣기 수단(634)에 의하여 웨이퍼 보트(631)를 보트 
스테이지(632)의 제2의 위치로 옮겨싣는다. 또한, 앞에 제1의 위치의 웨이퍼 보트(631)가 보트 엘리베이
터(633)로 옮겨실은 후, 다른 쪽의 웨이퍼 보트(631)가 제1의 위치까지 옮겨싣고, 다음의 웨이퍼(W)가 다
른 쪽의 웨이퍼 보트(631)로 받아넘겨진다.

계속하여, 제2의 반송수단(610)에 의하여, 제2의 위치에 놓인 웨이퍼 보트(631)로부터 처리가 끝난 웨이
퍼(W)가, 예를 들면 5매 일괄하여 취출되고, 중간받아넘기기부(604)의 얹어놓는 선반(641)내로 받아넘겨
진다. 이 받아넘기기 동작의 사이는, 중간받아넘기기부(604)의 대기 영역측의 문(643)이 닫히게 되고, 얹
어놓기  선반(641)내로  25매의  웨이퍼(W)가  얹어놓인  후에  작업  영역측의  문(644)을  닫고,  문(643)을 
열고, 제1의 반송수단(640)에 의하여 얹어놓기 선반(641)내의 웨이퍼(W)가 5매 일괄하여 취출되고, 캐리
어 스테이지(611) 상의 캐리어(C) 내로 반송된다. 여기서, SOG막을 다층구조로 하는 경우에는, 이 캐리어
(C) 내로부터 다시 1매씩 도포처리부(602)로 반송하고, 이후 마찬가지의 처리가 행해진다. 이 경우, 중간
받아넘기기부(604)로부터 직접 도포처리부(602)로 반송하도록 하여도 좋다.

본 실시예에 의하면, 웨이퍼(W)에 SOG 액을 도포한 후, SOG 액중의 용제의 휘발(프리히트)을 배치식의 열
처리로(603)내로 행해지고 있기 때문에, 다단의 핫플레이트가 불필요하게 되고, 또한, 다단의 핫플레이트 
사이에  웨이퍼(W)의  반송기구를  형성하지  않아도  좋고,  장치를  대폭으로  소형화하는  것이  가능하다. 
또한, 용제의 휘발공정과 마무리 열처리 공정을 동일한 열처리로에서 배치처리로 행하고, 또한 열처리로
는 고속으로 승온, 강온가능하므로, 제1의 온도로 용제의 휘발을 마친 후에, 빨리 제2의 온도로 마무리 
열처리 공정을 행하는 것이 가능하고, 계속하여 열처리로를 제1의 온도이하로 신속하게 강온시켜서 웨이
퍼(W)를 언로드하고, 다음의 배치처리에 대비하는 것이 가능하다 이 때문에. 높은 수율이 얻어 진다.

또한, 도포처리부(602)에 각각 대기영역 및 작업영역으로 개구하도록 입구 및 출구를 설치하고 있으므로, 
도포처리부(602)로부터 웨이퍼(W)를 취출한 후, 신속하게 다음의 웨이퍼(W)를 도포처리부(602) 및 중간받
아넘기기부(604)에  문을 설치하여 작업영역과 대기영역을 칸막이하기 위하여,  열처리로(603)으로부터의 
방열에 의하여, 온도가 높게 되어 불안정한 분위기로 되는 일이 없고, 대기영역의 분위기가 안정되고, 이
것에 의하여 SOG 액의 도포처리가 안정한다.

본 실시예에 있어서는, 열처리로로부터 웨이퍼(W)를 언로드할 때의 열처리로내의 온도가 임의이며, 예를 
들면 마무리 열처리공정의 후에 바로 언로드를 행하는 한편으로 열처리로내를 냉각하는 방법이라도 좋으
나, 이 방법에서는 작업영역의 온도가 상승해버리고, 결국 웨이퍼(W)의 냉각에 시간이 걸리므로, 열처리
로내의 온도는 낮은 쪽이 바람직하다. 또한, 일련의 공정을 복수회 반복하는 경우라도, 열처리후의 웨이
퍼(W)가 중간받아넘기기부(604)로부터 대기영역으로 반출된 때에, 이미 대기영역의 온도가 안정하고 있은 
경우에는, 그대로 도포처리부(602)내로 반입하여, 도포처리를 행하여도 좋다.

또한, 열처리로의 승온속도, 강온속도에 대하여는, 수율의 확보 및 웨이퍼(W)로의 열적 스트레스의 한계 
등을 고려하면, 각각 50 내지 200℃ 30 내지 100℃인 것이 바람직하다 또한, 장치구성에 관하여는, 상기
의 예에 한정되는 것은 아니고, 예를 들면 웨이퍼 보트는 2대로 한정되는 것이 아니고, 또한, 작업영역과 
대기영역을 벽으로 칸막이하고, 그 벽에, 예를 들면 문이 달린 반출입구를 설치함과 함께, 대기실측에 도
포처리부를 설치하고, 도포처리후의 웨이퍼(W)를 반출입구를 통하여 작업영역에 받아넘겨도 좋다.

    발명의 효과

상술한 바와 같이, 본 실시예에 의하면, 피처리체에 처리액을 도포한 후 배치식 열처리로내에서 처리액의 
용제의 증발과, 열처리에 의한 도포막의 형성을 행하므로, 핫플레이트가 불요하게 되어 장치를 소형화할 
수 있다.

이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 기판 처리장치는, 도포처리된 복수매의 피처리체를 동시에 가열처리하
는 것이 가능하고, 연속하여 도포가열할 수 있으므로, 수율의 향상을 도모하는 것이 가능함과 함께, 도포
처리된 피처리체는 외부의 대기에 노출되는 일이 없으므로, 흡습이나, 유기물이나 미세한 먼지 등을 부착
하는 일이 없고, 제품수율의 향상을 도모할 수 있다. 또한, 이동수단 상에 더미용 피처리체를 수용하는 
더미용 피처리체의 유지수단을 얹어놓았으므로, 유지수단에 피처리체를 반입하는 때에, 유지수단이 보유
할 수 있는 매수에 미치지 않는 부족분에 더미용 피처리체를 반입하고, 항상 유지수단이 보유하는 매수의 
피처리체 및 더미용 피처리체를 유지수단에 유지하여 열처리하는 것이 가능하며, 피처리체의 열처리를 균
일하게 행하는 것이 가능하고, 도포막의 균일화를 도모하는 것이 가능하다. 또한, 인터페이스부에 복수의 
유지수단을 배열설치하고, 피처리체 공급부에. 인터페이스부에 배열설치된 유지수단의 수보다 1개 적은 
수의 유지수단이 보유하는 매수의 피처리체를 준비함으로서. 복수회 도포처리를 행하는 것이 가능하다. 
또한, 유지수단을 세정하는 경우나 교환하는 경우에도 장치 전체의 가동을 정지하는 일이 없이 도포처리 
및 가열처리를 연속하여 행하는 것이 가능하다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

낱장처리에 의하여 피처리체에 처리액을 도포하는 도포처리부와, 도포처리가 실시된 복수의 상기 피처리
체에 배치처리에 의하여 열처리를 실시하는 열처리 부와, 상기 도포처리부와 상기 열처리부의 사이에서 
상기 피처리체를 반송하는 인터 페이스부와, 상기 인터페이스부는, 적어도 하나의 피처리체 유지수단, 상
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기 도포처리부로부터 상기 적어도 하나의 피처리체 유지수단으로 피처리체를 옮기는 제1의 이송수단, 상
기 적어도 하나의 피처리체 유지수단을 부착 및 이탈 가능하게 얹어놓는 스테이지, 및 상기 스테이지에 
부착되어있고, 상기 스테이지상의 적어도 하나의 피처리체 유지수단과 함께 상기스테이지를 이동시키는 
이동수단을 가지며, 상기 적어도 하나의 피처리체 유지수단을 그곳에 얹어놓여진 상기 피처리체와 함께 
상기 열처리부로 옮기는 제2의 이송수단을 가지는 기판 처리장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 더미용 피처리체를 수용하는 더미용 피처리체 유지수단을 구비하는 장치.

청구항 3 

제1항에 있어서, 상기 스테이지상에 얹어놓인 n 개의 피처리체 유지수단(n 은 1이상의 정수)과, 상기 n 
개의 피처리체 유지수단의 n-1 개가 유지하는 상기 피처리체를 상기 도포처리부로 공급하기 위한 피처리
체 공급부를 구비하는 장치.

청구항 4 

제1항에 있어서, 상기 적어도 하나의 피처리체 유지수단은, 복수의 상기 피처리체가 얹어놓이는 중앙영역
과. 상기 더미용 피처리체가 얹어놓이는 상기 중앙영역 근방의 영역을 가지며, 상기 적어도 하나의 피처
리체 유지수단이 유지할 수 있는 상기 피처리체 및 상기 더미용피처리체의 최대 매수가, 상기 적어도 하
나의 피처리체 유지수단에 얹어놓이는 장치.

청구항 5 

제1항에 있어서, 상기 제1의 이송수단은, 상기 이동수단의 길이방향을 따라서 상기 인터페이스부에 착설
된 가이드 레일과, 상기 가이드레일을 따라서 이동가능한 이동체와, 상기 이동체를 얹어놓고 회전축을 따
라서 승강가능한 승강대와, 상기 승강대상에 착설되며, 상기 회전축의 주위로 회전가능한 반송기대과, 상
기 반송기대상에 착설되며, 수평면상으로 신축이동이 가능한 아암을 구비하고 있는 장치.

청구항 6 

제5항에 있어서. 상기 반송기대는, 발광부 및 수광부를 가지는 광학적 센서를 구비하고 있으며, 상기 피
처리체 유지수단에 수용된 상기 피처리체를 검출하는 장치.

청구항 7 

제6항에 있어서, 상기 광학적 센서는, 상기 아암과 독립하여 전진 및 후퇴가 자유로운 장치.

청구항 8 

제1항에 있어서, 상기 도포처리부는, 상기 피처리기판상에 SOG 액을 도포하는 낱장식의 도포처리를 행하
는 도포장치를 구비하고 있는 장치.

청구항 9 

제1항에 있어서, 상기 이동수단은, 상기 열처리부의 상기 피처리체 유지수단을 반입하는 영역을 통하도록 
상기 인터페이스부에 설치된 리니어 가이드와, 상기 리니어 가이드에 미끄럼운동 가능하게 장착된 스테이
지와, 상기 스테이지에 착설되어 있으며, 상기 스테이지를 상기 리니어 가이드를 따라서 이동가능한 구동
수단과, 상기 스테이지상에 고정착설되며, 상기 피처리체 유지수단을 얹어놓기 위한 고정수단을 갖추고 
있는 장치.

청구항 10 

제1항에 있어서, 상기 열처리부는 종형 열처리장치를 갖추고 있는 장치.

청구항 11 

제10항에 있어서, 상기 종형 열처리장치는, 상기 도포처리부에서 상기 피처리체상에 형성된 SOG 막을 큐
어시키기 위한 수단을 구비하는 장치.

청구항 12 

제1항에 있어서, 상기 인터페이스부는, 제습된 청정공기를 공급하여 상기 인터페이스부를 대기압보다도 
높은 압력으로 하는 청정공기 공급수단을 구비하고 있는 장치.

청구항 13 

제12항에 있어서, 상기 인터페이스부는, 상기 청정공기 공급수단으로부터의 청정공기를 배기하는 배기수
단과, 상기 배기수단에 연이어 통하고 있는 개폐가능한 문과, 상기 문이 열린 때에 상기 배기수단의 동작
을 그치는 배기제어수단을 구비하고 있는 장치.

청구항 14 

낱장처리에 의하여 피처리체에 처리액을 도포하는 도포처리부와, 도포처리가 실시된 복수의 상기 피처리
체에 배치처리에 의하여 열처리를 실시하는 열처리부와, 상기 도포처리부와 상기 열처리부의 사이에서 상
기 피처리체를 반송하는 인터페이 스부와, 상기 인터페이스부는, 적어도 하나의 피처리체 유지수단 상기 
도포처리부로부터 상기 적어도 하나의 피처리체 유지수단으로 상기 피처리체를 옮기는 제1의 이송수단, 
상기 적어도 하나의 피처리체 유지부재를 부착 및 이탈가능하게 얹어놓는 스테이지, 및 상기 스테이지에 
부착되어 있고, 상기 스테이지상의 적어도 하나의 피처리체 유지수단에 얹어놓인 상기 피처리체를 상기 
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열처리부로 옮기는 제2의 이송수단과, 상기 열처리체가 상기 제1의 이송수단에 의하여 상기 도포처리부로 
이송될 때에 상기 이동수단을 이동시키지 않고, 상기 피처리체가 상기 제2의 이송수단에 의하여 상기 열
처리부로 이송될 때에 상기 이동수단을 이동시키는 제어수단을 구비하는 기판 처리장치.

청구항 15 

제14항에 있어서, 더미용 피처리체를 수용하는 더미용 피처리체 유지수단을 구비하는 장치.

청구항 16 

제14항에 있어서, 상기 스테이지상에 얹어놓여진 n 개의 피처리체 유지수단(n 은 1이상의 정수)과, 상기 
n 개의 피처리체 유지수단의 n-1 개가 유지하는 상기 피처리체를 상기 도포처리부로 공급하기 위한 피처
리체 공급부를 구비하는 장치.

청구항 17 

제14항에 있어서, 상기 적어도 하나의 피처리체 유지수단은, 복수의 상기 피처리체가 얹어놓이는 중앙영
역과, 상기 더미용 피처리체가 얹어놓이는 상기 중앙영역 근방의 영역을 가지며, 상기 적어도 하나의 피
처리체 유지수단이 유지할 수 있는 상기 피처리체 및 상기 더미용 피처리체의 최대 매수가, 상기 적어도 
하나의 피처리체 유지수단에 얹어놓이는 장치.

청구항 18 

제14항에 있어서, 상기 제1의 이송수단은, 상기 이동수단의 길이방향을 따라서 상기 인터페이스부에 착설
된 가이드 레일과, 상기 가이드레일을 따라서 이동가능한 이동체와, 상기 이동체를 얹어놓고 회전축을 따
라서 승강가능한 승강대와, 상기 승강대상에 착설되며, 상기 회전축의 주위로 회전가능한 반송기대과, 상
기 반송기대상에 착설되며 수평면상으로 신축이동이 가능한 아암을 구비하고 있는 장치.

청구항 19 

제18항에 있어서, 상기 반송기대는, 발광부 및 수광부를 가지는 광학적센서를 구비하고 있으며, 상기 피
처리체 유지수단에 수용된 상기 피처리체를 검출하는 장치.

청구항 20 

제19항에 있어서, 상기 광학적 센서는, 상기 아암과 독립하여 전진 및 후퇴가 자유로운 장치.

청구항 21 

제14항에 있어서, 상기 도포처리부는, 상기 피처리기판상에 SOG 액을 도포하는 낱장식의 도포처리를 행하
는 도포장치를 구비하고 있는 장치.

청구항 22 

제14항에 있어서, 상기 이동수단은, 상기 열처리부의 상기 피처리체 유지수단을 반입하는 영역을 통하도
록 상기 인터페이스부에 설치된 리니어 가이드와, 상기 리니어 가이드에 미끄럼운동 가능하게 장착된 스
테이지와, 상기 스테이지에 착설되어 있으며, 상기 스테이지를 상기 리니어 가이드를 따라서 이동가능한 
구동수단과 상기 스테이지상에 고정착설되며 상기 피처리체 유지수단을 얹어놓기 위한 고정수단을 갖추고 
있는 장치.

청구항 23 

제14항에 있어서, 상기 열처리부는, 종형 열처리장치를 갖추고 있는 장치.

청구항 24 

제23항에 있어서, 상기 종형 열처리장치는, 상기 도포처리부에서 상기 피처리체상에 형성된 SOG 막을 큐
어시키기 위한 수단을 구비하는 장치.

청구항 25 

제14항에 있어서, 상기 인터페이스부는, 제습된 청정공기를 공급하여 상기 인터페이스부를 대기압보다도 
높은 압력으로 하는 청정공기 공급수단을 구비하고 있는 장치.

청구항 26 

제25항에 있어서, 상기 인터페이스부는, 상기 청정공기 공급수단으로부터의 청정공기를 배기하는 배기수
단과, 상기 배기수단에 연이어 통하고 있는 개폐가능한 문과, 상기 문이 열린 때에 상기 배기수단의 동작
을 그치는 배기제어수단을 구비하고 있는 장치.

청구항 27 

로드·언로드로부터  도포처리부에  기판을  반송하여,  기판마다에  도포액을  각각  도포하는  낱장처리 
공정과, 이 낱장 도포처리된 기판을 인터페이스부에 있어서 보트 이동기구상에 얹어놓은 복수의 보트에 
차례로 적재하는 공정과, 상기 인터페이스부의 복수의 보트 중에서 1개를 선택하여, 그 선택한 보트를 상
기 보트 이동기구에 의해 열처리부에 반송하여, 보트에 적재된 복수의 기판을 일괄적으로 배치열처리공정
을 구비하는 기판 처리방법.

청구항 28 
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제27항에 있어서, 더미용 기판을 수용하는 더미용 기판 보트로부터 상기 기판 보트에 상기 더미용 기판을 
반입하는 공정을 더욱 구비하는 기판처리방법.

청구항 29 

제27항에 있어서, 상기 기판에 도포처리가 행해지기 전에 상기 기판이 소정의 온도로 냉각되는 기판 처리
방법.

청구항 30 

제27항에 있어서, 상기 도포처리가 행해진 상기 기판에 프리베이크 처리가 행해지는 기판 처리방법.

청구항 31 

제27항에 있어서, 상기 도포처리는, 상기 기판에 SOG액을 도포하는 처리인 기판 처리방법.

청구항 32 

제31항에 있어서, 상기 SOG 액은, 무기 SOG 액 또는 유기 SOG액인 기판 처리 방법.

청구항 33 

제27항에 있어서, 상기 인터페이스부에서, 상기 기판 보트에 상기 기판이 수용되어 있는지의 여부를 검출
하는 공정을 더욱 구비하는 기판 처리방법.

청구항 34 

제27항에 있어서, 상기 도포처리부에 대한 상기 기판의 받아넘김시에 상기 기판 보트의 위치를 이동시키
지 않고, 상기 열처리부에 대한 상기 기판 보트의 받아넘김시에 상기 기판 보트의 위치를 이동시키는 기
판 처리방법.

청구항 35 

로드·언로드부로터 도포처리부에 기판을 반송하여, 기판마다에 도포액을 각각 도포하는 제1의 낱장처리 
공정과, 이 제1의 낱장 도포처리된 기판을 인터페이스부에 있어서 보트 이동기구상에 얹어놓은 복수의 보
트에 차례로 적재하는 공정과, 상기 인터페이스부의 복수의 보트 중에서 1개를 선택하여, 이 선택한 보트
를 상기 보트 이동기구에 의해 열처리부로 반송하여, 보트에 적재된 복수의 기판을 일괄적으로 열처리하
는 제1의 배치열처리공정과, 이 제1의 배치 열처리된 기판을 상기 도포처리부에 반송하여, 상기 제1의 열
처리된 기판마다에 도포액을 각각 도포하는 제2의 낱장처리 공정과, 이 제2의 낱장 도포처리된 기판을, 
인터페이스부에 있어서 상기 보트 이동기구상에 얹어놓은 복수의 보트에 차례로 적재하는 공정과, 상기 
인터페이스부의 복수의 보트 중에서 1개를 선택하여, 이 선택한 보트를 상기 이동기우에 의해 열처리부로 
반송하여 보트에 적재된 복수의 기판을 일괄적으로 열처리하는 제2의 배치열처리공정을 구비하는 기판 처
리방법.

청구항 36 

제35항에 있어서, 상기 기판 보트에 더미용 기판을 수용하는 더미용 기판 보트으로부터 상기 더미용 기판
을 반입하는 공정을 더욱 구비하는 기판 처리방법.

청구항 37 

제35항에 있어서, 상기 기판에 상기 제1 및 제2의 도포처리가 행해지기 전에 상기 기판이 소정의 온도로 
냉각되는 기판 처리방법.

청구항 38 

제35항에 있어서, 상기 제1 및 제2의 도포처리가 행해지기전에 상기 크뜨즈에 프리베이크 처리가 행해지
는 기판 처리방법.

청구항 39 

제35항에 있어서, 상기 도포처리는, 상기 기판에 SOG 막을 도포하는 처리인 기판 처리방법.

청구항 40 

제39항에 있어서, 상기 SOG 액은, 무기 SOG 액 또는 유기 SOG액인 기판 처리방법.

청구항 41 

제35항에 있어서, 상기 인터페이스부에, 상기 기판 보트로 상기 기판이 수용되어 있는지의 여부를 검출하
는 공정이 더욱 구비된 기판 처리방법.

청구항 42 

로드·언로드부로부터 도포처리부에 기판을 반송하여, 기판마다에 도포액을 각각 도포하는 제1의 낱장처
리 공정과, 이 제1의 낱장처리된 기판마다에 더욱 도포액을 1회 이상 각각 도포하는 제2의 낱장처리 공정
과, 상기 제1 및 제2의 낱장 도포처리된 복수의 기판을, 인터페이스부에 있어서 보트 이동기구상에 얹어
놓은 복수의 보트에 차례로 적재하는 공정과, 상기 인터페이스부의 복수의 보트 중에서 1개를 선택하여, 
이 선택한 보트를 상기 이동기구에 의해 열처리부로 반송하여, 보트에 적재된 복수의 기판을 일괄적으로 
열처리하는 배치열처리공정을 구비하는 기판 처리방법.
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청구항 43 

제42항에 있어서, 상기 기판 보트에, 더미용 기판을 수용하는 더미용 기판 보트로부터 상기 더미용 기판
을 반입하는 공정을 더욱 구비하는 기판 처리방법.

청구항 44 

제42항에 있어서, 상기 기판에 상기 제1및 제2의 도포처리가 행해지기 전에 상기 기판이 소정의 온도로 
냉각하는 기판 처리방법.

청구항 45 

제42항에 있어서, 상기 제1및 제2의 도포처리가 행해지기전에 상기 기판에 프리베이크 처리가 행해지는 
기판 처리방법.

청구항 46 

제42항에 있어서, 상기 도포처리는, 상기 기판에 SOG 막을 도포하는 처리인 기판 처리방법.

청구항 47 

제46항에 있어서, 상기 SOG 액은, 무기 SOG 액 또는 유기 SOG액인 기판 처리방법.

청구항 48 

제42항에 있어서, 상기 인터페이스부에, 상기 기판 보트로 상기 기판이 n용되어 있는지의 여부를 검출하
는 공정이 더욱 구비된 기판 처리방법.

청구항 49 

피처리체 1매 마다 처리액을 도포하는 도포처리실을 포함하는 도포처리부와, 도포처리가 실시된 복수의 
상기 피처리체를 동시에 열처리하는 열처리실을 포함하는 열처리부와, 상기 도포처리부와 상기 열처리부
의 사이에서 상기 피처리체를 반송하는 인터 페이스부와, 상기 인터페이스부는 적어도 하나의 피처리체 
유지수단 상기 도포처리부로부터 상기 적어도 하나의 피처리체 유지수단으로 피처리체를 옳기는 제2의 반
송수단, 상기 피처리체 유지수단을 부착 및 이탈 가능하게 얹어놓는 제1의 스테이지, 상기 제1의 스테이
지에 부착되어 있고, 상기 제1의 스테이지상의 상기 적어도 하나의 피처리체 유지수단과 함께 상기 제1의 
스테이지를 이동시키는 이동수단, 및 도포된 피처리체가 상기 도포처리부내의 상기 제1의 반송수단에서 
상기 제2의 반송수단으로 이송될 때에, 상기 도포된 피처리체를 허용하는 제2의 스테이지를 가지며, 상기 
도포처리부내에서 상기 피처리체를 반송하는 제1의 반송수단과 도포처리된 적어도 하나의 피처리체를 유
지하여, 상기 제1의 스테이지에 얹어놓여진 상기 적어도 하나의 피처리체 유지수단을 상기 열처리부로 반
입·반출하는 제3 의 반송수단과 상기 피처리체가 상기 제2의 반송수단에 의하여 상기 도포처리부로 이송
할 때에 상기 이동수단을 이동시키지 않고, 상기 피처리체가 상기 제3의 반송수단에 의하여 상기 열처리
부로 이송될 때에 상기 이동수단을 이동시키는 제어 수단을 구비하는 기판 처리장치.

청구항 50 

제49항에 있어서, 상기 제1의 스테이지상에 더미용 피처리체를 수용하는 더미용 피처리체 유지수단을 구
비하는 장치.

청구항 51 

제49항에 있어서, 상기 스테이지상에 얹어놓여진 n 개의 피처리체 유지수단(n은 1이상의 정수)과, 상기 n 
개의 피처리체 유지수단의 n-1 개가 유지하는 상기 피처리체를 상기 도포처리부로 공급하기 위한 피처리
체 공급부를 구비하는 장치.

청구항 52 

제49항에 있어서, 상기 적어도 하나의 피처리체 유지수단은, 복수의 상기 피처리체가 얹어놓이는 중앙영
역과, 상기 더미용 피처리체가 얹어놓이는 상기 중앙영역 근방의 영역을 가지며, 상기 적어도 하나의 피
처리체 유지수단이 유지할 수 있는 상기 피처리체 및 상기 더미용 피처리체의 최대 매수가, 상기 적어도 
하나의 피처리체 유지수단에 얹어놓이는 장치.

청구항 53 

제49항에 있어서, 상기 제2의 반송수단은, 상기 제2의 반송수단의 길이방향을 따라서 상기 인터페이스부
에 착설된 가이드레일과, 상기 가이드레일을 따라서 이동가능한 이동체와, 상기 이동체를 얹어놓고 회전
축을 따라서 승강 가능한 승강대와, 상기 승강대상에 착설되며, 상기 회전축의 주위로 회전가능한 반송기
대와, 상기 반송기대상에 착설되며 수평면상으로 신축이동이 가능한 아암을 구비하고 있는 장치.

청구항 54 

제53항에 있어서, 상기 반송기대는, 발광부 및 수광부를 가지는 광학적 센서를 구비하고 있으며, 상기 피
처리체 유지수단에 수용된 상기 피처리체를 검출하는 장치.

청구항 55 

제54항에 있어서, 상기 광학적 센서는, 상기 아암과 독립하여 전진 및 후퇴 가 자유로운 장치.

청구항 56 
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제49항에 있어서, 상기 도포처리부는, 상기 피처리체상에 SOG 액을 도포하는 낱장식의 도포처리를 행하는 
도포장치를 구비하고 있는 장치.

청구항 57 

제49항에 있어서, 상기 이동수단은, 상기 열처리부의 상기 피처리체 유지수단을 반입하는 영역을 통하도
록 상기 인터페이스부에 설치된 리니어 가이드와, 상기 리니어 가이드에 미끄럼운동 가능하게 장착된 스
테이지와, 상기 스테이지에 착설되어 있으며, 상기 스테이지를 상기 리니어 가이드를 따라서 이동가능한 
구동수단과, 상기 스테이지상에 고정착설되며, 상기 피처리체 유지수단을 얹어놓기 위한 고정수단을 갖추
고 있는 장치.

청구항 58 

제49항에 있어서, 상기 열처리부는, 종형 열처리장치를 갖추고 있는 장치.

청구항 59 

제49항에 있어서, 상기 인터페이스부는, 제습된 청정공기를 공급하여 상기 인터페이스부를 대기압보다도 
높은 압력으로 하는 청정공기 공급수단을 구비하고 있는 장치.

청구항 60 

제53항에 있어서, 상기 인터페이스부는, 상기 청정공기 공급수단으로부터의 청정공기를 배기하는 배기수
단과, 상기 배기수단에 연이어 통하고 있는 개폐가능한 문과, 상기 문이 열린 때에 상기 배기수단의 동작
을 그치는 배기제어수단을 구비하고 있는 장치.
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